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introduction

utilisation de la table alphanumérique
des dispositifs a semiconducteurs

Les numéros de pages renvoient aux planches de caractéristiques dans chaque partie de la brochure, transistors
d'une part, diodes, redresseurs et thyristors, d'autre part.

La colonne « Exploitation » a pour but d’orienter I'utilisateur éventuel :

D* nouveau type recommandé pour études nouvelles (fourniture en quantités encore limitées) ;
D type existant recommandé pour études actuelles ;

C matériel pour fabrication en cours ;

M matériel pour la maintenance seulement.

Dans la colonne « Homologations CCT » figurent les types homologués par le Comité de Coordination des
Télécommunications (H), en précisant le cas échéant s'ils font I'objet d'un contrdle centralisé (C).

La colonne « Listes G.A.M. » (Guerre, Air, Marine) a pour but de préciser si le type considéré figure sur la liste
préférentielle (P), Guide (G) ou Maintenance (M).




code de designation
pour dispositifs a semiconducteurs

Ce code s’'applique aux composants comportant ou ne comportant pas de jonction, et aux dispositifs multiples.
Un dispositif multiple est défini comme étant constitué par une combinaison d’'éléments actifs semblables ou
dissemblables incorporés dans une enveloppe commune qui ne peut &tre démontée, les électrodes de chaque
élément étant accessibles a |'extérieur.

Cette désignation consiste en :

DEUX LETTRES SUIVIES D'UN CODE D'ORDRE

Exemple et explication :

A A 100

J'T_r

Premiére lettre :

Elle permet une distinction entre les
dispositifs a jonction et sans jonction,
et donne une indication relative au
matériau

Seconde lettre : Elle indique en premier lieu
|'application principale et éventuellement I'appli-
cation principale plus une indication relative a la
fabrication lorsque celle-ci est nécessaire

Code d’ordre :

Dispositifs a jonction

A Dispositifs @ une ou plusieurs jonc-
tions, réalisés avec un matériau dont
la bande interdite correspond a un
niveau d’'énergie compris entre 0,6
et 1 eV, par exemple le germanium

B Dispositifs a une ou plusieurs jonc-
tions réalisés avec un matériau dont
la bande interdite correspond a un
niveau d'énergie allantde 1 a 1,3 eV,
par exemple le silicium

C Dispositifs a une ou plusieurs jonc-
tions réalisés avec un matériau dont
la bande interdite correspond a un
niveau d’énergie supérieur a 1,3 eV,
I'arséniure de gallium par exemple

D Dispositifs & une ou plusieurs jonc-
tions réalisés avec un matériau dont
la bande interdite correspond a un
niveau d'énergie inférieur a 0,6 eV,
tel que I'antimoniure d’indium

Dispositifs sans jonction

R Dispositifs sans jonction réalisés
avec des matériaux tels que ceux que
I'on emploie dans les générateurs
a effet Hall ou les cellules photo-
conductrices

A

B
Cc

mm

r XTI o

207

Diode de détection, diode mélangeuse ou
diode de commutation rapide

Diode & variation de capacité

Transistor pour audiofréquences (résistance
thermique entre jonction et fond de boitier
supérieure @ 15 °C/W)

Transistor de puissance pour audiofréquences
(résistance thermique entre jonction et fond
de boitier inférieure ou égale a 15 °C/W)

Diode tunnel

Transistor pour radiofréquences (résistance
thermique entre jonction et fond de boitier
supérieure 3 15 °C/W)

Dispositifs multiples composés d’'éléments
dissemblables

Mesureur de champ

Générateur a effet Hall en circuit magnétique
ouvert, ex. : sonde de mesure magnétometre
Transistor de puissance pour radiofréquences
(résistance thermique entre la jonction et le
fond de boitier inférieure ou égale a 15 °C/W)
Générateur a effet Hall opérant en circuit
magnétique fermé électriquement entretenu,
ex. : modulateur ou multiplicateur de Hall.
Dispositif sensible aux radiations

Dispositif générateur de radiations

Dispositif a déclenchement électrique présen-
tant une caractéristique d’avalanche et des-
tiné aux applications de commutation, ou de
contrdle d'énergie (résistance thermique entre
la jonction et le fond de boitier supérieure a
15 °C/W)

Transistor destiné aux applications de commu-
tation (résistance thermique entre la jonction
et le fond de boitier supérieure 3 15 °C/W)
Dispositif @ déclenchement par signal élec-
trique ou lumineux présentant une caractéris-
tique d’avalanche et destiné aux applications
de commutation ou de contrdle d’énergie
(résistance thermique entre la jonction et le
fond de boitier inférieure ou égale @ 15 °C/W)
)

Transistor de puissance destiné aux applica-
tions de commutation (résistance thermique
entre la jonction et le fond de boitier inférieure
ou égale a 15°C/W)

Diode pour multiplicateur, par exemple varac-
tor ou " step recovery diode "

Diode de redressement “booster diode”,
" efficiency diode ”’ (!)

Diode régulatrice de tension ou diode de
référence (1)

Trois chiffres pour les dispositifs semi-
conducteurs destinés plus particuliérement
aux applications dans le domaine grand
public

Une lettre et deux chiffres pour les
dispositifs semiconducteurs destinés plus
particuliérement aux équipements profes-
sionnels.

(1) Pour la désignation de type dans une gamme
de dispositif donnée, voir page suivante.

.L_l__l_
BCY10




designation de type d’'une gamme
de dispositifs a semiconducteurs

Ces désignations concernent :

(a) Les diodes régulatrices de tension ou les diodes de référence (seconde lettre Z)
(b) Les diodes de redressement (seconde lettre Y)
(c) Les thyristors (seconde lettre T)

Chacun des types appartenant respectivement a une gamme ou type de base désigné par le code précédent, sera
défini a I'aide d’un suffixe séparé de la désignation de gamme a l'aide d'un tiret.

Exemple et explication :

Premier cas :

BZY 99 - C 4V7 R

I _—I—T—[‘T

Lettre indiquant
la tolérance sur
la tension de Zener

Désignation

Valeur typique de la tension
du type de base

de Zener en volts Polarité

l?'aprés le ‘ccl)de défini A 1% La valeur typique de la tension de | La polarité dite normale, c’est-a-dire lorsque
a la page précédente. Zener est donnée pour le courant | la cathode est reliée au boitier, n'est pas
B 2% nominal choisi pour toute la gamme. | spécialement indiquée.
C 5% La lettre V est employée en [ieu et | Dans le cas de polarité inverse, c’est-a-dire
D 10 % place de la V|lrgu|e 'chaque fois que Ior§q_u_e I'anode est reliée au boitier, on
E 15 % celle-ci serait nécessaire. spécifie la lettre R.

Second et troisiéme cas :

BTY 99 - 100 R

BYY 99 - 100

!
d

Désignation du type de base

Valeur maximale de tention inverse
de créte récurrente exprimée en volts

Polarité

D’aprés le code défini a la page
précédente.

Dans le cas des thyristors, il s'agit de la valeur
maximale de tension inverse de créte récurrente,
ou de la valeur maximale de la tension de créte
récurrente applicable entre anode et cathode a
I'état bloqué ; on exprime la plus faible de ces
deux valeurs.

La polarité dite normale, c'est-a-dire lorsque la
cathode est reliée au boitier n'est pas spéciale-
lement indiquée.

Dans le cas de polarité inverse, c'est-a-dire
lorsque I'anode est reliée au boitier, on spécifie
la lettre R.

ahreviations employees dans les planches
de caracteristiques

Technologie (Tech.)
Dans les tableaux, lire :

— A Alliage

— D Diffusion

— M Mésa

— ME Meésa épitaxié
— P Planar

— PE Planar épitaxié
— AD Allié diffusé




symholes utilisés dans le guide

Vce
VEB
Icm
Ptot
PG
Po
h21e

VCEsat

fr
F

Vbs
Vas
Vas (P)
Io

Ipss

rGS
' Yais |

VFAKO
VRAKO
VRGaAO
VRGkKO
IFAM
IFGam

VRM
IFm
IFav

IFav
IFRM
IFsm
Ir
IRRM
VF
VR
VBR(R)
VRWM
VRRM
VRsMm
PRAV
PRRM
Prsm

Rth
Zth
Tamb
Tmb
Ti

trr

TRANSISTORS
Tension collecteur base
Tension émetteur base
Courant collecteur maximal récurrent
Puissance dissipable au collecteur
Gain en puissance
Puissance de sortie
Gain en courant continu en montage
émetteur commun
Courant collecteur
Tension de saturation entre collecteur et
émetteur
Fréguence de transition
Bruit
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP
Tension drain - source
Tension porte source
Tension porte source au blocage
Courant de drain
Courant drain source (porte et source en court-
circuit)
Résistance porte source
Admittance directe de transfert en montage
source commune

ELEMENTS DE COMMUTATION BISTABLE

Tension directe anode cathode
Tension inverse anode cathode
Tension inverse entre porte anodique et anode
Tension inverse entre porte cathodique et cathode
Courant direct d'anode (valeur maximale)
Courant direct de porte anodique (valeur
maximale)

DIODES DE SIGNAL
Tension inverse de créte récurrente
Courant direct de créte récurrent
Courant direct moyen ou continu
Chute de tension directe
Courant direct
Courant inverse
Tension inverse

DIODES ZENER
Tension de Zener
Courant inverse injecté
Résistance dynamique
REDRESSEURS

Courant direct (continu ou moyen)
Courant direct moyen
Courant direct récurrent (valeur de pointe)
Courant direct non récurrent (valeur de pointe)
Courant inverse (continu)
Courant inverse récurrent (valeur de pointe)
Tension directe continue
Tension inverse continue
Tension inverse d'avalanche
Tension inverse récurrente (valeur de créte)
Tension inverse récurrente (valeur de pointe)
Tension inverse non récurrente (valeur de pointe)
Puissance de dissipation inverse moyenne
Puissance de dissipation récurrente inverse
Puissance de dissipation non récurrente (valeur
de pointe) ‘
Résistance thermique
Impédance thermique transistoire
Température ambiante
Température du fond de boitier
Température de jonction
Temps de recouvrement inverse

li(RMS)
lism

lo
lorm
losm
Vi(RMS)
Viwm
Vism
Vo

Io

Ir
IT(av)
IT(RMS)
ITRM

ITsm

ITS(RMS)
In

leT
IFGM
IrRG
Vo
vr
Vbwm

VDRM
Vbsm
Veo
VBR(R)
VRWM
VRRM
VRsSM
VFGM
VRGM

Vep

VGt
PGcav

Pam
PRAV
dVp
dt
dir

dt
tq

t(on)
td

tr

PONTS REDRESSEURS
Valeur efficace du courant d'entrée
Courant d’entrée accidentel non récurrent (valeur
de pointe)
Courant moyen redressé
Courant de sortie récurrent (valeur de pointe)
Courant de sortie accidentel {valeur de pointe)
Tension d'entrée (efficace)
Tension d’entrée récurrente (valeur de créte)
Tension d’entrée non récurrente (valeur de pointe)
Tension moyenne redressée

THYRISTORS

Courant continu (état bloqué)
Courant continu (état conducteur)
Courant moyen anode cathode
Courant efficace anode cathode
Courant anode cathode récurrent (valeur de
pointe)
Courant anode cathode non récurrent (valeur de
pointe)
Valeur efficace du courant non récurrent
Courant de maintien
Courant de gachette pour amorcer le thyristor
Courant direct de gachette (valeur de pointe)
Courant inverse de gachette
Tension continue (état bloqué)
Tension continue (état conducteurf
Tension directe récurrente a |'état bloqué (valeur
de créte)
Tension directe récurrente a |'état bloqué
(valeur de pointe)
Tension non récurrente & |'état bloqué (valeur de
pointe)
Tension directe de retournement
Tension inverse continue
Tension inverse d’avalanche
Tension inverse récurrente (valeur de créte)
Tension inverse récurrente (valeur de pointe)
Tension inverse non récurrente (valeur de pointe)
Tension directe gachette cathode (valeur de
pointe)
Tension inverse gachette cathode (valeur de
pointe)
Tension gachette cathode n’amorcant pas le
thyristor
Tension gachette cathode qui amorce le thyristor
Puissance dissipable de gachette (valeur
moyenne)
Puissance dissipable de gachette (valeur de
pointe)
Puissance dissipable inverse (valeur moyenne)
Vitesse de croissance de la tension directe
Anode cathode pour lequel il n’y a pas d’'amorcage
non controlé
Vitesse de croissance du courant direct
anode-cathode
Temps de blocage : temps requis pour la reprise
de commande par la gachette aprés interruption
du courant anode cathode
temps de réponse (td + tr)
temps requis aprés amorcage pour une diminution
de 10 % de la tension initiale anode cathode a
I'état bloqué
Temps requis aprés amorcage pour une
diminution de 10 % a 90 % de la tension initiale
anode cathode a I'état bloqué.
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79 2-x AA119 Ge Détection symétrique [} X
46 AAY 34 Ge Diode mélangeuse o
46 AAY 56 Ge Diode mélangeuse (]
46 AAY 56 R Ge Diode mélangeuse @
46 AAY 59 Ge Diode mélangeuse (]
46 2-AAY 59 M Ge Diode mélangeuse ®
79 AAZ 15 Ge Commutation ) X
79 AAZ 17 Ge Commutation ) X
79 AAZ 18 Ge Commutation ™ X
22 AC 125 Ge o A.F. ®
22 AC 126 Ge [ A.F. )
22 AC 127 Ge ®| AF. )
22 AC 128 Ge [ ] A.F. [ X
22 AC 132 Ge [ ] Puissance A.F. o X
22 AC 187 Ge ® | Puissance A.F. ) X
22 AC 188 Ge [ ] A.F. o
52 ACX 01 Aérien adaptable sur cavités guides ]
58 AD 149 Ge o Puissance A.F. [
58 AD 161 Ge @® | Puissance A.F. Y
58 AD 161-AD 162 Ge @® | ® | Puissance A.F. Y
58 AD 162 Ge ® Puissance A.F. ™Y
58 2-AD 162 Ge ® .F. ®
52 ADX 01 Aérien adaptable pour cavités guides [ ]
82 AEY 25 Ge Diode tunnel Y
82 AEY 26 Ge Diode tunnel ®
26 AF 124 Ge ° R.F. ° X
26 AF 125 Ge @ R.F. ) X
26 AF 126 Ge ™ R.F. ° X
26 AF 127 Ge ® R.F. ®
26 AF 139 Ge [} V.H.F. Y
26 AF 239 Ge [ ] U.H.F. [
26 AF 367 Ge o U.H.F. &
26 AF 369 Ge ® Oscillateur V.H.F.-U.H.F. o
26 AF 379 Ge (] U.H.F.-gain fixe (]
22 ASY 26 Ge [ J Commutation ® H X
22 ASY 27 Ge ® Commutation ° H X
22 ASY 28 Ge ® | Commutation ) H X
22 ASY 29 Ge ® | Commutation ) H X
22 ASY 73 Ge ® | Commutation Y
22 ASY 74 Ge ® | Commutation Y
22 ASY 75 Ge ® | Commutation @
22 ASY 76 Ge [} Commutation ® X
22 ASY 77 Ge ® Commutation ® X
22 ASY 80 Ge ® Commutation () X
58 ASZ 15 Ge [ Puissance ® X
58 ASZ 16 Ge ® Puissance ® X
58 ASZ 17 Ge ® Commutation ()
58 ASZ 18 Ge ® Commutation ™Y X
80 BA 102 Si Capacité variable Y
80 BA102 A Si Capacité variable ®
80 BA 102 B Si Capacité variable ®
80 BA102C Si Capacité variable )
80 BA 102 D Si Capacité variable ®
79 BA 182 Si Commutation Y
81 BA 220 Si « Stabistor » Y
78 BA 221 Si Grand Public [
78 BA 222 Si Grand Public )
79 BA 243 Si Grand Public o
79 BA 244 Si Grand Public ®
81 BA 280 Si Industriel et grand public o
81 BA 314 Si Industriel et grand public ]
81 BA 315 Si Industriel et grand public ®
78 BA 316 Si Industriel et grand public [}
78 BA 317 Si Industriel et grand public [ ]
78 BA 318 Si Industriel et grand public [ ]
79 BA 343 Si Grand public )
79 BA 344 Si Grand public [ ]
80 BA 379 Si Industriel et grand public [ ]
78 BAS 11 Si Commutation ®
78 BAS 12 Si Commutation )
46 BAT 39 Ge Diode mélangeuse [ ]
46 BAT39 A Ge Diode mélangeuse ®
46 BAT 50 Ge Diode mélangeuse ®
46 BAT 50 R Ge Diode mélangeuse [}
46 BAT 51 Ge Diode mélangeuse [ J
46 BAT51R Ge Diode mélangeuse o
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46 BAT 52 Ge Diode mélangeuse o
46 BAT52R Ge Diode mélangeuse L]
78 BAV 10 Si Commutation [ ]
78 BAV 18 Si Commutation e
78 BAV 19 Si Commutation [ ] H
78 BAV 20 Si Commutation o H
78 BAV 21 Si Commutation [ J H
78 BAV 45 Si Circuit de protection o
46 BAV 46 Si Diode mélangeuse Schottky ([ J
32 BAV 56 Si Circuit hybride [
32/34/78| BAV 70 Si Circuit hybride o
46 BAV 75 Si Diode Schottky [ ]
46 BAV 96 B Si Diode Schottky [ ]
46 BAV 96 C Si Diode Schottky [ ]
46 BAV 96 D Si Diode Schottky o
32/34/78| BAV 99 Si Circuits hybrides (double diode) o
78 BAW 21 A Si Diode mélangeuse o
78 BAW 21 B Si Diode mélangeuse o
34/78 BAW 56 Si Circuit hybride o
78 BAW 62 Si Commutation rapide ®
46 BAW 95 D Si Diode mélangeuse ®
46 BAW 95 E Si Diode mélangeuse o
46 BAW 95 F Si Diode mélangeuse o
46 BAW 95 G Si Diode mélangeuse o
78 BAX 12 Si Commutation ®
78 BAX 13 Si Commutation [ J
78 BAX 16 Si Commutation [ ]
78 BAX 17 Si Usage industriel o
78 BAX 18 Si Usage industriel )
47 BAY 96 Si Varactor o
80 BB 105 B Si Variation de capacité ®
80 BB 105 G Si Variation de capacité @
80 BB 106 Si Variation de capacité ®
80 BB 109 G Si Variation de capacité o
80 BB 204 B Si Variation-de capacité ®
80 BB 204 G Si Variation de capacité o
80 BB 205 B Si Variation de capacité ®
80 BB 205 G Si Variation de capacité o
80 BB 206 Si Variation de capacité [ J
80 BB 213 Si Variation de capacité [ ]
32/34/80| BBY 31 Si Circuit hybride [ ]
24 BC 107 Si ®| AF o
24 BC 107 A Si ®| AF ®
24 BC107 B Si ®| AF. [ J
24 BC 108 Si ®| AF. ®
24 BC 108 A Si ®| AF. { ]
24 BC 108 B Si ®| AF [ ]
24 BC 108 C Si ®| AF [ ]
24 BC 109 Si ®| AF [ ]
24 BC109B Si ®| AF o
24 BC109C Si ®| AF @
24 BC 146 Rouge Si ® | Usage général miniature [ ]
24 BC 146 Jaune Si ® | Usage général miniature [ J
24 BC 146 Vert Si ® | Usage général miniature @®
24 BC 147 Si ®| AF. ®
24 BC 148 Si ®| AF [ J
24 BC 149 Si ®| AF [ ]
24 BC 149 B Si ®| AF ®
24 BC149C Si ®| AF. ®
23 BC 157 Si ® AF. )
23 BC 157 A Si ® A.F. [ J
23 BC 158 Si ® A.F. [ J
23 BC 158 A Si ® A.F. ®
23 BC 158 B Si ® AF. @
23 BC 159 Si ® AF. [ ]
23 BC 159 A Si @ A.F. [ ]
23 BC 159 B Si ® A.F. [ J
23 BC159C Si ® A.F. e
23 BC 177 Si [ ] A.F. Y
23 BC177 A Si o A.F. Y
23 BC1778B Si o A.F. ®
23 BC 178 Si [ ] A.F. ®
23 BC178 A Si ® A.F. ®
23 BC178 B Si ® AF. ®
23 BC 179 Si [ ] A.F. ®
23 BC179A Si ® AF. ®
23 BC1798B Si [ AF. ®
23 BC 200 Rouge Si ® Usage général miniature ®
23 BC 200 Jaune Si ® Usage général miniature ®
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BC 200 Vert
BC264 A
BC264 B
BC264 C
BC 264 D
BC 327

BC 328

BC 337

BC 337/16
BC 337/25
BC 338

BC 338/16
BC 338/25
BC 368

BC 369

BC 407

BC 408

BC 409
BC409B
BC409C
BC417
BC418
BC418A
BC418B
BC 419
BC419A
BC419B
BC 546

BC 546 A
BC 546 B
BC 547

BC 547 A
BC 547 B
BC 548

BC 548 A
BC548 B
BC548 C
BC 549
BC549B
BC549C
BC 550

BC 550 B
BC 550 C
BC 556

BC 557

BC 557 A
BC 558

BC 558 A
BC 558 B
BC 559

BC 559 A
BC5598B
BC 635

BC 636

BC 637

BC 638

BC 639

BC 640
BCW 29 (R)
BCW 30 (R)
BCW 31 (R)
BCW 32 (R)
BCW 33 (R)
BCW 69 (R)
BCW 70 (R)
BCW 71 (R)
BCW 72 (R)
BCX 17 (R)
BCX 18 (R)
BCX 19 (R)
BCX 20 (R)
BCX 51
BCX 52
BCX 53
BCX 54
BCX 65
BCX 56
BCY30A
BCY31A

Usage général miniature
F.E.T., usage général
F.E.T., usage général
F.E.T., usage général
F.E.T., usage général

.F. petite puissance
.F. petite puissance

>PPPPPPPPPRPPPPPPPPRD
Mmmmmmmmmmnanamnmnnnm

A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.
Préampli A.

Préampli A.
Préampli A.
Préampli A.
Préampli A.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
Préampli A.F.
A.F.

>Prp
mmmm

AF

Circuit hybride, usage général

Circuit hybride

Circuit hybride

Circuit hybride

Circuit hybride

(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
(Commutation) hybride
Usage général

Usage général

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F. faible bruit

F. faible bruit
Préampli A.F. faible bruit

F. faible bruit

F. faible bruit

F. faible bruit

F. tension élevée

F

F

F

F

F

F

F

F

(XX
000000000

Listes
G.AM.
Homologation
CCcT
Nomenclature
OTAN

X X
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BCY 32 A [ ] Usage général ® X
BCY 33 A @ Usage général ® X
BCY 34 A [ J Usage général ® X
BCY 55 ® | Amplification )
BCY 56 @® | Amplification ®
BCY 57 ® | Amplification Y
BCY 58 ® | Commutation [}
BCY 59 ® | Commutation &
BCY 70 [ Usage général ®
BCY 71 [ Usage général ®
BCY 72 [ Usage général )
BCY 87 ® | Ampli différentiel ®
BCY 88 ® | Ampli différentiel ®
BCY 89 ® | Ampli différentiel o
BD 115 ® | Vidéofréquence noir et blanc et couleur (]
BD 131 ® | Hi.Fi Y
BD 132 [ Hi.Fi )
BD 135 @®| AF. @®
BD 135-136 ®|®| AF. ®
BD 136 [ A.F. o
BD 137 ®| AF. Y
BD 137-138 ®|®| AF. ®
BD 138 [ ) A.F. ®
BD 139 ®| AF. ®
BD 139-140 ®o|®| AF. ®
BD 140 o A.F. ®
BD 181 ® | Hi.Fi ®
2-BD 181 ® | Hi.Fi [
BD 182 ® | Hi.Fi ®
2-BD 182 ® | Hi.Fi ®
BD 183 ® | Hi.Fi ®
2-BD 183 ® | Hi.Fi [
BD 201 ® | Usage général o
BD 201-202 ® | ® | Usage général [ ]
BD 202 [ J Usage général (]
BD 203 ® | Usage général [ ]
BD 203-204 ® | ® | Usage général )
BD 204 ® Usage général ®
BD 226 ® | Usage général ®
BD 226-227 ® | ® | Usage général o
BD 227 [ Usage général ®
BD 228 ® | Usage général ®
BD 228-229 ® | ® | Usage général ™Y
BD 229 [ J Usage général Y
BD 230 ® | Usage général ®
BD 230-231 @ | ® | Usage général ®
BD 231 [ Usage général ®
BD 232 ® | Télévision ®
BD 233 ®| AF. ®
BD 233-234 ®|®| AF. Y
BD 234 [ A.F. ®
BD 235 ®| AF. [ ]
BD 235-236 ®o|®| AF. [ ]
BD 236 [ ] A.F. [
BD 237 ®| AF. @
BD 237-238 ®o|®| AF. ®
BD 238 o A.F. ®
BD 262 [ ] Darlington ®
BD 262/A [ Darlington o
BD 262/B & Darlington ®
BD 263 @ | Darlington @
BD 263/A @ | Darlington ®
BD 263/B ® | Darlington ®
BD 266 [ Darlington ®
BD 266/A ® Darlington °
BD 266/B [ Darlington ®
BD 266-267 ® | ®| Darlington [ ]
BD 266/A-267/A ® | ®| Darlington ®
BD 266/B-267/B ® | ®| Darlington ®
BD 267 @® | Darlington [ ]
BD 267/A @ | Darlington ®
BD 267/B ® | Darlington ®
BD 329 ® | Usage général (3
BD 330 ([ J Usage général [ J
BD 433 @® | Usage général o
BD 433-434 ® | ®| Usage général ®
BD 434 ® Usage général ®
BD 435 ® | Usage général ®
BD 435-436 ® | ®| Usage général [
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56 BD 436 Si ® Usage général ®

56 BD 437 Si ® | Usage général ®

59 BD 437-438 Si ® | ® | Usage général [ J

56 BD 438 Si [ J Usage général [

58 BDX 62 Si ® Darlington [ ]

58 BDX 62/A Si [ ) Darlington ®

58 BDX 62/B Si o Darlington ®

58 BDX 62/C Si ® Darlington ®

59 BDX 62-63 Si @® | ® | Darlington [ J

59 BDX 62/A-63/A Si ® | ® | Darlington [ )

59 BDX 62/B-63/B Si ® | ® | Darlington [ ]

58 BDX 63 Si ® | Darlington [ )

58 BDX 63/A Si ® | Darlington @

58 BDX 63/B Si ® | Darlington ®

58 BDX 63/C Si ® | Darlington )

58 BDX 64 Si ® Darlington ®

58 BDX 64/A Si [ ] Darlington [ ]

58 BDX 64/B Si ® Darlington ®

58 BDX 64/C Si o Darlington o

59 BDX 64-65 Si ® | ® | Darlington [ ]

59 BDX 64/A-65/A Si ® | ® | Darlington o

59 BDX 64/B-65/B Si ® | ® | Darlington °

58 BDX 65 Si ® | Darlington (]

58 BDX 65/A Si @ | Darlington ®

58 BDX 65/B Si ® | Darlington ®

58 BDX 65/C Si ® | Darlington ®

58 BDX 66 Si [ ) Darlington [ J

58 BDX 66/A Si ® Darlington ()

58 BDX 66/B Si [ ] Darlington ()

58 BDX 66/C Si @ Darlington ®

59 BDX 66/67 Si ® | ® | Darlington [

59 BDX 66/A-67/A Si ® | ® [ Darlington )

59 BDX 66/B-67/B Si ® | ® | Darlington ®

58 BDX 67 Si ® | Darlington ]

58 BDX 67/A Si ® | Darlington [ )

58 BDX 67/B Si @ | Darlington ®

58 BDX 67/C Si ® | Darlington o

56 BDX 77 Si ® | Usage général ®

56 BDX 78 Si [ J Usage général o

56 BDX 91 Si ® | Usage général [ J

56 BDX 92 Si ® Usage général [ J

56 BDX 93 Si ® | Usage général [ J

56 BDX 94 Si ® Usage général o

56 BDX 95 Si ® | Usage général o

56 BDX 96 Si [ J Usage général @

57 BDY 11 Si ®| AF. ® G X

57 BDY 20 Si o AF. ® X

57 BDY 38 Si ® | AF. ®

57 BDY 90 Si @® | Commutation industrielle [ ]

57 BDY 91 Si ® | Commutation industrielle ®

57 BDY 92 Si ® | Commutation industrielle ®

57 BDY 93 Si ® | Commutation industrielle [ J

57 BDY 94 Si ® | Commutation industrielle [

57 BDY 96 Si ® | Commutation industrielle )

57 BDY 97 Si ® | Commutation industrielle [ J

27 BF 115 Si ®| AM/FM o X

27 BF 167 Si ®| Fl [ ]

27 BF 173 Si ®| FlL [ J

27 BF 177 Si ® | Vidéofréquence ] X

27 BF 178 Si ® | Vidéofréquence ®

27 BF 179 Si ® | Vidéofréquence [

27 BF 180 Si ®| UH.F.V.H.F. @ X

27 BF 181 Si @®| U.H.F.V.H.F. &

27 BF 182 Si ®| U.H.F.V.H.F. E )

27 BF 183 Si ®| UH.F.V.H.F. ®

27 BF 184 Si ®| AM.FM. ®

27 BF 185 Si ®| AM.F.M. (]

27 BF 194 Si ®| AM.F.M. [ ]

27 BF 195 Si ®| AM.F.M. o

27 BF 196 Si ®| FlL o

27 BF 197 Si ®| Fl. ®

27 BF 198 Si ®| Fl ®

27 BF 199 Si ®| Fl (]

27 BF 200 Si ®| V.H.F. ®

30 BF 244/A Si ® | F.E.T.usage général ®

30 BF 244/B Si @ | F.E.T.usage général @

30 BF 244/C Si @® | F.E.T.usage général ®

30 BF 245/A Si ® | F.E.T.usage général ®

30 BF 245/B Si ® | F.E.T. usage général @®
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30 BF 245/C Si ® | F.E.T.usage général ®
30 BF 246/A Si ® | F.E.T.usage général ®
30 BF 246/B Si ® | F.E.T.usage général [
30 BF 246/C Si ® | F.E.T.usage général [
30 BF 256/A Si ® | F.E.T.usage général [
30 BF 256/B Si ® | F.E.T.usage général ®
30 BF 256/C Si ® | F.E.T.usage général ®
27 BF 324 Si [ ] Vidéofréquence NB et couleur o
27 BF 336 Si ® | Vidéofréquence NB et couleur [ ]
27 BF 337 Si ® | Vidéofréquence NB et couleur [ ]
27 BF 338 Si ® | Vidéofréquence NB et couleur (]
27 BF 364 Si ® | RFetFl, AM/F.M. )
27 BF 365 Si ® | RFetFl, AM./F.M )
27 BF 422 Si ® | RFetFl, AM./F.M ®
27 BF 423 Si ( RF et FI, A.M./F.M. ®
27 BF 450 Si [ J RF et FI, AM./F.M o
27 BF 451 Si ® RF et FI, AM./F.M ®
56 BF 457 Si ® | Usage général ®
56 BF 458 Si ® | Usage général o
56 BF 459 Si @® | Usage général o
56 BF 469 Si ® | Usage général ®
56 BF 470 Si o Usage général )
27 BF 480 Si ® | U.H.F. — Gain fixe [
27 BF 494 Si ® | RFetFl, AM/F.M. [ J
27 BF 495 Si ® | RFetFl, AM./F.M. @®
27 BF 939 Si o RF et FI, AAM./F.M. [}
27 BF 967 Si ® RF et FI, AM./F.M. ®
27 BF 969 Si [ J RF et FI, AM./F.M. @®
27 BF 979 Si [ J RF et FI, AAM./F.M. [}
30 BFQ 10 Si ® | Double F.E.T. ampli. diff. ®
30 BFQ 11 Si ® | Double F.E.T. ampli. diff. ®
30 BFQ 12 Si ® | Double F.E.T. ampli. diff. )
30 BFQ 13 Si ® | Double F.E.T. ampli. diff. )
30 BFQ 14 Si ® | Double F.E.T. ampli. diff. ®
30 BFQ 15 Si ® [ Double F.E.T. ampli. diff. ®
30 BFQ 16 Si ® | Double F.E.T. ampli. diff. )
31 BFR 29 Si ® | F.E.T. circuits hybrides [ J
33 BFR 30 Si ® | F.E.T. circuits hybrides o
33 BFR 31 Si @® | F.E.T. circuits hybrides ®
37 BFR 49 Si ® | Amplification RF, VHF, UHF ®
33 BFR 53 (R) Si ® | Circuits hybrides )
37 BFR 64 Si ® | V.H.F.UH.F. o
37 BFR 65 Si ® | V.HF. UH.F. )
31 BFR 84 Si ® | MOS-FET & portes isolées protégées ®
37 BFR 90 Si ® | UHF. °
37 BFR 91 Si ® | UHF °
33/34 BFR 92 (R) Si ® | Circuits hybrides ®
33/34 BFR 93 (R) Si ® | Circuits hybrides ®
37 BFR 94 Si ® | V.H.F-UH.F. )
37 BFR 96 Si ® | Ampli de télédistribution ®
33/34 BFS 17 (R) Si @® | Circuits hybrides ®
33/34 BFS 18 (R) Si ® | Circuits hybrides )
33/34 BFS 19 (R) Si ® | Circuits hybrides ®
33/34 BFS 20 (R) Si @ | Circuits hybrides ®
30 BFS 21 Si ® | Double F.E.T. ®
30 BFS21 A Si @® | Double F.E.T. ®
36 BFS22 A Si ® | Emission Ps
36 BFS23 A Si ® | Emission ®
31 BFS 28 Si ® | F.E.T.a2 portesisolées @
23 BFS 92 Si ® Usage général °
23 BFS 93 Si ® Usage général ®
23 BFS 94 Si o Usage général o
23 BFS 95 Si ® Usage général @
37 BFT 24 Si ®| V.H.F-U.H.F. )
33/34 BFT 25 Si ®| V.H.F.-UMH.F. ®
23 BFT 44 Si ® Commutation rapide a tension élevée ®
23 BFT 45 Si o Commutation rapide a tension élevée [ J
37 BFT 51 Si ®| V.H.F.-UH.F. [ ]
30 BFW 10 Si @®| FET. °
30 BFW 11 Si ®| FET. °
30 BFW 12 Si @®| F.ET. ®
30 BFW 13 Si @®| FET. ®
37 BFW 16 A Si ®| V.H.F-U.H.F. @
37 BFW 30 Si ®| UH.F. ®
28 BFX 34 Si ® | Commutation o
28 BFX 44 Si ®| V.H.F. ®
25 BFY 50 Si ®| RF ®
25 BFY 51 Si ®| RF °
25 BFY 52 Si ®| RF @*
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BFY 55 Si ® | RF ®
BFY 90 Si ® | UH.F. )
BG 1895/541 Si Redresseur Y
BG 1895/641 Si Redresseur ™Y
BGY 22 Si Module ampli large bande [ ]
BGY 23 Si Module ampli large bande [ J
BLW 60 Si @® | Emission [ J
BLW 64 Si ® | Emetteur réémetteur TV [ ]
BLW 75 Si ® | Emetteur réémetteur TV o
BLX 13 Si ® | V.H.F. ®
BLX 14 Si ® | VH.F. °
BLX 15 Si ® | V.H.F. [
BLX 37 Si ® | V.H.F-UH.F. ]
BLX 38 Si ® | V.H.F-U.H.F. @
BLX 65 Si ® | UH.F. o
BLX 66 Si ® | UH.F. ®
BLX 67 Si ® | UH.F. )
BLX 68 Si ® | UH.F. )
BLX 69 A Si ® | UH.F. ®
BLX 91 A Si @® | UH.F. o
BLX 92 A Si @® | UH.F. ™
BLX 93 A Si @® | UH.F. ®
BLX 94 Si ® | UH.F. ®
BLX 94 A Si ® | V.H.F-U.H.F. Y
BLX 95 Si ® | UH.F. ®
BLX 96 Si ® | Emetteurs réémetteurs TV o
BLX 97 Si ® | Emetteurs réémetteurs TV (]
BLX 98 Si ® | Emetteurs réémetteurs TV )
BLY 87 A Si ® | VH.F ®
BLY 88 A Si ® | VH.F ®
BLYS89 A Si ® | VH.F o
BLY 90 Si ® | VHF ®
BLY91 A Si ®| VHF °
BPW 22 Si ® | Phototransistor )
BPW 26 Si ® | Ensemble de 9 phototransistors [ J
BPW 27 Si ® | Ensemble de 12 phototransistors [ ]
BPW 71 Si @® | Phototransistor [
BPX 25 Si ® | Phototransistor [
BPX 29 Si ® | Phototransistor ®
BPX 40 Si Photodiode Y
BPX 41 Si Photodiode ®
BPX 42 Si Photodiode ([
BPX47 A Si Photodiode )
BPX 69 Si Duo-photodiode @®
BPX 70 Si ® | Phototransistor o
BPX 71 Si ® | Phototransistor )
BPX 72 Si ® | Phototransistor o
BPX 95 A Si ® | Phototransistor [
BPY 13 Si Photodiode ™Y
BPY 77 Si Photodiode )
BR 101 Si ® | ® | Commutation Y
BRY 39 Si ® | ® | Commutation Y
BRY 56 Si ® | ® | Commutation ®
BSS 27 Si ® | Commutation ®
BSS 28 Si ® | Commutation ®
BSS 29 Si ® [ Commutation ®
BSS 38 Si ® | Commutation Y
BSS 40 Si ® | Commutation (]
BSS 41 Si @® | Commutation )
BSS 50 Si ® | Commutation Darlington @
BSS 51 Si ® | Commutation Darlington )
BSS 52 Si ® | Commutation Darlington Y
BSS 60 Si [ ] Darlington )
BSS 61 Si o Darlington ®
BSS 62 Si [ J Darlington o
BSS 68 Si o Usage général miniature [
BSV 15 Si [ Usage général miniature Y
BSV 16 Si @ Usage général miniature o
BSV 17 Si [ J Usage général miniature (]
BSV 52 (R) Si ® | Circuits hybrides o
BSV 64 Si ® | Commutation ®
BSV 68 Si [ Commutation Y
BSV 78 Si F.ET. ™Y
BSV 79 Si F.E.T. ®
BSV 80 Si F.E.T. )
BSV 81 Si MOS @
BSW 66 Si ® | Commutation ®
BSW 67 Si ® | Commutation ®
BSW 68 Si ® | Commutation Y
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28 BSX 19 Si ® | Commutation Y
28 BSX 20 Si ® | Commutation Y
24 BSX 21 Si ® | Commutation ®
25 BSX 45 Si ® | Usage général miniature ]
25 BSX 46 Si @® | Usage général miniature ®
25 BSX 47 Si ® | Usage général miniature @®
28 BSX 59 Si ® | Commutation Y
28 BSX 60 Si ® | Commutation ®
28 BSX 61 Si ® | Commutation ™Y
24 BSY 38 Si ® | Commutation ®
24 BSY 39 Si ® | Commutation @
24 BSY 79 Si @® | Usage général ®
74 BT 126 Si Balayage de ligne (TV) ®
74 BT 128 Si Thyristor balayage TV [
74 BT 129 Si Thyristor balayage TV @
75 BT 138 Si Triac ®
715 BT 139 Si Triac )
73 BT 151 Si Thyristor ®
73 BTW 23 Si Thyristor avalanche @
73 BTW 24 Si Thyristor avalanche Y
74 BTW 30 Si Thyristor rapide )
74 BTW 31 Si Thyristor rapide ™Y
74 BTW 32 Si Thyristor rapide ®
74 BTW 33 Si Thyristor rapide ®
74 BTW 33/10 Si Thyristor rapide ®
75 BTW 34 Si Triac Y
75 BTW 37 Si Triac Y
73 BTW 38 Si Thyristor )
73 BTW 40 Si Thyristor @
75 BTW 41 Si Triac Y
73 BTW 42 Si Thyristor o
75 BTW 43 Si Triac e
73 BTW 45 Si Thyristor ™Y
73 BTW 47 Si Thyristor )
75 BTW 48 Si Triac ®
73 BTW 92 Si Thyristor avalanche o
75 BTX 94 Si Triac ® G
74 BTX 95 Si Thyristor modulation d'impulsions ®
76 BTY 79 Si Thyristor Y
76 BTY 87 Si Thyristor P
76 BTY 91 Si Thyristor °
57 BU 105 Si ® | Déviation ®
57 BU 108 Si ® | Déviation P
57 BU 126 Si @ | Déviation P'Y
57 BU 132 Si @ | Télévision PY
57 BU 133 Si @ | Télévision ®
57 BU 204 Si ® | Télévision ®
57 BU 205 Si @ | Télévision ®
57 BU 207 Si @ | Télévision ®
57 | BU208 Si ® | Télévision <
57 BU 326 Si ® | Commutation °
57 BUX 80 Si ® | Commutation P'Y
57 BUX 82 Si ® | Commutation ®
57 BUX 84 Si ® | Commutation @
57 BUX 86 Si ® | Commutation ®
47 BXY 27 Si Varactor ®
47 BXY 28 Si Varactor °
47 BXY 29 Si Varactor ®
47 BXY 32 Si « Step Recovery » Y
47 BXY 35 Si Varactor ®
47 BXY 36 Si Varactor P
47 BXY 37 Si Varactor ®
47 BXY 38 Si Varactor P
47 BXY 39 Si Varactor ®
47 BXY 40 Si Varactor ®
47 BXY 41 Si Varactor ®
47 BXY 56 Si Varactor ®
47 BXY 57 Si Varactor P
64 BY 164 Si Pont redresseur monophasé ®
65 BY 176 Si Redresseur H.T. PY
64 BY 179 Si Pont redresseur monophasé [
65 BY 184 Si Redresseur H.T. Py
64 BY 188 Si Redresseur ®
64/78 BY 206 Si Redresseur rapide ®
64/78 BY 207 Si Redresseur rapide ®
64/78 BY 208 Si Redresseur rapide ®
65 BY 209 Si Redresseur rapide ®
64 BY 223 Si Diode de récupération ®
64 BY 224 Si Pont moulé ®
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63 BY 226 Si Usage général ®
63 BY 227 Si Usage général o
64 BY 277 Si Diode de récupération ®
65 BY 409 Si Haute tension [ J
65 BY 476 Si Haute tension (]
64 BYW 13 Si Redresseur rapide [ ]
64 BYW 19 Si Redresseur rapide [ J
63 BYX 10 Si Redresseur o
63 BYX 22 Si Redresseur [}
65 BYX 25 Si Redresseur avalanche [ ]
64 BYX 30 Si Redresseur rapide o G
63 BYX 32 Si Redresseur ®
63 BYX 36 Si Redresseur o
63 BYX 38 Si Redresseur o
65 BYX 39 Si Redresseur o
63 BYX 42 Si Redresseur [
65 BYX 45 Si Redresseur avalanche ®
64 BYX 46 Si Redresseur rapide o
63 BYX 48 Si Redresseur ®
63 BYX 49 Si Redresseur o
64 BYX 50 Si Redresseur rapide o
64/78 BYX 55 Si Redresseur rapide o
65 BYX 56 Si Redresseur avalanche [ J
64 BYX 71 Si Redresseur rapide o
63 BYX 72 Si Redresseur (]
65 BYX 90 Si Redresseur H.T. [ ]
65 BYX 91 Si Redresseur T.H.T. ®
63 BYX 96 Si Redresseur o
63 BYX 97 Si Redresseur @
63 BYX 98 Si Redresseur [ J
63 BYX 99 Si Redresseur [
81 BzZV 10 Si Diode de référence ®
81 BZV 11 Si Diode de référence o
81 BZV 12 Si Diode de référence ®
81 BZV 13 Si Diode de référence ®
82 BzZvV 37 Si Protection en téléphonie e
88 BZW 70 Si Diode écréteuse [}
90 BZW 91 Si Diode écréteuse o
89 BZW 93 Si Diode écréteuse o
89 BZW 95 Si Diode écréteuse [}
88 BZW 96 Si Diode écréteuse [}
83 BZX 46 Si Diode de régulation [ ] H
84 BZX 55 Si Diode de régulation [ ]
85 BZX 61 Si Stabilisateur tension o
86 BZX 70 Si Régulation ®
81 BZX 75 Si Stabistor [ J
84 BZX 79 Si Stabilisateur tension o
32/82 BZX 84 Si Diode de régulation ®
85 BZX 87 Si Diode de régulation [
81 BZX 90 Si Diode de référence [ ]
81 BZX 91 Si Diode de référence [}
81 BZX 92 Si Diode de référence [
81 BZX 93 Si Diode de référence ®
82 BZY 88 Si Stabilisateur tension o
87 BZY 91 Si Stabilisateur tension )
87 BZY 93 Si Stabilisateur tension @
86 BZY 95 Si Stabilisateur tension Y
86 BZY 96 Si Diode de régulation )
100 CNY 22 Si Photocoupleur [ ]
100 CNY 23 Si Photocoupleur [ ]
103 CNY 26 Association de BPW 26 et CQY 63 [ ]
103 CNY 27 Association de BPW 27 et CQY 64 [ J
100 CNY 42 Si Photocoupleur ®
100 CNY 43 Si Photocoupleur ®
100 CNY 44 Si Photocoupleur &
100 CNY 46 Si Photocoupleur [ )
100 CNY 47 Si Photocoupleur [ ]
100 CNY 47 A Si Photocoupleur )
100 CNY 48 Si Photocoupleur [
96 Ccay11B AsGa Diode électroluminescente [}
96 carv11cC AsGa Diode électroluminescente o
94 CQY 24 A AsGaP Voyant rouge @
94 cQy 25 GaAsP Afficheur numérique solide ®
94 CQY25 A GaAsP Afficheur numérique solide [ ]
96 cQy49B AsGa Diode électroluminescente ®
96 cayasc AsGa Diode électroluminescente [ ]
96 cQy 50 AsGa Diode électroluminescente o
96 caQy 52 AsGa Diode électroluminescente ®
94 cQys3 AsGaP Voyant rouge [ )
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94 cQy 54 AsGaP Voyant rouge ®
96 caQy 58 AsGa Diode électroluminescente o
94 caye61 B AsGaP Voyant rouge [ ]
103 cQy 63 AsGa Ensemble de 9 diodes électrolum ®
103 cQy 64 AsGa Ensemble de 12 diodes électrolum ®
94 cQay 79 AsGa Voyant rouge ®
94 cay 81 AsGa Afficheur numérique solide o
94 cay 81 A GaAsP Afficheur numérique solide (]
94 cQays1B GaAsP Afficheur numérique solide o
94 caysicC GaAsP Afficheur numérique solide o
94 caysacC GaAsP Afficheur numérique solide e
94 cays2bD GaAsP Afficheur numérique solide o
94 CQYS82E GaAsP Afficheur numérique solide [ ]
94 caQy 84 GaAsP Afficheur numérique solide @®
94 cQy 88 GaAsP Voyant rouge [
96 cQy 89 AsGa Diode électroluminescente o
94 cay 94 GaP Voyant vert @
94 cQy 95 GaP Voyant vert [ ]
94 cQy 96 GaAsP Voyant jaune [ )
94 cQy 97 GaAsP Voyant jaune ®
44 CXY11A AsGa Diode a effet GUNN [ ]
44 CXY11B AsGa Diode a effet GUNN o
44 CXY11C AsGa Diode a effet GUNN [ ]
44 CXY 13D AsGa Diode a effet GUNN [ ]
44 CXY13E AsGa Diode & effet GUNN o
44 CXY 13 F AsGa Diode a effet GUNN o
44 CXY 15B AsGa Diode a effet GUNN (]
44 CXY15C AsGa Diode a effet GUNN ]
44 CXY 15D AsGa Diode a effet GUNN @®
44 CXY15E AsGa Diode a effet GUNN o
44 CXY15F AsGa Diode a effet GUNN (]
44 CXY 16 A AsGa Diode a effet GUNN )
44 CXY 16 B AsGa Diode a effet GUNN [
44 CXY16C AsGa Diode a effet GUNN @
44 CXY 16 D AsGa Diode a effet GUNN (]
44 CXY 16 E AsGa Diode a effet GUNN e
45 CXY17 A AsGa Diode a effet GUNN ®
45 CXY17B AsGa Diode a effet GUNN ®
45 CXY17C AsGa Diode a effet GUNN ®
45 CXY 17D AsGa Diode a effet GUNN @
45 CXY17E AsGa Diode a effet GUNN ®
45 CXY 18 A AsGa Diode a effet GUNN [}
45 CXY 18 B AsGa Diode a effet GUNN ®
45 CXy18cC AsGa Diode a effet GUNN ®
45 CXY 18D AsGa Diode a effet GUNN o
45 CXY 18 E AsGa Diode a effet GUNN ]
106 F 467 CdHgTe Détecteur Photoconducteui ®
106 F 471 CdHgTe Détecteur Photoconducteur [}
105 F 523 Sulf de triglyc Détecteur bolométre @
106 F 584 CdHgTe Détecteur Photoconducteur [ ]
106 F 608 CdHgTe Détecteur Photoconducteur [
106 F 785 CdHgTe Détecteur Photoconducteur @
106 F 787 CdHgTe Détecteur Photoconducteur o
106 F 788 CdHgTe Détecteur Photoconducteur [ ]
106 F 789 CdHgTe Détecteur Photoconducteur [ ]
51 KLX 01 AsGa Oscillateur Gunn a accord électrique L ]
51 KLX 02 AsGa Oscillateur Gunn a accord électrique [
53 MDH 38 AsGa Oscillateur Gunn ®
79 0A47 Ge Commutation ® P H
79 OA 90 Ge Détection [ P
79 OA 95 Ge Usage général [} M H
96 OAP 12 Ge Photodiode ® X
79 OF 305 Ge Détection ®
107 ORP 10 Sbin Détecteur Photoconducteur ®
107 ORP 13 Sbin Détecteur Photoconducteur [ )
102 ORP 60 CdS Cellule photoconductrice o
102 ORP 61 Cds Cellule photoconductrice ]
102 ORP 69 CdS Cellule photoconductrice ®
102 ORP 90 CdSs Cellule photoconductrice o
68 0SB 9110 Redresseur (]
68 0SB 9210 Redresseur ®
68 0SB 9310 Redresseur ®
68 0SB 9410 Redresseur ®
68 osmM 9110 Redresseur o
68 OSM 9210 Redresseur @
68 OSM 9310 Redresseur ®
68 0SS 9110 Redresseur ®
68 0SS 9210 Redresseur ®
68 0SS 9310 Redresseur ®
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68 0SS 9410 Redresseur [

53 RC 11 AsGa Oscillateur Gunn [ J

53 RC 12 AsGa Oscillateur Gunn [}

51 RK 11 AsGa Klystron solide bande X ]

51 RK 14 AsGa Klystron solide bande Ku ]
102 RPY 18 Cds Cellule photoconductrice [ ]
102 RPY 19 CdS Cellule photoconductrice ®
102 RPY 20 Cds Cellule photoconductrice e
107 RPY 31 Sbin Détecteur Photoconducteur o
107 RPY 52 Sbin Détecteur Photoconducteur [
102 RPY 58 CdS Cellule photoconductrice ®
102 RPY 71 CdS Cellule photoconductrice @
104 RPY 75 PbS Détecteur Photoconducteur infrarouge ®
104 RPY 75 A PbS Détecteur Photoconducteur infrarouge ®
104 RPY 76 PbS Détecteur Photoconducteur infrarouge [ ]
104 RPY 76 A PbS Détecteur Photoconducteur infrarouge [ J
107 RPY 77 Sbin Détecteur Photoconducteur [ J
107 RPY 78 Sbin Détecteur Photoconducteur ®
102 RPY 85 Cds Cellule photoconductrice ®

36 RT 6105 Si ® | VHF-UHF [ J

36 RT 6439 Si ® | VHF-UHF [

45 RT 7055 AsGa Diode a effet GUNN [}

45 RT 7072 AsGa Diode a effet GUNN [

45 RT 7093 AsGa Diode a effet GUNN [

45 RT 7162 AsGa Diode a effet GUNN L

40 RTC101L Si @ | Transistor hyperfréquence [

40 RTC 102 L Si @ | Transistor hyperfréquence [}

40 RTC 103 L Si ® | Transistor haperfréquence o

40 RTC 104 L Si ® | Transistor hyperfréquence (]

40 RTC 105 L Si @ | Transistor hyperfréquence [

40 RTC 106 L Si ® | Transistor hyperfréquence [

40 RTC 107 L Si ® | Transistor hyperfréquence ®

40 RTC 108 L Si @® | Transistor hyperfréquence [ J

40 RTC109L Si ® | Transistor hyperfréquence [

40 RTC110L Si ® | Transistor hyperfréquence [ J

40 RTC111L Si @® | Transistor hyperfréquence [ J

40 RTC 112 L Si @® | Transistor hyperfréquence [ ]

40 RTC 113 L Si @ | Transistor hyperfréquence [ ]

40 RTC 114 L Si ® | Transistor hyperfréquence ®

40 RTC115L Si @® | Transistor hyperfréquence [ ]

40 RTC 116 L Si @ | Transistor hyperfréquence [ J

40 RTC117L Si ® | Transistor hyperfréquence [

40 RTC 118 L Si ® | Transistor hyperfréquence ®

40 RTC119L Si @ | Transistor hyperfréquence ®
108 RTC 896 Thermopile ()

40 RTC 1001 Si @ | Transistor hyperfréquence [ ]

40 RTC 1003 Si ® | Transistor hyperfréquence [ J

40 RTC 1005 Si @ | Transistor hyperfréquence ®

40 RTC 1010 Si @ | Transistor hyperfréquence [ ]

40 RTC 1020 Si ® | Transistor hyperfréquence [}

40 RTC 1040 Si ® | Transistor hyperfréquence ]

40 RTC 1100 Si @ | Transistor hyperfréquence [

40 RTC 2001 Si @ | Transistor hyperfréquence [ ]

40 RTC 2003 Si @® | Transistor hyperfréquence [ J

40 RTC 2005 Si ® | Transistor hyperfréquence [ J
-40 RTC 2010 Si @ | Transistor hyperfréquence ([ J

40 RTC 2020 Si ® | Transistor hyperfréquence [

40 RTC 3000 Si @ | Transistor hyperfréquence ®

40 RTC 3001 Si ® | Transistor hyperfréquence [}

40 RTC 3003 Si ® | Transistor hyperfréquence (

40 RTC 3005 Si @ | Transistor hyperfréquence [ J

40 RTC 4000 Si ® | Transistor hyperfréquence o

40 RTC 4001 Si @ | Transistor hyperfréquence ®

40 RTC 4003 Si @® | Transistor hyperfréquence o

52 SGX 07 AsGa Oscillateur Gunn en cavité guide [ ]

52 SGX 09 AsGa Oscillateur Gunn ®

50 YG11 AsGa Osc. Gunn bande X accordé par YIG [

50 YG12 AsGa Oscillateur Gunn bande X [ J

50 YG 21 AsGa Oscillateur Gunn bande C [ J

50 YG 22 AsGa Oscillateur Gunn bande C o

50 YG 31 AsGa Oscillateur Gunn bande KU ®

50 YG 32 AsGa Oscillateur Gunn bande KU o

50 YG110 AsGa Oscillateur Gunn bande X [ ]

50 YG 120 AsGa Oscillateur Gunn bande X o

50 YG 210 AsGa Oscillateur Gunn bande C [ ]

50 YG 220 AsGa Oscillateur Gunn bande C [}

50 YG 310 AsGa Oscillateur Gunn bande KU [ ]

50 YG 320 AsGa Oscillateur Gunn bande KU [ J
104 61 SV PbS Détecteur Photoconducteur [ ]
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104 62 SV PbS Détecteur Photoconducteur [ )
94 298 CQy GaAsP Afficheur numérique [ ]
38 437 BGY Si ® | Module amplification large bande ®
38 438 BGY Si ® | Module amplification large bande ®
37 449 BFY A Si @ VHF-UHF o
37 449 BFY B Si (] VHF-UHF o
38 450 BGY Si ® | Amplificateur en module o
36 454 BLY Si ® | VHF-UHF ®
33 555 BRY Si ® | ® | Commutation o
36 569 BLY Si ® | VHF-UHF )
36 585 BLY Si ® | VHF-UHF ®
105 802 CPY Si Détecteur [
105 825 CPY Si Détecteur [
27 40 820 Si Sélection 3 transistors pour étages RF de
récepteurs )
27 40 835 Si ® | Sélection 3 transistors pour étages RF de
récepteurs ®
46 1N23D Si Diode mélangeuse ®
46 1N23E Si Diode mélangeuse o
46 1N23F Si Diode mélangeuse ®
46 1N415D Si Diode mélangeuse ®
46 1N415E Si Diode mélangeuse (]
46 1N415F Si Diode mélangeuse ®
83 1N750A Si Stabilisateur de tension ®
83 1N751A Si Stabilisateur de tension )
83 1N752A Si Stabilisateur de tension ®
83 1N753A Si Stabilisateur de tension ®
83 1N754 A Si Stabilisateur de tension o
83 1N755A Si Stabilisateur de tension ®
83 1N 756 A Si Stabilisateur de tension @
83 1N757A Si Stabilisateur de tension o
83 1N758 A Si Stabilisateur de tension ®
83 TN759A Si Stabilisateur de tension ™
81 1N 821 Si Diode de référence ®
81 1N821A Si Diode de référence ®
81 1N 823 Si Diode de référence [
81 1N823 A Si Diode de référence ®
81 1N 825 Si Diode de référence Y
81 1N825A Si Diode de référence ®
81 1N 827 Si Diode de référence ®
81 1N827 A Si Diode de référence )
81 1N 829 Si Diode de référence ®
81 1N829 A Si Diode de référence ®
64 1 N 3880 Si Redresseur rapide Y
64 1 N 3881 Si Redresseur rapide ®
64 1N 3882 Si Redresseur rapide o
64 1 N 3890 Si Redresseur rapide ®
64 1 N 3891 Si Redresseur rapide ()
64 1 N 3892 Si Redresseur rapide o
78 1N4148 Si Commutation Y P H
78 1N 4149 Si Commutation ) H
78 1N 4150 Si Commutation [
78 1N 4151 Si Commutation ) H
78 1 N 4446 Si Commutation ® H
78 1N 4447 Si Commutation ® H
78 1 N 4448 Si Commutation ® H
78 1 N 4449 Si Commutation @ H
47 1N 5152 Si Varactor ®
47 1N 5153 Si Varactor ®
47 1 N5155 Si Varactor o
47 1N 5157 Si Varactor ®
28 2 N 706 Si ® | Commutation Y
28 2N 706 A Si ® | Commutation ® P H
28 2N 708 Si ® | Commutation ] P H X
28 2N 743 Si ® | Commutation ® M H
28 2N 744 Si ® | Commutation ® P H
28 2N914 Si ® | Commutation ® P H X
22 2 N 1302 Ge ® | Commutation ) H
22 2N 1303 Ge o Commutation ) H
22, 2 N 1304 Ge ® | Commutation Y M H
22 2 N 1305 Ge [ Commutation | M H
22 2 N 1306 Ge ® | Commutation e| P H X
22 2 N 1307 Ge ® Commutation [ ] P H X
22 2 N 1308 Ge ® | Commutation @ M H X
22 2N 1309 Ge ® Commutation el ™M H X
25 2N 1613 Si @ | Industriel ® P X
25 2N1711 Si @ | Industriel ® P X
25 2N 2218 Si ® | Industriel [
25 2N2218A Si ® | Industriel ™

18




Exploitation 5 95’
3 BN ioat 8= ;cam— 5=
& TYPES Matériaux | N | P Applications z<| g0l 2
© = o O [
o PN -0 = = O
D*ID|C|M o <]
T z
25 2N 2219 Si ® | Industriel o
25 2N2219A Si ® | Industriel ®
24 2 N 2221 Si ® | Usage général miniature [ ]
24 2 N2221 A Si ® | Usage général miniature [ J
24 2 N 2222 Si ® | Usage général miniature [ J
24 2 N2222 A Si @® | Usage général miniature [ J
25 2 N 2297 Si ® | Commutation [ J G X
28 2 N 2368 Si @® | Commutation ® M H X
28 2 N 2369 Si @® | Commutation @® P H X
28 2N 2410 Si ® | Commutation o G X
28 2 N 2475 Si @® | Commutation [
24 2 N 2483 Si ® | Ampli ®
24 2 N 2484 Si ® | Ampli (] G X
28 2 N 2894 Si [} Commutation ®
28 2 N 2894 A Si ® Commutation ®
23 2 N 2904 Si [ J Usage général miniature ®
23 2 N 2904 A Si ® Usage général miniature ®
23 2 N 2905 Si ® Usage général miniature Y
23 2 N 2905 A Si [ J Usage général miniature ®
23 2 N 2906 Si [} Usage général miniature ®
23 2 N 2906 A Si [} Usage général miniature ®
23 2 N 2907 Si o Usage général miniature o
23 2 N 2907 A Si o Usage général miniature ®
25 2 N 3019 Si ® | Usage général miniature ()
25 2 N 3020 Si ® | Usage général miniature )
57 2 N 3055 Si ® | Puissance ° X
57 2 N3055S Si ® | Puissance @
28 2 N 3252 Si ® | Commutation ) G
57 2 N 3442 Si ® | AF. Y
57 2N3771 Si ® | AF. ®
57 2 N 3772 Si ® | AF. o
30 2 N 3819 Si ® | F.E.T. usage général ®
30 2 N 3823 Si ® | F.ET. Y
31 2 N 3966 Si ® | Commutation ® H
23 2 N 4031 Si ® Usage général miniature @
23 2 N 4032 Si [ ] Usage général miniature [ )
23 2 N 4033 Si [ J Usage général miniature Y
23 2 N 4036 Si [ Usage général )
31 2 N 4091 Si ® | FET. )
31 2 N 4092 Si ® | FET. &
31 2 N 4093 Si ® | FET. ™Y
57 2 N 4347 Si ® | AF. ®
31 2 N 4391 Si ® | FET. ®
31 2 N 4392 Si ® | FET. Y
31 2 N 4393 Si ® | FET. ®
31 2 N 4856 Si ®| FET. ®
31 2 N 4857 Si ® | FET. ®
31 2 N 4858 Si ® | FET. o
31 2 N 4859 Si ® | FET. ®
31 2 N 4860 Si @ | FET. )
31 2 N 4861 Si ® | FET. ®
56 2 N 4905 Si ® Usage général ®
56 2 N 4906 Si ® Usage général Y
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transistors germanium allies

usages generaux et amplification petite puissance

< Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
Types E:E h21ga VCE satd fr Boitiers
S | Ve |Vce| Ves | lem  |Protl1) Ilc | Vce Ic IB
] M| W V) | (mA) | (mW) (mA) (V) (V) (mA) | (mA) (MHz)
2N 1303 M 30 | 25 25 300 150 | > 10 200 | 0,35 <0,2 10 0,5 2 TO-5
ASY 26 M 30 15 20 300 150 | > 15 200 | 1 <0,2 10 033| > 4 TO-5
2N 1305 M 30 | 20 25 300 150 | > 15 200 | 0,35 <0,2 10 025 > 5 TO-5
ASY 27 M 25 15 20 300 150 | > 20 200 | 1 <0,2 10 020 > 6 TO-5
2 N 1307 M| 30 | 15| 25 300 150 | > 20 2001 0,35 | <0,2 10| 0,17 | >10 TO-5
2 N 1309 M 30 15 25 300) 150 | > 20 200 | 0,35 <0,15 10 0,13 | > 15 TO-5
ASY 76 M 40 | 32 10 | 1000 500 | > 45 10| 6 0,3 300 12 > 05 TO-5
ASY 77 M 60 | 60 10 | 1 000 500 | > 45 10| 6 0,3 300 12 > 05 TO-5
ASY 80 M 40 | 40 20 | 1 000 500 | > 50 300 — 0,4 300 12 > 0,7 TO-5
AC 125 c|32]12] 10 200| 500 | > 50 2|5 — — = > 1.3 TO-1
AC 126 C 32 12 10 200 500 | > 65 2158 — — — = A7 TO-1
AC 132 (2) C 32 12 10 200 500 135 20 — — — — 2 TO-1
AC 188 (2) C 25 15 10 12000 |1 QOO > 100 300 | 1 — - — 1.6 . TO-1
AC 128 (2) cC| 32| 16| 10 |1000|1000 90 300 - — - — 1386 TO-1
ASY 73 M| 30| 15 | 30 400| 140 | > 20 200 — <0,25 50 | 2,5 > 4 TO-5
ASY 74 M 30 15 30 400 140 | > 35 200 — <03 200 | 5,7 > 8§ TO-5
ASY 75 M 30 15 30 400 140 | > 50 200 — <0,3 200 | 4 > 10 TO-5
2N 1302 M 25 | 25 25 300 150 | > 10 200 } 0,35 <0,2 10 | 0,5 > 3 TO-5
ASY 28 M 30 | 25 20 300 150 | > 15 200 | 1 <0,2 10 | 0,33 > 4 TO-5
2N 1304 M 25 20 25 300 150 | > 15 200 | 0,35 <0,2 10 | 0,25 > 5 TO-5
ASY 29 M | 25| 15 | 20 300| 150 | > 20 200 } 1 <0,2 101 020 | > 6 TO-5
2 N 1306 M 25 15 25 300 150 | > 20 200 | 0,35 <0,2 10 | 0,17 >10 TO-5
2N 1308 M 25 15 25 300 150 | > 20 200] 035 | <02 10 | 0,13 >15 TO-5
AC 127 (2) C 32 12 10 500 340 100 20 — - — — 2,5 TO-1
AC 187 (2) C 25 15 10 |2 000 |1 000 | > 100 300 | 1 — —_ — 1.5 TO-1
(1) 8 Tamp = 25 °C.
(2) En deux versions, TO-1 normal et boitier parallélépipédique TO-1/01.
\
i
-, \
\
\ / \
l\ !
1
}
SOT 25 SOT 42 TO1 TO-1/01 TO-5 TO-18 TO-92 TO-106
(SOT-1) (SOT-1/2) (SOT-5/12) (SOT-18) (variante)
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transistors silicium planar
usages generaux et amplification petite puissance

5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
Types g h21 g VCE sat @ fr Boitiers
2 |Vee | Ve |VeB| Iem [Prot (1) Ic 1 VcE Ic I 4)
S| v | w W] ma | (mw) wa | | v | ma) | (ma) B
BC 200 & 20| 20 | 5 50 50 50-400(6) 0,2] 05 - — — 90 | SOT-42
BSV 68 C |[110]|100 | 6 100 | 250 > 30 10 5 < 0,256 25 25| > 50|TO-18
BC 417 G 50| 45 5 200 | 2&0 75-260(5) 2 5 0,250 100 5 150 | TO-106 (d)
BC 418 & 30| 25 5 200 | 250 75-500(5) 2 5 0,250 100 b 150 | TO-106 (d)
BC 419 C 25 20 5 200 | 250 |125-500(5) 2 B 0,250 100 5 150 | TO-106 (d)
BC 157 M 50| 45 5 200| 250 75-260(5) 2 b 0,075 10 05 150 | SOT-25 (d)
BC 158 M 30| 25 5 200| 250 75-500(5) 2 5 0,075 10 0,5 150 | SOT-25 (d)
BC 159 M 30| 20| 5 200 | 250 |125-500(5) 2 5 0,075 10 0,5 150 | SOT-25 (d)
BSS 68 D |110|100 | 6 100| 300 > 30 10 5 0,025 25 2.5 95 | TO-92 (d)
A|BC177 C 50| 45 5 200 | 300 75-260(5) 2 5 0,075 10 0,5 150 | TO-18
A|BC178 c 30| 25 5 200 | 300 75-500(5) 2 5 0,075 10 05 150 | TO-18
BC 179 C 25) 20| 5 200 | 300 |125-500(5) 3 5 0,075 10 0,5 150 | TO-18
BCY 72 C 251 25 5 200 350 > 50 10 1 0,5 50 5 > 200 | TO-18
BCY 71 C 45 | 45 5 200| 350 > 100 10 1 0,5 50 5 > 200 | TO-18
BCY 70 G 50| 40| 5 200| 350 > 50 10 1 0,5 50 5 > 250 | TO-18
2 N 2906 c 60| 40| 5 600| 400 > 20 500 10 <04 150 | 15 > 200 | TO-18
2N2906A | C 60| 60| 5 600| 400 > 40 500 10 <04 150 | 15 >200 | TO-18
2 N 2907 c 60| 40| 5 600| 400 > 30 500 10 <04 150 15 > 200 | TO-18
2N2907A | C 60| 60| 5 600| 400 > 50 500 10 <04 150 15 > 200 | TO-18
[ BC 327 C 50| 45| 5 1A| 500 |1 00/6(_)0(7) 100 1 <0,7 500 | 50 100 | TO-92 (d)
A | BC328 G 30| 25 5 1A| 500 |100/600(7)|] 100 1 <0,7 500 | 50 100 | TO-92 (d)
BC 556 (6 80| 65| 5 200| 500 75-260(5) 2 5 0,075 10 0,5 150 | TO-92 (d)
BC 557 C 50| 45| 5 200} 500 75-260(5) 2 ] 0,075 10 0,5 150 | TO-92 (d)
BC 558 c 30| 25| 5 200| 500 75-500(5) 2 5 0,075 10 0,5 150 | TO-92 (d)
BC 559 C 25| 20| 5 200} 500 |125-500(5) 2 5 0,075 10 0,5 150 | TO-92 (d)
2 N 2904 [ 60| 40| 5 600| 600 > 20 500 10 <04 150 15 > 200 | TO-39
2N2904A | C 60| 60| 5 600| 600 > 40 500 10 <0,4 150| 15 > 200 | TO-39
2 N 2905 C 60| 40| 5 600| 600 > 30 500 10 <0,4 150 | 15 > 200 | TO-39
2N2905A | C 60| 60| 5 600| 600 > 50 500 10 <04 1501 15 > 200 | TO-39
BC 636 D*| 45| 45 5 1,5A | 800 40-250 150 2 <0,5 500 | 50 50 | TO-92 (f)
BC 638 D* 60| 60| 5 1,5A | 800 40-160 150 2 <05 500 | 50 50 | TO-92 (f)
BC 640 D*|100)] 80| 5 1,5A | 800 40-160 150 2 <05 500 | 50 50 | TO-92 (f)
BC 369 D*| — 25 5 |2000] 800 85-375 500 1 <0,5 1000|100 65 | TO-92 (f)
2 N 4031 D* 80| 80| 5 |1000| 800 40-120 100 5 <0,5 500 | 50 150 | TO-39
2 N 4032 D* 60| 60| 5 |1000| 800 100-300 100 S <0,25 15601 15 150 | TO-39
2 N 4033 D* 80| 80 5 |1000| 800 40-120 100 5 <0,15 1501 15 150 | TO-39
BSV 15 D 40| 40 5 1 000| 5W(3)| 40-250(8)| 100 1 0,25-1 500 | 25 > 50| TO-39
BSV 16 D 60| 60| 5 1 000 | 5W(3)| 40-250(8)] 100 1 0,25-1 500| 25 > 50| TO-39
BSV 17 D 80| 80| 5 |1000|5WI(3)| 40-250(8)] 100 1 0,25-1 500 | 25 > 50| TO-39
2 N 4036 C 90| 65| 7 1A | 5BW(3) > 20 500 10 <0,65 150 | 15 > 60| TO-39
BFS 92 C |100| 60| 6 1A | 5WI(3) > 30 150 10 <1 500 | 50 70 | TO-39
BFS 93 C [100]| 60| 6 1A | BW(3) > 70 150 10 <1 500 | 50 70 | TO-39
BFS 94 C 80| 40| 6 1A | 5BW(3) > 40 150 10 <0,7 500 | 50 70 | TO-39
BFS 95 C 40| 35 6 1A | 5W(3) > 70 150 10 <0,7 500 | 50 70 | TO-39
BFT 44 D* | 300 |300 | 5 500 | 5BW(2) > 50 10 10 <5 500 | 100 60 | TO-39
BFT 45 D* |250 |[250 | 5 500 | 5W(2) > 50 10 10 <3 500 |100 60 | TO-39
(1) aTymp=25°C;  (2) Tc=25°C; (3) Tg=50°C.

(4) Le chiffre ou la lettre entre parentheses indique le brochage comme spécifié au chapitre « Boitiers ».
(6) gainhp1eaf=1kHz—classe A:125-260 ; —classe B : 240-500 ; — classe C : 450-900.

(6) de 50 a 105 marquage point rouge, de 85 a 200 marquage point jaune, de 165 a 400 marquage point vert.

(7) BC327-16 et 328-16 : 100 4 250 ; BC 327-25 et 328-25 : 160 a 400.
(8) 403 100 en classe 6 ; 60 a 130 en classe 10 ; 100 a 250 en classe 16.
A Existe en boitier SOT 23 pour circuits hybrides (voir page 33).
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transistors silicium planar

usages generaux et amplification petite puissance

.5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C lfT
Types % ho1Ega VCE sat @ Boitiers
5 | Ves | Vee | Ves| lem [Prorh) Ic |Vce Ic B8 | (MH2) @)
wilv) | (M | (V)] (mA) ]| (mW) (mA) | (v) (V) (mA) | (mA)
BC146(R) | C | 20 | 20 4 50/50(3) 80-200 02| 05 = = = 150 SOT-42
BC 146 (J) cC| 20| 20 4 50(50(3) | 140-350 02| 05 = = — 150 SOT-42
BC 146 (V) c| 20| 20 4 50(50(3) | 280-550 02| 05 = — - 150 SOT-42
BC 147 C| 50 | 45 6 200| 250 180 2 5 |<0,25 10 0,5 300 SOT-25 (d)
BC 148 c| 30| 20 5 200| 250 290 2 5 |<o0,25 10 0,5 300 SOT-25 (d)
BC 149 c| 301 20 5 200| 250 520 2 5 |<0,25 10 0,5 300 SOT-25 (d)
BC 407 C| 50| 45 6 200| 250 > 125 2 5 0,200 | 100 5 300 TO-106 (d)
BC 408 c| 301 20 5 200| 250 > 125 2 5 0,200 | 100 5 300 TO-106 (d)
BC 409 c| 30| 20 5 200| 250 |240-900(5) 2 5 0,200 | 100 5 300 TO-106 (d)
BSY 79 Cc |120 |120 5 — | 300 > 30 1et15 1 <0,5 5] 0,2 60 TO-18
BSX 21 c|120 | 80 5 250| 300 > 20 4 1 <0,7 4 04| > 60 TO-18
BSS 38 D|120 | 80 5 250| 300 > 20 4 1 <3 50| 15 > 60 TO-92 (d)
BCY 56 C| 45 | 45 5 100| 300 > 100 2 5 0,08 10 1 85 TO-18
BCY 57 c| 25| 20 5 100| 300 > 200 2 5 0,08 10 1 100 TO-18
A BC 107 c| 50| 45 6 200| 300 |125-500(5) 2 5 |<0,25 10 0,5 300 TO-18
A BC 108 c| 30| 20 5 200| 300 |125-900(5) 2 5 |<0,25 10 0,5 300 TO-18
BC 109 c| 30| 20 5 200| 300 |240-900(5) 2 5 |<o0.25 10 0,5 300 TO-18
BSY 38 C| 20| 15 5 200 | 300 > 45 100 1 <0,6 100 | 10 350 TO-18
BSY 39 C| 20| 15 5 200 300 > 70 100 1 <0,6 100| 10 350 TO-18
2 N 2483 c| 60 | 60 6 50 | 360 > 100 05| 5 | <035 1 01| > 60 TO-18
2 N 2484 c| 60| 60 6 50 | 360 > 200 05| 5 | <035 1 01| > 60 TO-18
2N 2221 c| 60| 30 5 800 | 500 > 20 500 [10 | <04 150 | 15 > 250 TO-18
2N2221A | C| 75| 40 6 800 | 500 > 25 500 |10 | <03 150 | 15 > 250 TO-18
2N 2222 c| 60 ] 30 5 800 | 500 > 30 500 [10 | <04 150 | 15 > 250 TO-18
2N2222A |C| 75| 40 | 6 800 | 500 > 40 500 |10 [ <03 150| 15 > 300 TO-18
BC 546 D| 80| 65 6 200 | 500 |125-500(5) 2 5 | <06 100 5 300 T0-92 (d)
BC 547 D| 50| 45 6 200 | 500 |125-500(5) 2 5 <0,6 100 5 300 TO-92 (d)
BC 548 D| 30| 20 5 200 | 500 |125-900(5) 2 5 | <06 100 5 300 T0O-92 (d)
BC 549 D| 3020 | 5 200 | 500 [240-900(5) 2 5 | <06 100 5 300 TO-92 (d)
BC 550 D*| 50 | 45 5 200 | 500 |240-900(5) 2 5 | <06 100 5 300 T0-92 (d)
BC 368 D*| — 20 5 |2000][800 | 85-375 500 1 <0,5 1000 | 100 65 TO-92 ()
(1) aTymp=25°C. (2) Tc=25°C.  (3) Tamp<50°C.

(4) Le chiffre ou la lettre entre parenthéses indique |e brochage (voir chapitre « boitiers »).
(5) Gainhgqea F=1kHzde 125-260 - classe A.

240-500 - classe B.
450-900 - classe C.

(R) Marquage point rouge.
(J) Marquage point jaune.
(V) Marquage point vert.

A Existe en boitier SOT-23 pour circuits hybrides (voir page 33).
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transistors silicium planar
usages generaux et amplification petite puissance

.5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25°C 5
Types % N . Boitiers
2 |VcB|Vce|VeB| lcm [Protl?)| h21ed | Ic |Vce |VcEsatd | Ic B | (MH2) (2)
S| WM Vv (mA) | (mW) (mA) | (V) (V) (mA) | (mA)
A | BC337 D 50| 45 5 1000 | 625 [100-600(3)] 100 1 <0,7 500 50 200 TO-92 (d)
A | BC 338 D 30| 25| 5 |1000 | 625 |100-600(3)] 100 1 <07 500 | 50 200 TO-92 (d)
BC 635 D* 45 45 5 1500 | 800 40-250 150 2 <0,5 500 50 130 TO-92 (f)
BC 637 D* 60 60 5 1500 | 800 | 40-160 150 2 <0,5 500 50 130 TO-92 (f)
BC 639 D* 100 80 5 1500 | 800 |-40-160 150 2 <0,5 500 50 130 TO-92 (f)
BFY 51 C 60 30 6 1000 | 800 > 40 150 | 10 <0,35 150 15 > 50 TO-39
BFY 52 C 40 20| 6 1 000 | 800 > 60 150 | 10 <0,35 150 15 > 50 TO-39
2 N 2297 c 80 35 7 1 000 | 800 > 40 150 | 10 <0,2 150 15 60 TO-39
2N 1613 C 75 30| 7 1000 | 800 > 40 150 | 10 1,5 150 15 60 TO-39
BFY 55 C 80 35| 7 1000 | 800 > 40 150 | 10 <1 1000 | 100 > 60 TO-39
BFY 50 C 80 35| 6 1000 | 800 > 30 150 | 10 <0,2 150 15 > 60 TO-39
2N1711 C 75 30| 7 1000 | 800 >100 150 | 10 <1,5 150 15 S0 TO-39
BSW 66 C 100 |100 | 6 2000 | 800 > 30 10 5 <04 500 50 80 TO-39
BSW 67 c 120 [120 | 6 2 000 | 800 > 30 10 5 <04 500 50 80 TO-39
BSW 68 C 150 |150 | 6 2 000 | 800 > 30 10 5 <0,5 500 50 80 TO-39
2N 3019 D* 140 80| 7 1000 | 800 > 50 500 1 <0,2 150 15 100 TO-39
2 N 3020 D* 140 80| 7 1000 | 800 > 50 500 1 0,2 150 15 100 TO-39
2N 2218 C 60 30| 5 800 | 800 > 20 500 | 10 <04 150 15 > 250 TO-39
2N2218A | C 75 40| 6 800 | 800 > 25 500 | 10 <03 150 15 > 250 TO-39
2N 2219 c 60 30| 5 800 | 800 > 30 500 | 10 <04 150 15 250 TO-39
2N2219A | C 75 40| 6 800 | 800 > 40 500 | 10 <0,3 150 15 300 TO-39
BSX 45 D* 80 40 | 7 1000 | 5W(5)| 40-250 100 1 <1 1000 | 100 | > 50 TO-39
BSX 46 D* |100 60| 7 1 000 | 5W(5) (4) 100 1 <1 1000 | 100 | > 50 TO-39
BSX 47 D* 20 80| 7 1 000 | 5W(5) 100 1 <0,9 500 25 > 50 TO-39
(1) aTamp =25 °C.
(2) Le chiffre ou la lettre entre parenthéses indique le brochage comme spécifié au chapitre « Boitiers ».
53) Classe de gain 16 de 100 a 250 ; classe de gain 25 de 160 a 400.
(4) Classe de gain 6 de 40 a 100 ; classe de gain 10 de 63 a 160 ; classe de gain 16 de 100 & 250.
(6) Tg=25°C.
A Existe en boitier SOT-23 pour circuits hybrides (voir page 33).
‘,
=)
I
2TO-18 TO-18 TO-39 TO-71 TO-92 TO-106
(SOT-41) (SOT-18/13) (SOT-5/11) (Variante)

25



transistors silicium “mesa”
usages generaux et amplification petite puissance

B Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
= fr
2 a VCE sat a -
Types S Ve | Vece | VEB | lem | Ptot h21e Boitiers
s lw]lw| V| ma | mw) Ic | Vce Ic I N
i (1) B |ma | v (mA) | (ma) | (MHz
BCY30A C 64 | 64 | 45 | 100 | 600° 15-35 1 6 0,550 20 3 7 TOS5
BCY31 A C 64| 64 | 45 | 100 | 600 25-60 1 6 0,130 20 3 7 TOS5
BCY32A c 64 | 64 | 32 | 100 | 600 35-80 1 6 0,120 20 3 Vi TOS5
BCY33 A C 32| 32 | 32 100 | 600 15-35 1 6 0,160 20 3 7 TOS5
BCY34 A Cc 32| 32 | 32 100 | 600 25-60 1 6 0,130 20 3 7 TOS5
transistors silicium planar-doubles - NPN
5 Valeurs a ne pas dépasser différentielle Caractéristiques
Tiea ;g —AZ\(/) Ca¥ QX |C par trai:Isistor az2s5°c Boitiers
e | VeB | VcE Ic | Pwot(1)] AT Av hFe @ e Vce F (4)
e (Y V) | mA) | mw) | («V/°C) | (nA/°C) (mA) (V) | (dB)
BCY 55 Cc 45 45 30 300 < 3 < 15 200-600 10 5 <3 2TO-18
BCY 87 C 45 40 30 150 < 3 < 05 100-450 0,05 10 <3 TO-71 (h)
BCY 88 C 45 40 30 150 < 6 < 2 120-600 0,5 10 <4 TO-71 (h)
BCY 89 c 45 40 30 150 <10 <10 100-600 10 10 <4 TO-71 (h)
Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25°C
=
2 Pl N ho1ga Boitiers
Types S |IN|P |Tec VEB
S le|n (Veeo) Icm | Prot ic |vce F af fr (4)
5 VcB vl (mA) | (mW) (mA) | Vce*| (dB) [(MHz) | (MHz2)
w | 2) (V)
AF 124 M| e® AD | 32 (15) 10 60 150 (c) 1 6 8 100 45 TO-72 (e)
AF 125 M|e® AD | 32 (15) 10 60 150 (c) 1 6 9,56 | 100 75 TO-72 (e)
AF 126 M]le AD | 32 (15) 10 60 150 (c) 1 6 | <5 1 75 TO-72 (e)
AF 127 M|e@® AD | 32 (15) 10 60 151 (c) 1 6 | <3 1 75 TO-72 (e)
AF 139 cle M 20 0,3 10 60 >10 1,5 6 7 800 | 550 TO-72 (d)
AF 239 cCle M 20 0,3 15 60 >10 2 (10) 5 800 | 650 TO-72 (d)
AF 367 D*| @ P 20 0,3 10 60 (3) >10 2 (10) | €6 900 | 800 SOT-37/5
AF 369 D* | ® P 20 0,3 10 60 (3) >10 2 (10) 6,56 900 | 550 SOT-37/5
AF 379 D* | ® P 20 0,3 10 100 — - — <6 800 - SO0T-37/5
(1) aTymb =25°C.  (2) Tamb<45°C.  (3) Tymp< 54°C.
(4) Le chiffre ou la lettre entre patenthéses indique le brochage comme spécifié au chapitre « Boitiers »
(5) Gainhp1ed 1kHz:classe A: 1252 160 ; classe B : 240 a 500 ; classe C : 450 a 900
SOT 25 SOT 37 TO 39 TO 72
(SOT-5/11) (SOT-18/14)
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transistors silicium

amplification RF - VHF - UHF

S Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25°C

= P N
Types £ N P | Tec. . Boitiers

21]lp|N Ve |Ves | Iem | Prot (1) h21e @ Ic  Vce | F f fr (2)

& v) | (v) | (mA) (mw) (mA) | (V) | (dB) | (MHz) | (MHz)
BD 115 c ® | P | 245 5 150 | 6W(6) ‘> 22 50 | 100 - - 145 | TO-39
BF 115 M ® | PE| 50 5 30 | 145(3) | > 45 1 10 | 1,2 1 230 | TO-72 (e)
BF 167 c e| P 40 4 25 | 130(3) 60 4 10 | 3 35 350 | TO-72 (e)
BF 173 C e | P 40 4 25 | 260(3) 90 7 10 550 | TO-72 (e)
BF 177 C e| P 100 5 50 | 600(4) | > 20 15 10 = — |> 80 | TO-39
BF 178 c e | P 185 5 50 | 600(4) > 20 30 20 = — |> 80 | TO-39
BF 179 C e | P | 250 5 50 | 600(4) | > 20 | 20 15 - - 120 | TO-39
BF 180 C e | P 30 3 20 | 150 45 2 10 | 5,7 | 800 675 | TO-72 (d)
BF 181 C e | P 30 3 20 | 150 28 2 10 | 6,8 | 900 600 | TO-72(d)
BF 182 C e | P 25 3 15 | 150 20 2 10 | 7,4 | 800 650 | TO-72 (d)
BF 183 C e | P 25 3 15 | 150 24 3 10 800 | TO-72(d)
BF 184 (o e | PE| 30 5 30 | 145(3) 115 1 10 | 3 02| 300 | TO-72(e)
BF 185 C e | PE| 30 5 30 | 145(3) 67 1 10 | 4 100 220 | TO-72 (e)
BF 194 C e | PE| 30 5 30 | 250 115 1 10 |4 100 260 | SOT-25 (e)
BF 195 C e | PE| 30 5 30 | 250 67 1 10 | 4 100 220 | SOT-25 (e)
BF 196 C e | PE| 40 4 25 | 250 . — — - 3 35 400 | SOT-25 (e)
BF 197 C e | P 40 4 25 | 250 = — - = — 550 | SOT-25 (e)
BF 198 C e| P 40 4 25 | 500 65 4 10 | 3 35 400 | TO-92 (e)
BF 199 C e | P 40 4 25 | 500 110 7 10 = — 550 | TO-92 (e)
BF 200 C e | P 30 3 20 | 150 — — = 2 100 650 | TO-72(d)
BF 324 c|le PE| 30 4 25 | 250 45 1 10 | 3 100 450 | TO-92 (d)
BF 336 C e| P 185 5 100 | 3W(5) | > 20 30 10 = — |> 80 | TO-39
BF 337 o e| P |250 5 100 | 3wW(5) | > 20 30 10 = — |> 80 | TO-39
BF 338 C e | P | 300 5 100 | 3W(5) > 20 30 10 > 80 | TO-39
BF 364 (6] ® | PE 30 5 30 | 300 115 1 10 | 4 100 260 | TO-106 (e)
BF 365 C ® | PE 30 5 30 | 300 67 9 10 | 4 100 200 | TO-106 (e)
BF 422 D ® | PE | 250 5 100 | 830(8) | > 50 25 20 - — |> 80| TO-92(f)
BF 423 D |e® PE | 250 5 100 | 830(8) > 50 25 20 — — |> 60| T10-92()
BF 450 cC |e PE | 40 4 25 | 250(3) | > 60 1 10 |2 100 325 | TO-92(e)
BF 451 cC|le PE | 40 4 25 | 250(3) > 60 1 10 |2 100 325 | TO-92 (e)
BF 480 D* e| P 20 2 30 | 140(c) > 10 10 10 | 3,5 |800 1600 | SOT-37
BF 494 C PE | 30 5 30 | 300(7) 115 1 10 |4 100 260 | TO-92 (e)
BF 495 c e | PE| 30 5 30 | 300(7) 67 1 10 |4 100 200 | TO-92 (e)
BF 939 D* | @ PE | 30 4 25 | 250(3) > 25 1 10 |5 200 350 | TO-92(d)
BF 967 D* | @ PE | 30 3 20 | 160(3) 60 3 10 |4 800 950 | SOT37/5
BF 969 D* | ® PE | 30 3 20 | 160(3) 60 3 10 |4 800 = =
BF 979 D* | @ PE | 30 3 30 | 160(3) > 10 10 10 | 3,3 |800 1400 | SOT 37/5
40820 C ] Jeu RF de 3 transistors classés : BF 194 B + BF 195 C + 195 D
40835 {55 [ ) Jeu RF de 3 transistors classés : BF494 B + BF 495 C + BF 495 D

(1) aTamb=25°C

(2) Le chiffre ou la lettre entre parenthéses indique le brochage comme spécifié au chapitre boitiers

(3) aTamb< 45°C
(4) aTamb< 65°C
(5) aTamb< 140°C

(6) a Tamb < 50 °C avec radiateur > 30 cm?

(7) aTamb< 75°C

(8) Transistor monté sur Cl ; longueur maximale des fils : 4 mm ; fil collecteur ramené sur 10 x 10 métal du ClI
Existe en boitier SOT-23 pour circuits hybrides (voir page 33)

TO-92 (Variante)
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transistors silicium pour commutation rapide

Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
5 Boitiers
= hy1ga VCEsata Totd
Types _g. VCg=1V g1 = Types
a5 Vee [Vee lcm Ptot(1) Ic Ic Ig fT Ic IB2 (3)
(V) | (v) | (mA) | (mW) {mA) (V) (mA) | (mA) | (MHz) (ns) (mA) | (mA)
BFX 34 D* |120| 60| 5A |5W |40-150|2A |< 1 5A B00 = 70 <
1,200 5A | 500 TO-39
BSV 64 D* |100| 60| 5A |5W -4012A <1 5 000 FOO 100 <
1,2 us| 5A 0,5 TO-39
2N 706 C 25| 15 50 | 300 > 20| 10]< 0,6 10 1 > 200 - — = TO-18
2N 706/A o 25] 15 50 | 300 20/60 10] < 0,6 10 1 >200|< 75 10 3/1 TO-18
2N 3252 C 60| 30| 1A |1W > 30 [|500]|< 1 1A [100 >200|< 40ps| 500 50 TO-39
2N 2410 o 60| 30 | 800 | 800 > 151650 < 045]| 150| 15 > 200 65 500 50 TO-39
BSS 40 D*| 60| 40| 1A | 360 > 25 [|500| < 0,5 500 | 50 200|< 45 500 50 TO-18
BSS 41 D*| 60140 )] 1A | 360 > 25 ]|500| < 0,5 500 | 50 200|< 45 500 50 TO-18
2N 2475 M 15| 6] 200 | 300 > 30| 20| <04 20 0,66 >600|< 15 20 1 TO-18
BCY 58 D 32 | 200 | 330 >240| 10 025)] 100| 25 280 | < 800 10 10 TO-18
BCY 59 D 45| 200 | 330 > 240 10 025] 100| 25 280 800 10 10 TO-18
2N 743 c 20| 12 | 200 | 300 > 10 |100]| < 1 100 | 10 >300|< 14 10 10 TO-18
2N 744 C 20| 12 | 300 | 300 > 20100 < 1 100 | 10 > 300 18 10 10 TO-18
BFX 44 M 40| 40 | 250 | 360 > 20(100| < 0,6 100 | 10 >300| < 30 10 10 TO-18
2N 914 c 40| 15 | 500 | 360 |30-120| 10| < 0,7 200 | 20 >300|< 20 20 20 TO-18
2N 708 c 40| 15 | 500 | 360 |30-120] 10| < 04 10 1 >300|< 25 10 10 TO-18
2N 2368 Cc 40| 15 | 500 | 360 > 20| 10] < 0,25 10 1 >400|< 15 10 1,56 TO-18
BSS 27 D*| 70145 | 1A | 800 > 25500 < 04 500 | 35 400|< 40 500 50 TO-39
BSS 28 D*| 50|30 | 1A | 800 > 30|500|< 04 500 | 35 400| < 45 500 50 TO-39
BSS 29 D= | 5030 | 1A | 800 > 20500 < 0,5 500 | 35 400|< 50 500 50 TO-39
BSX 19 C 40| 15 | 500 | 360 > 10100 < 0,6 100 | 10 >400|< 18 100 | 40/20 TO-18
BSX 59 D 70145 | 1A | 800 > 30| 500| <05 500 | 50 >450| < 60 500 50 TO-39
BSX 60 D 70130 | 1A | 800 > 30|500|< 05 500 | 50 >475|< 70 500 50 TO-39
BSX 61 D 70145 | 1A | 800 > 30| 500 < 0,7 500 | 50 >475]< 100 500 50 TO-39
A BSX 20 C 40 |15 | 500 | 360 > 20| 100|< 06 100 | 10 >500f1< 21 100 | 40/20 TO-18
2N 2369 C 40 |15 | 500 | 360 > 40| 10| < 0,25 10 1 >500|< 18 10 1,5 TO-18
Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
c Boitiers
(<}
2 |ves|Vee| P ; ; ;
Types 8 i e el VCE sat @ Toff & o
é Vce=1V (Tg IB1=
] Ic Ic IB fr lc 'B2 Types:
(V) [(v) [{mA) | (mW) {mA) [\ (mA) | (mA) | (MHz) (ns) (mA)| (mA)
2N 2894 C 12 112 | 200 | 360 25 |100 | < 0,15 10 1 400| < 90 30 1,5 TO-18
2N 2894/A | C 12 112 | 200 | 360 30 |100 | < 0,13 10 1 800|< 35 30 1,5 TO-18

(1) Tamp=25 °C.

(3) Le chiffre ou la lettre entre parenthéses indique le brochage comme spécifié au chapitre « Boitiers ».

12) Tamp > 45 °C.

A Existe en boitier SOT 23 pour circuits hybrides (voir page 33)
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bo{ bo

NPN et PNP oe ©
NPN PNP
c Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
=l
el 2|Vceo |VceRr lc [Ptot(1)] h21Ed |VCEsatd Toffa  Ic |!B1=1B2 »
Tyee |5 |3 ; VCE=10V Ic ! B‘()’;;er
SlI| W (V) (A W) | 1Ic=500mA| (V) (mA) (mA) | (ns)  [(mA) ]| (mA)
BSS50| N |D 60 45 1 5 > 1500 1,6 1 000 4 <1500 | 500 0,5 TO-39
BSS 51| N |D 80 60 1 5 > 1500 1,6 1 000 1 <1500 | 500 0,5 “TO-39
BSS52 | N |D 100 80 1 5 > 1500 1,6 1 000 4 <1500 | 500 0,5 TO-39
BSS 60| P |D* 60 45 1 5 > 1500 1,6 1 000 4 <1500 | 500 0,5 TO-39
BSS 61| P |D* 80 60 1 5 > 1500 1,6 1 000 1 <1500 | 500 0,5 TO-39
BSS 62| P |[D*| 100 80 1 5 > 1 500 1,6 1 000 1 <1500 | 500 0,5 TO-39
elément histahle de commutation PNPN il Toh =256
Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25°C
[ =
2
T PNP PNPN NPN PNPN vt
Type 5 Boitier
2 | Veso | Vceo | 'erm | Prot (1| HFealc Vee | Fr [ Vak | H | Ton | Tq @)
(V) (\%] (A) (mW) (mA) (V) (MHz) (V) (mA) (ps) (ps)
BRY 39 D 70 70 2,5 275 > 50 10 2 300 <12 (< 1 0,25 <5 TO-72 (c)
BR 101 D 50 50 25 275 > 50 10 2 300 <1,2 0,1/1 == — TO-72 (c)
.é Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25°C
Type % Boltier
5 | Vek | Vea | 1aARm | 1am | Ptot (2) ] Igao ly lpaVs RG Tr (3)
g | (v (V) (A) (mA) | (mW) (A) (A) (nA) (V) kQ) | (ns)
BRY 56 D* 70 70 2,5 1,75 300 <10 > 50 <5 10 10 < 80 TO-92 (c)
(1) Tamp=25°C.
(2) Tamp=75°C.
(3) La lettre entre parenthéses indique le brochage comme spécifié au chapitre « boitiers »
Anode (a)
Anode gate
(ag)
Cathode
gate (Kg)
Cathode O (K)
%\.
i ,‘1‘
B
SOT 37 TO-18 TO-39 TO-72 TO 92
(SOT-18/13) (SOT-5/11) (SOT-18/14) (Variante)



transistors a effet de champ canal N

transistors a jonction

amplification - usage général

. Caractéristiques maximales Caractéristiques principales
= 2 | * Vps Ip Ptot (1) Ibss —VGs (P) Yis Crs -
ypes = (Vpg) (g (3) (- Vgs) a1kHz a1kHz BO('Z)GFS
5
x
w v) (mA) (mW) (mA) V) (mA/V) (pF)
BC264A | D 30 (10) 300 2/4,5 >0,5 <25 1,2 TO-92 (a)
BC264B | D 30 (10) 300 3,5/6,5 >05 <3 1,2 TO-92 (a)
BC264C | D 30 (10) 300 5/8 > 0,5 <35 12 TO-92 (a)
BC264D | D 30 (10) 300 7/12 >05 <4 1,2 TO-92 (a)
BF244A | D 30 25 300 (5) 2/6,5 +0,5/8 6(2) 1,1 TO-92 (b)
BF244B | D 30 25 300 (5) 6/15 0,5/8 6(2) 1,1 T0O-92 (b)
BF244C | D 30 25 300 (5) 12/25 0,5/8 6(2) 1,1 T0O-92 (b)
BF245A | D 30 25 300 (5) 2/6,5 0,5/8 3/6.,5 1,1 T0O-92 (a)
BF245B | D 30 25 300 (5) 6/15 0,5/8 3/6.5 1,1 TO-92 (a)
BF245C | D 30 25 300 (5) 12/25 0,5/8 3/6,5 1,1 T0-92 (a)
BF246A | D 25 (10) 300 (5) 30/80 0,6/14,5 >8 3,5 TO-92 (b)
BF246B | D 25 (10) 300 (5) 60/140 0,6/14,5 >8 3,5 TO-92 (b)
BF246C | D 25 (10) 300 (5) 110/250 0.6/14,5 >8 3,5 T0O-92 (b)
BF256A | D 30 (10) 300 (5} 3/7 (0,5/7.5) > 45 0,7 TO-92 (a)
BF256B | D 30 (10) 300 (5) 6/13 (0,5/7.5) > 45 0,7 T0-92 (a)
BF256C | D 30 (10) 300 (5) 11/18 (0,5/7,5) >45 0,7 TO-92 (a)
BFW 10 c 30 20 300 8/20 <8 > 3,2 (2) <0,8 TO-72 (a)
A| BFW 11 c 30 20 300 4/10 <6 > 3,2(2) <0,8 TO-72 (a)
A| BFW 12 D 30 10 150 (6) 1/5 <25 >2 <0,8 TO-72 (a)
BFW 13 D 30 10 150 (6) 0,2/1,5 <12 > 1 <0,8 TO-72 (a)
2N3819 | D 25 (10) 360 2/20 <8 2365 <4 TO-92 (b)
2N3823 | C 30 (10) 300 4/20 <8 > 3,2 (2) <2 TO-72 (a)
transistors doubles
Caractéristiques Principales
s Valeurs Maximales Individuelles Appariement ‘
Types _E In1-S Boitiers
» | +v D Prot Ipss | Vgs (p) L Crs ‘dAVGS! A g_:’si _bi=1s (4)
g (3) 31 MHz| dT [AVgs||! 9 Ip2-S2s
Y] Vos | mA | mW mA L R | weC | (mv) | (g V/V)
BFS 21 D 30 20 300 (1) 4/10 <6 <40 € 0,75| <20 | <1000 |0,95/1,05( 2x TO-72
BFS21A | D 30 20 | 300 (1) 4/10 | <6 <50 |[€ 0,76 <10 |< 500 [0,95/1,05 2x TO-72
BFQ 10 D 30 30 250(5)] 0.5/10 |05/35| < 1 | 75 < 5 < 10 |0,97/1,03| TO-71 (j)
BFQ 11 D 30 30 250(5)|] 05/10 |05/35]| < 1 | 40 <10 |< 30 (095/1,03] TO-71 ()
BFQ 12 D 30 30 250 (5)| 05/10 |05/35| < 1 [£5 <10 | < 30 |0,95/1,05] TO-71 (j)
BFQ 13 D 30 30 |2s50(8)| 05/10 [05/36| < 1 |€5 <10 [< 30 |0,95/1,05| TO-71 (j)
BFQ 14 D 30 30 250 (5)| 0.5/10 [055/35 | < 1 [K10 <15 [< 30 |0,92/1,08| TO-71 (j)
BFQ 15 D 30 30 250 (5)| 0.5/10 |05/35 | < 1 |<20 <20 | < 30 [0,90/1,10| TO-71 (j)
BFQ 16 D 30 30 250(5)|] 05/10 |05/35 | < 1 [<20 <50 | < 100 |0,80/1,20] TO-71 (j)

(1) Tamb =25°C.

(5) Tamp = 75°C.

(2) f=200 MHz.
(4) La lettre additionnelle entre parentheses indique le brochage comme spécifié au chapitre Boitiers.
(6) Tamp = 110°C.

(3) Vpg=15V; Vgg=0.

A Existe aussi en boitier SOT-23 pour circuits hybrides (voir page 33).
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transistors a effet de champ canal N (suite)
commutation - Chopper

Types Caractéristiques Maximales Caractéristiques Principales Boitier
S (3)
©
3 Vbs IG Ptot (1) Ipss son | Vas ton toff
[oF
& Vv mA mwW mA Q \% ns ns
BSv78 | D* 40 50 350 > 50 < 25 3,75/11 <10 < 10 TO-18 ta)
BSV 79 D* 40 50 350 > 20 < 40 2 |7 <15 £ 15 TO-18(a)
BSV 80 D* 40 50 350 > 10 < 60 1 /5 <15 < 25 TO-18 (a)
2N 3966 | D 30 10 300 > 2 <220 4 /6 -— < 100 TO-72 (a)
2N 4091 | D 40 10 1800(4)| >30 < 30 5 /10 = < 40 TO-18 (a)
2N 4092 | D 40 10 1800 (4) > 15 < 50 2 7 — < 80 TO-18 (a)
2N 4093 | D 40 10 1800(4)| > 8 < 80 1 /5 — < 80 TO-18 (a)
2N4391 | D 40 50 1800(4) [ >50 <80 4 /10 <15 < 20 | TO-18(a)
2N4392 | D 40 50 1800(4) [ >25 < 60 2 /5 <15 < 35 | TO-18¢a)
2N4393 | D 40 50 1800(4)| > 5 <100 05/ 3 <15 < 50 | TO-18(a)
2N 4856 | D 40 50 360 > 50 < 25 4 /10 = < 25 TO-18 (a)
2N 4857 | D 40 50 360 > 20 < 40 2 /6 = < 50 TO-18 (a)
2N 4858 | D 40 50 360 > 8 < 60 08/ 4 = <100 TO-18 (a)
‘'2N4859 | D 30 50 360 > 50 < 25 4 /10 — < 25 TO-18 (a)
2N 4860 | D 30 50 360 > 20 < 40 2 /6 — < 50 TO-18 (a)
2N 4861 | D 30 50 360 > 8 < 60 08/ 4 — <100 TO-18 (a)
transistors a effet de champ a porte isolee
5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25°C
= - Boitier
e 15| vpg | —Vas Ibm | Prot1) DS on @ VGS DSoff - VGS (3)
gl W (V) (mA) (mw) @) (V) (GQ) (V)
BSV 81 D* 30 +10 50 800 50 5 10 5 TO-72 (b)
BFR 29 D* 30 +10 50 200 - = — - TO-72 (b)
(1) a Tamp = 25°C.
transistor MOS a 2 portes isolées
'5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25°C
= Boitier
Type b= +VG1s
2 | Vbsx N VG:ZS ID Ptot F o Gum (2) Yis (2) (3)
i V) Y (mA) (mWw) (dB) (MH2) (dB) (mA/V)
BFS 28 D 20 8 20 200 <4 <200 7.3 11,2 TO-72 (f)
transistor MOS a 2 portes isolées protegees
'5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25°C
7 ?j T VGis Boitier
ype = B8 N
2| vosx | |2 - Protli F 4 3 Gum 2 | Yis(2) 3
& V) RV (mA) (mW) (dB) (MH2) (dB) (MA/V)
BFR 84 D* 20 8 20 200 <4 < 200 7.3 11,2 TO-72 (f)

(1) Tamb = 25 °C.

(2) f=500 MHz.

(3) La lettre entre parenthéses indique le brochage comme spécifié au chapitre « Boitiers ».
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semiconducteurs en hoitier plastique miniature
(SOT 23) pour circuits hybrides

Semiconducteurs destinés a la réalisation de circuits
hybrides sur couche mince ou épaisse.

Soudure :

Les connexions sont recouvertes d'une soudure dont le
point de fusion est 185°C. A la température maximale
de 250°C de la connexion, le temps de soudure maxi-
mal autorisé est de 10 s.

Le gradient de température maximale est de 25°C/s.

double-diodes
- Chute de tension directe (V)
1] 2 (max) trr max
3 D |VRmax| VRRM | IF max | IFRM IF = 10mA
= 3
Tips slel m | v [ ma | ma | po [ ee [ ee | ee |©9PP] vr=1v | Brochage
g B F max
w = 1mA |10 mA | 50 mA [100mA (ns)
BAV 70 (1) D A4 70 70 100 200 0,715 | 0,855 1.1 1.3 1.5 <6 A
BAV 99 (2) D | A7 70 70 100 200 | 0,715 | 0,855 1.1 1.3 1,5 <6 C
BAV 56 (3) D | A1 70 70 100 200 | 0,75 0.9 11 1,3 2 <6 B
(1) Cathodes réunies. (2) Anode-cathode réunies. (3) Anodes réunies.
diode a variation de capacite
c Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
o [} o<
® g § % .
Types = 3 |VRM | Vg I £S5 IR CdaVg (3) |Brochage
T& © c o Rapport Cd
a1 =2V |V [ ma VR (V)| (nA) PR | (V)
0.9 (1) Cd(VR= 3V)
BBY 31 D* S, 30 28 20 0.62(2) 28 [< 100 W)— 17,5 1 D
(1) Substratverre:5 x 5 x 1 mm. (2) Substrat céramique : 7 x 5 x 0,5 mm. (3) f=1 MHz.
= (2)
diode Zener (200 mW™')
S - Caractéristiques a 25 °C
= o alz=5mA
Types % 3 Ig max (3) 4 VR Brochage
_9, g VZ (V) Rz (") Sz A V) Pm‘ (2)
w = min typ max Q) (mv/°C) ¢ mwW
BZX 84C 4V7 D Z; 4,4 4,7 5 80 —-1.4 3 2 150 D
BZX 84C 5V1 D Z; 4.8 5,1 54 70 —-0.8 3 2 150 D
BZX 84C 5V6 D Z, 53 5,6 6 40 +1,2 2 2 150 D
BZX 84C 6V2 D Z 5,8 6,2 6,6 20 +2,3 0,5 2 150 D
BZX 84C 6V8 D Z 6.4 6,8 7.2 20 +3 0.1 3 150 D
BZX 84C 7V5 D Z, 7.1 7.5 79 20 +4 0,1 3 150 D
BZX 84C 8V2 D Z 7.8 82 8,7 20 +5 0.1 3 150 D
BZX 84C 9V1 D Zy 8,6 9,1 9,6 20 +6 0,1 5 150. D
BzZX 84C 10 D Z, 9.4 10 10,6 25 +7 0.1 7 150 D
BZX 84C 11 D Y, 10,4 1 11,6 30 +8 0,1 7 150 D
BZX 84C 12 D Y, 11,4 12 12,6 30 +9 0.1 8 150 D
(1) af=1kHz.
(2) Monté sur substrat céramique 7 mm x 5 mm x 0,5 mm
Tamb=25°

(3) Tj=25°C.




semiconducteurs en hoitier plastique miniature
(SOT 23) pour circuits hybrides

transistors pour usages géenéraux et commutation

PNP
_S Marquage Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
=
T < = Y, h21ga VCE sata
e e leg Tvp: fr (V(égg) Vceo| lem |Pror (1) ic |Vee| v |'c |8 R
3 S |en \
g [F 2| e T [IMB2) ST V)| (mA) [ m (mA) | (V) (mA) |(mA)
BCW 29 (R) D |c1|caliso | 30 | 20 | 200| 150 [120/260] 2| 5 | <03 | 10|05 E (F)
BCW 30 (R) D (c2|cs|180 | 30 | 20 | 200| 150 [215/500] 2| 5 | <03 | 10|05 E (F)
BCW 69 (R) D [H1|H4([1850 | 50 | 45 | 200| 150 |120/260| 2| 5 | <03 | 10| 05 E (F)
BCW 70 (R) D (H2|H5|150 | 50 | 45 | 200| 150 [215/500| 2| 5 [ <03 | 10] 05 E (F)
BCX 17 (R) D [(T1]| T4 [100 | (50) | 45 |1000[250 (2) 100/600|100| 1 | <0,7 |500]| 50 E (F)
BCX 18 (R) D |72 [ T5 ] 100 [ (30) | 25 |1000{250 (2) 100/600[100| 1 | <0,7 [500][ 50 E (F)
NPN
BSV 52 (R) D|B2| B4a|B500| 20 | 12 | 200f 150 | 40/120| 10| 1 |<04 50| 5 E (F)
BCW 31 (R) D|Dp1| pa|300| 30| 20| 200| 150] 110/220] 2| 5 |<025| 10| 05 E (F)
BCW 32 (R) D |p2| ps|300| 30| 20| 200| 150 | 200/450| 2| 5 |<025 | 10| 05 E (F)
BCW 33 (R) D | D3| pef[300| 30| 20| 200| 150 | 420/800| 2| 5 |<025 | 10| 05 E (F)
BCW 71 (R) D|kK1| kKa|300| 50 | 45 | 200 150 | 110/220| 2| 5 [<025 | 10| 05 E (F)
BCW 72 (R) D|k2]| ks]300| 50 | 45 | 200| 150 | 200/450] 2| 5 [<025| 10| 0,5 E (F)
BCX 19 (R) o |u1| ua) 200| (50)| 45 | 1000|250 (2| 100/600|100| 1 [<0,7 |500| 50 E (F)
BCX 20 (R) D|u2| us|200]| (30)| 25 |1000]|250 (2] 100/600[100| 1 |<0,7 |500| 50 E (F)
transistors pour amplification RF. VHF. UHF.
NPN
s Marquage Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
B fr
T = h 3 | N Brochage
e S | Type | Type [ (MH2) | Ve | VeB | lom | Pror | 2TEY € b
X | normal| en R (V) (V) (mA) | (mw) (mA) (dB) | (MHz)
BFR 92 (R) D P1 | P4 | 5000 20 2 25DC| 180 (3) > 25| 14 2,75 500 E
BFR 93 (R) D R1 | R4 | 5000 18 2 35DC|180(3)] > 25| 30 2,5 | 500 E
BFT 25 (R) D vi | va | 2300 8 2 5 | 30 > 20| o01| 38 | 500 E
BFR 53 (R) D| N1 [ N4 |2000 18 2,5 | 100 |180(3) > 25| 50 <5 500 E
BFS 17 (R) D e1 | E4 | 1300 30 2,5 50 |150 | > 20| 2 45 | 500 E (F)
BFS 18 (R) D F1 | Fa 200 30 5 30 |150 125| 10 4 100 E (F)
BFS 19 (R) D F2 | F5 260 30 5 30 | 150 225| 10 4 100 E (F)
BFS 20 (R) D| cg1]| G4 450 30 4 25 | 150 > 40| 7 - = E (F)
transistors a effet de champ. canal N
5 9 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
] ]
Tipes g § + VDSss —VGs ID Piot (") Y21s —VaGs (p) IDss a Vps Evgohang
RS g (V) (\%} (mA) (mW) (mA/V) (\% (mA) (V)
BFR30 | D | M, 25 25 10 150 >0,5 <5 >4 <10 10 G
BFR 31 D M, 25 25 10 150 >0,75 <25 >1< 5 10 G
element histable de commutation PNPN silicium
Types s[5 Vea A 'ARM Ptot (2) Ip v aVg RS lorochage
g | s (V) (mA) (A) (mW) (uA) (wA) I\ Q)
555BRY | D | - 70 175 2,5 (4) 250 <1 <50 10 M H

1) Tamb = 25 °C Monté sur substrat céramique de 7 mmx 5 mm x 0,5 mm.

2) Tamb = 25 °C Monté sur substrat céramique de 15 mm x 10 mm x 0,6 mm.
3) Tamb = 60 °C Monté sur substrat céramique de 15 mm x 10 mm x 0,56 mm.
4) Par impulsionst= 10us 3 =0,01.



equivalence des semiconducteurs en hoitiers SOT 23
et des semiconducteurs en hoitiers classiques

Boitiers SOT-23

Boitiers classiques

Pro - Electron

Jedec approché

Observations

BAV 70
BAV 99
BAW 56
BBY 31
BZX 84
BCW 29 (R)
BCW 30 (R)
BCW 31 (R)
BCW 32 (R)
BCW 33 (R)
BCW 69 (R)
BCW 70 (R)
BCW 71 (R)
BCW 72 (R)
BCX 17 (R)
BCX 18 (R)
BCX 19 (R)
BCX 20 (R)
BFR 30
BFR 31
BFR 53 (R)
BFR 92 (R)
BFR 93 (R)
BFS 17 (R)
BFS 18 (R)
BFS 19 (R)
BFS 20 (R)
BFT 25
BSV 52 (R)

2 X BAW 62
2 X BAW 62
2 X BAW 62
BB 105
BZX 79
BC178-A
BC178-B
BC108-A
BC 108-B
BC 108-C
BC177-A
BC177-B
BC 107 -A
BC 107 -B
BC 327

BC 328

BC 337

BC 338
BFW 11
BFW 12
BFW 30
BFR 90
BFR 91

BFY 90

BF 115

BF 115

BF 173

BFT 24

BSX 20

2.x 1N 4148
2 x 1IN 4148
2 X 1N 4148

1IN5729Ba38B
2N 4060

2N 4061

2N 2694/3392/4264/5172 ...
2N 3391/4265

2N 4286

2N 4403/5086

2N 4289

2N 2586/2388/3035

2N 5088

2N 2907/5366/5367

2N 5355/5356

2N 2222/3405/3417/5949
2N 3706/3403/3415

2N 3823/3967/4303

2N 3968/4302

2N 3570
2N 780
2N 780
2N 1278

2N 2369

2 diodes cathodes communes

2 diodes série

2 diodes anodes communes

Diode a variation de capacité

Diode zener 4,7 a 12V

PNP - Fort gain - Bas niveau

PNP - Fort gain - Bas niveau

NPN - Fort gain - Bas niveau

NPN - Fort gain - Bas niveau

NPN - Fort gain - Bas niveau

PNP - Version Haute tension BCW 29
PNP - Version Haute tension BCW 30
NPN - Version Haute tension BCW 31
NPN - Version Haute tension BCW 32
PNP - Fort gain - Haut niveau

BCX 17 - Faible tension

NPN - Fort gain - Haut niveau

BCX 19 - Faible tension

F.E.T. canal N - usage général

F.E.T. canal N - usage général

NPN - 2 GHz

NPN -5 GHz

NPN -5 GHz

NPN - 1,3 GHz - VHF/UHF

NPN - HF

NPN - HF

NPN - IF/VHF

NPN - UHF - Bas niveau

NPN - Commutation rapide

transistors miniatures en SOT 89
pour circuits hybrides

Les transistors miniatures en SOT 23 ont une dissipation maximale
de 300 mW en température ambiante de 25 °C.

Les transistors en SOT 89, sur substrat céramique de 2,5 cm? et
d'épaisseur 0,7 mm, peuvent dissiper jusqu’a 1 watt.

Typs Polarité VCEO Ic max lcm Hte fr Ptot

PNP | NPN (V) (A) (A) 0,16A/2V (MHz) (w)
BCX 51 [ ] 45 1 1.5 404250 50 1
BCX 52 [ ] 60 1 1,56 402160 50 1
BCX 53 L 80 1 1.5 402160 50 1
BCX 54 ® 45 1 1.5 40 2250 130 1
BCX 55 L] 60 1 1.5 402160 130 1
BCX 56 ® 80 1 1,5 402160 130 1
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transistors emission

Amplificateur linéaire pour BLU 300 W p.e.p. utilisant en push-pull 2 transistors BLX 15.
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transistors de puissance emission HF, VHF, UHF silicium NPN"

Les nouvelles séries de transistors d'émission que nous présentons fonctionnent dans les bandes: 1 a
30 MHz, 175 MHz et 470 MHz. Ce sont des transistors de type NPN a résistance ballast diffusée dans les

émetteurs.

Cette gamme n’est pas exhaustive ; hous pouvons fournir sur demande une large variété de transistors sur
spécifications clients, ainsi qu'un grand nombre de transistors conformes aux normes JEDEC 2 N.

Tous renseignements :
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC
130, avenue Ledru-Rollin — PARIS Xle

Département SEMICONDUCTEURS
Tél. : 355.44.99 (Postes 475 et 437)

Valeurs a ne pas dépasser Performances en RF a
kS
© T
Types "59 VcE VcB lcm Piot fr Po Gp lee VCE F Boitiers
L% modu-
(V) (V) (A) (W) (MHz) (V) (dB) lation | (v) | (MHz2)

BLW 60 D 18 36 20 103 550 30 19,5 12 SOT 56
BLX 13 C 36 65 6 70 500 25 16 1,6 SOT 56
BLX 14 G 36 85 12 88 300 50 13 BLU 28 a SOT 55/3
569 BLY D= 36 85 |15 100 500 75 13 28 SOT 56
BLX 15 D 70 100 20 200 275 150 14 50 SOT55/3
BLX 13 € 36 65 6 70 500 25 16 SOT 56
BLX 14 (6 36 85 12 88 300 . 50 7.5 FM 28 70 SOT 55/3
BLX 15 D 70 100 | 20 200 275 100 9 50 SOT55/3
BFS22 A C 18 36 2,25 8 700 4 8 TO 39
BLY 87 A Cc 18 36 3,75 16 700 8 9 SOT 48/2
BLY 88 A Cc 18 36 1.5 32 700 15 7.5 SOT 48/2
BLY89 A C 18 36 | 10 70 700 25 6 FM 1351 175 SOT 56
BLY 90 C 18 36 |12 130 600 50 5 SOT 55/3
BLW 60 D 18 36 | 20 103 550 45 5,56 SOT 56
BFS23 A C 36 65 1.5 8 500 4 11 TO 39
BLY91 A C 36 65 2,25 17.5 500 8 12 AM & 12 SOT 48/2
BLY 92 A C 36 65 4,5 32 500 15 10 ou 176 SOT48/2
BLY93 A C 36 65 4.5 44 500 25 9 FM a 28 SOT 56
BLY 94 Cc 36 65 6 130 500 50 7 SOT 55/3
585 BLY D= 36 65
RT 6105 D* 30 60 4,5 35 850 30 6,5 AM FO 38
RT 6439 D* 38 60 9 60 850 60 8 FM 28 400 FO 47
BLX 65 C 18 36 2 3 1 400 2 7 TO 39
BLX 66 Cc 18 36 2 4 1400 2,5 95 SOT 48/4
BLX 67 C 18 36 2 4.5 1400 3 9,3 SOT48/3
BLX 68 C 18 36 4 10 1 300 7 5,5 FM 12,5| 470 SOT48/3
BLX 69 A C 18 36 | 10 50 1 000 20 4 SO0T48/2
454 BLY D 15 36 5 — 1 500 40 4,7 NO 166
BLX 91 A C 33 65 0,8 4 1200 1,4 12 S0T48/3
BLX 92 A C 33 65 2 6 750 2,5 1 SOT 484/3
BLX 93 A C 33 65 3 12 800 7 8,5 FM 28 470 SOT48/3
BLX 94 C 33 65 6 50 1 000 20 6 SO0T 48/2
BLX 95 Cc 33 65 | 12 87 1 000 40 5 SOT 56

(1) Pour les types complémentaires PNP, nous consulter.
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transistors pour amplification HF, VHF, UHF

Valeurs a ne pas dépasser

Caractéristiques a4 25 °C

5
.:;: fr N
Types k) VcB VeB Icm Ptot h21galc F f Boftare
o (GHz)
. (V) (V) (mA) (mW) (mA) | @B) | (MH2)
BFT 24 € 8 2 5 30 40 1 5.5 500 2.3 SOT-37/4
BFR 90 (& 20 2 25 180 50 14 24 500 5 SOT-37/4
A 449 BFY A D 20 2 25 180 50 14 .7 500 4 SOT-37/4
BFR 49 c 20 2,5 25 300 >25 25 4 2 000 5 FO-45
BFR 91 C 15 12 35 180 50 30 1.9 500 5 SOT-37/4
A 449 BFY B D* 15 2 35 180 50 30 24 500 4 SOT-37/4
BFR 94 o 30 3 150 3 500 > 30 150 5 500 3,5 S0T-48/3
BLX 37 D* 30 3 400 4 000 > 50 75 9 800 3 SOT-36
BFT 51 D* 30 3 400 2 800 50 75 5,4 200 3 TO-39
BFW 16 A C 40 2 300 1 500 > 25 150 6 200 1,2 TO-39
BFR 96 D* 20 3 90 500 50 60 4.5 500 5 SOT-37/4
BFW 30 c 20 2,5 100 250 >25 50 5 500 1,6 TO-72/1
BFY 90 C 30 2.5 50 200 20-125 25 55 800 1,4 TO-72/1
A pnp ; tous les autres : NPN
c Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
<}
= fT
Types g Boitiers
ks VcB VcE Icm B Gp 3 di
?‘} tot Co p a f im (GHz)
= (V) (V) (mA) (mw) @ (dB) | (MHz) (dB)
BFY 90 C 30 15 50 200 0,1 V 23 200 — 52 1,4 TO-72
BFR 90 Cc 20 15 25 180 0,15V 19,5 500 — 60 5 SO0T-37/4
BFR 91 Cc 15 12 35 180 03 V 16,5 500 — 60 5 SOT-37/4
BFR 96 C 20 15 90 500 06 V 9 860 — 60 5 SOT-37/4
BFR 94 C 30 25 150 3,5W 07 V 9 800 — 63 3.5 SOT-48/3
BLX 37 D* 35 25 400 5W 1 \ 9 800 — 60 3 SOT-36
BLX 38 D* 30 16 800 7w 2 Y, 5,5 860 — 60 >3
BFR 64 Cc 40 25 500 3,5W 0,15W 16 200 — 30 >1,2 S0T-48/3
BFR 65 C 40 25 1 000 5 W 0,45W 19 200 — 30 > 1.2 SOT-48/3
BLX 94 A C 65 30 6A 50 W 5 W 13 225 — 556 1 SOT-48/2
BLW 64 C 60 32 9A 40 W |10 W 9,5 225 —55 0,9 SOT-56
BLW 75 D 60 32 12A 60 W |15 W 8 225 — 55 0,8 SOT-56
BLX 96 C 40 27 1 000 6,25W 05 W 6 860 — 60 1,2 S0T-48/3
BLX 97 C 40 27 2A 12,5W 1 W 5,56 860 — 60 1,2 SOT-48/3
BLX 98 C 40 27 4 A 21,5W 4 W 5 860 — 60 2,4 SO0T-48/2
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modules amplificateurs large bande

38

s
© f Po Gp Type de Vce
Types S (MHz) (W) (dB) modulation (V) Btars Applications
3
BGY 22 D* 380-512 3 17 FM 13,5 9 Radio-
BGY 23 D* 380-512 7 5 FM 13:6 9 Téléphone
437 BGY D* 148-174 18 23 FM 12.5 8 Radio-
438 BGY D* 68-88 18 23 FM 12,6 8 Téléphone
450 BGY D* 40-300 v 16 24 10 CATV
32
r—'
L & ”
FO 47 - ‘
FO-38 FO-45 NO 166 450 BGY NO 168
: = /
SOT-36 SOT-37/4 SOT 48/2 SOT55/3 SOT 56
[ i TO 39 Echelle 1/2 3




transistors
hyperfrequences
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transistors hyperfrequences amplificateurs de puissance

silicium NPN a resistance d’emetteur diffusée et cellule de

pré-adaptation a 'entrée

 f
o = Ps F Gp Vee
Types 2 2 Boitiers
= 2 (W) (GHz) (dB) ) %
]
RTC 1001 E D 1.5 1 7 28 50 FO 38
RTC 1003 E D 3 1 7 28 55 FO 38
RTC 1005 E D 5 1 6 28 60 FO 38
RTC 1010 B D* 12 1 10 28 55 FO 53
RTC 1020 B D* 20 1 8 28 45 FO 53
RTC 1040 B D* 40 (1) 1 45 FO 53
RTC 1100 B D* 100 (1) 1 10 45 50 FO 53
RTC 2001 B D 1 2 9 28 35 FO 53
RTC 2003 B D* 3 2 8 28 35 FO 53
RTC 2005 B D#* 6 2 7 28 45 FO 53
RTC 2010 B D* 10 2 6 28 40 FO 53
RTC 2020 B D#* 20 2 9 28 40 FO 53
RTC 3000 B D 6 3 8 28 30 FO 53
RTC 3001 B D 1 3 7 28 30 FO 53
RTC 3003 B D* 3 3 6 28 33 FO 53
RTC 3005 B De 5 3 5,5 28 35 FO 53
RTC 4000 B D#* 0,4 4 6 28 27 FO 41
RTC 4001 B D* 1 4 5,5 28 30 FO 41
RTC 4003 B D#* 2,8 4 4,5 28 30 FO 41
(1) Impulsion : 10 s — Rapport cyclique : 1/100° ; E = Emetteur commun ; B = Base commune
transistors hyperfrequences lineaires
silicium NPN
(1) Ic (mA)
RTC101L E 0,1 2 13 20 35 NO 156
RTC 102 L E 0.1 2 1 20 35 FO 45
RTC 103 L E 0,4 1.5 7 15 80 FO 45
RTC 104 L E 0,2 3 i 12 80 FO 41
RTC105L E 0,2 3 7 12 80 FO 49
RTC 106 L E 0,5 1,5 8 15 60 FO 46
RTC 107 L E 0,5 1.5 8 15 60 FO 45
RTC 108 L E D#* 0,4 1 10 15 100 FO 46
RTC 109 L E 0,4 1 10 15 100 FO 45
RTC110L E 0,8 1.5 7 15 120 FO 46
RTC111L E 0.8 1,5 7 15 120 FO 45
RTC112L E 0,4 1 10 16 100 NO 183
RTC113L E 0,4 1 10 15 100 FO 48
RTC114 L E 0,2 3 4 18 70 NO 183
RTC115L E 0,2 3 7 18 70 FO 48
RTC116 L E 0.4 3 5 18 140 NO 183
RTC117 L E 0,4 3 5 18 140 FO 48
RTC 118 L E 0,3 4 B,b 20 100 FO 41
RTC1191L E 0,3 4 5,5 20 100 FO 49

(1) Puissance de sortie Ps1 (1dB de compression de gain)
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EMETTEUR COMMUN

BASE COMMUNE

RTC 104 L RTC 118L | RTC 1001 RTC 1003 RTC 1005
RTC 102 L
103 L
107L
109 L
1111L
i
|
3 i
£ d FO-41
§ RTC113L RTC115L  RTC117L
“““ FO-38
FO-45 -
: f RTC 4000 L RTC 4001 RTC 4003
RTC 106 L !
108 L
110L
“a
FO-48
RTC 105 L RTC 119 L
FO-41
FO-46
RTC 1010 RTC 2010
1020 2020
1040 3000
RTC112t 1100 3001
1" 1 FO-49 2001 3003
116 2003 3005
2005
RTC 101 L
FO-53 SOT-100 FO-53
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La gamme des semiconducteurs pour hyperfréquences
de la RTC est trés étendue et comprend :

1°) Des diodes mélangeuses et détectrices classiques
(a pointe au germanium), des diodes Schottky (au Si
et GaAs et des diodes «backward» au germanium.
Les diodes Schottky travaillant jusqu'en bande Ku
sont a préférer lorsqu’on recherche un faible niveau
de bruit; les diodes backward sont recherchées pour
leur extréme sensibilité.

2°) Un grand nombre de varactors de puissance pour
multiplication de fréquence de 150 MHz a 36 GHz,.

Certains, a effet step-recovery prononcé, assurent un
meilleur rendement en multiplication.

3°) Des varactors spéciaux pour amplification para-
métrique ou accord électronique d’oscillateurs; des

diodes

hyperfrequences

diodes step-recovery (snap-off) pour multiplication
de fréquence a haut rang d’hamoniques.

4°) Des transistors hyperfréquences de puissance
jusqu’a 10 watts a 2 GHz et 100 mW en impulsions
a1 GHz.

5°) Des diodes Gunn en bande C, X, Ku donnant de
10 a 400 mWcw suivant la bande et des diodes a
avalanches au Si donnant 0,5 W en bande X.

Pour tout probleme particulier veuillez consulter :

Département SEMICONDUCTEURS
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC
130, avenue Ledru-Rollin
PARIS-XIe
Tél. : 357-69-30
Poste 475-437
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diodes a effet Gunn
arseniure de gallium

c

9]

= P Vp |

Types % Bande (G,l:-lz) (m\(/)\l) (typ) (mzx) Boitiers

a (V) (mA)

S (1)
CXY 11 A/08 Cc X 8+1 B 8 200 SOD-31
CXY 11 A/09 C X 9+1 5 8 200 SOD-31
CXY 11 A/10 Cc X 10 £1 5 7 200 SOD-31
CXY 11 A/11 c X 11 +1 5] 7 200 SOD-31
CXY 11 B/08 G X 8+1 10 8 200 SOD-31
CXY 11 B/09 C X 9+1 10 8 200 SOD-31
CXY 11 B/10 Cc X 10 +1 10 7 200 SOD-31
CXY 11 B/11 c X 11 +1 10 7 200 SOD-31
CXY 11 C/08 C X 8+1 15 8 200 SOD-31
CXY 11 C/09 (¢ X 911 15 8 200 SOD-31
CXY 11 C/10 (6 X 10 +1 15 7 200 SOD-31
CXY 11 C/11 G X 11 +1 15 7 200 SOD-31
CXY 13 D/08 C X 8+1 20 11 250 SOD-31
CXY 13 D/09 C X 9+1 20 9 250 SOD-31
CXY 13 D/10 C X 10 £1 20 8 250 SoD 31
CXY 13 D/11 (6] X 1M £1 20 8 250 SOD-31
CXY 13 E/08 C X 8+1 30 11 300 SOD-31
CXY 13 E/09 C X 9+1 30 9 300 SOD-31
CXY 13 E/10 C X 10 +1 30 8 300 SOD-31
CXY 13 E/11 C X 11 +1 30 8 300 SOD-31
CXY 13 F/08 Cc X 8+1 40 11 350 SOD-31
CXY 13 F/09 Cc X 9+1 40 9 350 SOD-31
CXY 13 F/10 c X 10 +1 40 8 350 SOD-31
CXY 13 F/11 c X 1141 40 8 350 SOD-31
CXY 16 A/08 C X 8+1 50 10 400 SOD-31
CXY 16 A/09 C X 9 41 50 9 400 SOD-31
CXY 16 A/10 c X 10 +1 50 8 400 SOD-31
CXY 16 A/11 c X 11 +1 50 8 400 SOD-31
CXY 16 B/08 (& X 8+ 1 75 10 600 SOD-31
CXY 16 B/09 C X 9+1 7o 9 600 SOD-31
CXY 16 B/10 c X 10%1 75 8 600 SOD-31
CXY 16 B/11 c X 1111 75 8 600 SOD-31
CXY 16 C/08 C X 8+1 100 10 900 SOD-31 ou avis
CXY 16 C/09 C X 9+1 100 9 900 SOD-31 ou a vis
CXY 16 C/10 C X 10 +1 100 8 900 SOD 31 ou avis
CXY 16 C/11 C X 111 100 8 900 SOD-31 ou avis
CXY 16 D/08 C X 8+1 200 10 1200 SOD-31 ou avis
CXY 16 D/09 Cc X 9+1 200 9 1200 SOD-31 ou avis
CXY 16 D/10 C X 10 +£1 200 8 1200 SOD-31 ou a vis
CXY 16 D/11 c X 11 +1 200 8 1200 SOD-31 ou avis
CXY 16 E/08 C X 8+1 300 10 1300 SOD-31 ou avis
CXY 16 E/09 C X 9+1 300 9 1300 SOD-31 ou & vis
CXY 16 E/10 G X 10 +1 300 8 1300 SOD-31 ou avis
CXY 16 E/11 c X 11 +£1 300 8 1300 SOD-31 ou a vis
CXY 15 B/05 (G C 5 +1 10 15 300 SOD-31
CXY 15 B/06 C (& 6+1 10 12 300 SOD-31
CXY 15 B/07 C c 7T&1 10 10 300 SOD-31
CXY 15 C/05 c (6 5+1 15 15 300 SOD-31
CXY 15 C/06 (e 53 6% 1 15 12 300 SOD-31
CXY 15 C/07 c C il 15 10 300 SOD-31
CXY 15 D/05 C C 5£1 20 15 300 SOD-31
CXY 15 D/06 C C 6+1 20 12 300 SOD-31
CXY 15 D/07 C Cc 7 +1 20 10 300 SOD-31
CXY 15 E/05 C [ 5+1 30 15 300 SOD-31
CXY 15 E/06 (o] Cc 6+1 30 12 300 SOD-31
CXY 15 E/07 C C 7 +1 30 10 300 SOD-31
CXY 15 F/05 C C 5+1 40 15 300 SOD-31
CXY 15 F/06 C C 6+1 40 12 300 SOD-31
CXY 15 F/07 c C 7 +1 40 10 300 SOD-31

(1) Polarité + au pilier. (Polarité — au pilier sur demande)




diodes a effet Gunn (suite)
arseniure de gallium (suite)

S Vp |
Types £ Bande I Po (typ) ( . Boiti
& max) oitiers
] (GHz) (mW) (V) (mA)
a3 (1)
CXY 17 A/05 D* C 5+ 1 50 12 400 SOD-31
CXY 17 A/06 D* ¢ 6+ 1 50 11 400 SOD-31
CXY 17 A/O7 D* G 7F 7 50 10 400 SOD-31
CXY 17 B/05 D* ¢ 51 1 75 12 600 SOD-31
CXY 17 B/06 D* C 611 75 11 600 SOD-31
CXY 17 B/07 D* ¢ 7 1 75 10 600 SOD-31 ou a vis
CXY 17 C/05 D* C 5% 1 100 1 900 SOD-31 ou a vis
CXY 17 C/06 D* G 6+ 1 100 14 900 SOD-31 ou a vis
CXY 17 C/07 D* G 7% 1 100 10 900 SOD-31 ou a vis
CXY 17 D/05 D* C 5+t 1 200 12 1200 SOD-31 ou avis
CXY 17 D/06 D* C 6t 1 200 11 1200 SOD-31 ou a vis
CXY 17 D/07 D* C 7x1 200 10 1200 SOD-31 ou a vis
CXY 17 E/05 D* o 5+ 1 300 12 1 300 SOD-31 ou a vis
CXY 17 E/06 D* C 8% 1 300 11 1300 SOD-31 ou a vis
CXY 17 E/07 D* (¢ TE1 300 10 1300 SOD-31 ou a vis
CXY 18 A/12 D+ Ku 1211 50 7 400 SOD-31
CXY 18 A/13 D* Ku 184 4 50 7 400 SOD-31
CXY 18 A/14 D* Ku 14+ 1 50 6 400 SOD-31
CXY 18 A/15 D* Ku 15+ 1 50 6 400 SOD-31
CXY 18 A/16 D* Ku 16t 1 50 5 400 SOD-31
CXY 18 A/17 D* Ku 172 4 50 5 400 SOD-31
CXY 18 B/12 D* Ku 12 £ 1 75 7 600 SOD-31
CXY 18 B/13 D* Ku 18% 4 75 7 600 SOD-31
CXY 18 B/14 D* Ku 14:F 1 75 6 600 SOD-31
CXY 18 B/15 D* Ku 15+ 1 75 6 600 SOD-31
CXY 18 B/16 D* Ku 16+ 1 75 5 600 SOD-31
CXY 18 B/17 D* Ku 17 £ 1 75 5 600 SOD-31 ou a vis
CXY 18 C/12 D* Ku 12 £ 1 100 7 900 SOD-31 ou & vis
CXY 18 C/13 D* Ku 13 % 1 100 7 900 SOD-31 ou a vis
CXY 18 C/14 D* Ku 14 + 1 100 6 900 SOD-31 ou avis
CXY 18 C/15 D* Ku 151+ 1 100 6 900 SOD-31 ou a vis
CXY 18 C/16 D* Ku 161+ 1 100 5 900 SOD-31 ou a vis
CXY 18 C/17 D* Ku 17+ 1 100 5 900 SOD-31 ou a vis
CXY 18 D/12 D* Ku 12+ 1 200 7 1200 SOD-31 ou a vis
CXY 18 E/12 D* Ku 12+ 1 300 7 1300 SOD-31 ou a vis
(1) Polarité + au pilier. {Polarité — au pilier sur demande)
diodes a effet Gunn en impulsions
arseniure de gallium
— T: . .
Types ig Vi max ImT:lss)'onS 'p fosc . e lm.m s Boiti
o (V) (poyr_gn taux de (A) (GHz) lmp(uv\?)lons (%) QHIeh
W répétition < 1%)
RT 7055 D* 40 0,1-0,5 2,5 5 5 5 SOD 31
RT 7072 D* 30 0,1-1 2,56 7 2 3 SOD 31
RT 7093 D* 30 0,1-1 3.5 9 3 3 SOD 31
RT 7162 D* 30 0,1-1 2,5 16 2 3 SOD 31

échelle 2 3

SOD 31

échelle 2 3

Boitier a vis.
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diodes meélangeuses

Schottky (silicium)

D023

1
L

SOD50

=
'% Firiax Energie IF (mA) F z
Types = (GHz) RF max a (dB) (Q) Boitiers
é_ (erg) VE=05V typ. typ.
i typ.
BAW 95D D 12 0,2 1 7,8 415 D022
BAW 95E D 12 0.2 1 7,2 415 D022
BAW 95F D 12 0,2 1 6,8 415 D022
BAW 95G D 12 0,2 1 6,3 415 D022
BAV 46 c 12 0,2 1 10 850 D022-D0O23
1N 23D D 12 0,2 1 82 350 D022
1N 23E D 12 02 1 1.5 350 D022
1N 23F D 12 0,2 1 7 350 D022
1 N415D D 12 0,2 1 8,2 415 D022
1 N415E D 12 0,2 1 7,5 415 D022
1 N415F D 12 0,2 1 4 415 D022
BAV 75 D* 12 0,15 1 7 300 SOD31
BAV 96 B D* 12 0,15 1 6,5 300 SOD50
BAV 96 C D* 12 0,15 1 6,0 300 SOD50
BAV 96 D D* 12 0,15 1 5,5 300 SOD50
Possibilité d'appairage.
a pointe (germanium)
" -_‘5 4 i Energie i (;“A) E 74 -
ypes o (GH2) RF max (dB) (Q) Boitiers
w (erg) |VF=05V typ. typ.
AAY 34 D 40 0,03 2 8,56 1000 SOD-42
BAT 39 D 18 0,05 B 6 350 SOD-42
BAT 39A D 18 0,05 5 7 350 SOD-42
BAT 50 D 12 0,2 9 6,2 400 SOD-49
BAT 50R (2) D 12 0,2 8 6,2 400 SOD-49
BAT 51 D 18 0,1 9 7 270 SOD-49
BAT51R (2) D 18 0,1 <) 7 270 SOD-42
BAT 52 D 18 0,1 9 8 270 SOD-49
BAT 52R (2) D 18 0,1 9 8 270 SOD-49
AAY 56 D 4 0.3 ) 7 350 SOD-49
AAY 56R D 4 0,3 9 7 350 SOD-49
AAY 59 D= 40 0,03 2 8,6 1000 SOD-42
2AAY 59M D* Diodes appairées (1) SOD-42

(1) Caractéristiques identiques aux diodes non appairées de méme référence.

(2) Diodes avec cathode au boitier pour appairage.
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varactors

silicium
c
= Cj
Tunes s Fco min. | VR max. |3 yg =g v| Rth .
L 5 (GHz) V) R [ccmw) APPLICATIONS Boitiers
&
BXY 27 D 100 55 4,5 20 | Doubleur
1 GHz(10W) 2 GHz (5W) SoD31
BXY 28 D 100 45 1,5 30 | Doubleur
2 GHz(7w) 4 GHz (3,5W) SOoD31
1 N 5152 D 100 75 6 20 | Doubleur SOD31
1N 5153 D 1 GHz(12w) 2 GHz (6W) 2
1N 5157 D 200 20 0,8 38,5| Doubleur
5  GHz(2,6W) 10 GHz (1W) SoD31
BXY 35 D 25 100 9 10 | Doubleur
0,5 GHz (30W) 1 GHz (15W) D04 ;2
BXY 36 D 75 70 b 15 Doubleur
1 GHz(16W) 2 GHz (10W) SoD31
2-3
BXY 37 D 100 70 3 20 | Doubleur
1,6 GHz (10W) 3 GHz (6W) SOoD31
2 GHz(10W) 4 GHz (5W) 2-3
BXY 38 D 120 50 1,6 30 | Doubleur SOD31
3 GHz(5W) 6 GHz (2,6W) 2
3-4
BAY 96 D 25 120 35 7.5| Tripleur
140 MHz (25W) 470 MHz (16W) DO4
1N 5155 D 120 35 2 35 | Tripleur
2 GHz(5W) 6GHz (2W) SoD31
BXY 29 D 120 25 1 Quadrupleur
2,25 GHz (1W) 9 GHz (0,3W) SoD31
BXY 38 D 120 25 1 3b Quadrupleur
562 MHz (3W) 2,25 GHz (1,1W) SoD31
2-34
BXY 39 D 150 40 1. 35 Quadrupleur
2,25 GHz (2W) 9 GHz (520mW) SoD31
BXY 41 D 200 25 0,4 50 Multiplicateur X8 SOD31
1,55 GHz (1000mW) 12,4 GHz (55mW) 2-3-4
BXY 56 D 160 60 1,6 24 | Octupleur 0,45-3,6 GHz SOD31
BXY 57 D 140 60 2,5 19 Octupleur 0,45-3,6 GHz SOoD31
BXY 40 D 180 25 0,65 | 40 Multiplicateur X10 S0D31
1 GHz (1000mW) 10 GHz (25mW) 2-3-4
= 7 i 5y =
diodes “step recovery”, “snap off
\ {
silicium =
k3
(Multiplicateur de fréquence d’ordre élevé) i
& : Cj a VR a—
Types 2 feo min. Application P 1ot (RF) Boitier = DO-4
= (GHz) max. (pF) V) =
BXy32 | D | 150 Décupleur : 1.6 W 0,75 6 SOD 31 ERhBlInE B
1 GHz(500mW)
10 GHz (15mW)
1N5157 | D 200 2,5W 0,8 6 SOD 31
SOD 31
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dispositifs
hyperfrequences

KLX 91 {m)
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oscillateurs Gunn accordes par YIG

La série YG est une famille d’oscillateurs GUNN accordables électriquement dans une large bande de fréquences
(typiquement 4 GHz).

L'accord électrique est obtenu par une sphére de Grenat Fer Yttrium qui, couplée a la diode GUNN, lui impose sa
fréquence d’oscillation.

Accord électrique Modulati o
Bande dans toute [a bande odulation rapide Linéarité en fréquence
Type de
Py Largeur Vitesse Se‘nS|b|I|te Vitesse mix. Plage_d accord
Fréq. typ de de d’accord min. de
bande balayage modulation
(mW) | (GHz)(1) (Hz) (MHz/mA) (MHz) (MHz) AF/F AF (MHz)

YG 11 X 50 | 8 a124 100 18 — - 3.103 20
YG110 X 100 | 8 a124 100 18 — — 3.10°3 20
YG12 X 50 | 8 ai124 100 18 1 + 50 3.10°3 20
YG 120 X 100 | 8 a124 100 18 1 + 50 3.10°3 20
YG 21 C 20 | 4 a 8 100 18 — — 3.103 20
YG 210 C 50 | 4 a 8 100 18 — — 3.10°3 20
YG 22 C 201 4 a 8- 100 18 1 + 50 3.10°8 20
YG 220 C 50 | 4 a 8 100 18 1 + 50 3.103 20
YG 31 Ku 25 |12,4a218 100 20 — — 3.103 40
YG 310 Ku 40 |12,4318 100 20 — — 3.1073 40
YG 32 Ku 25 |12,4a18 100 20 1 + 50 3.103 40
YG 320 Ku 40 |12,4a18 100 20 1 + 50 3.10°2 40

(1) Autres bandes de fréquences sur demande.
Note : existe en version militaire.

@ Pushing: 20 MHz/V.
® Pulling :30 MHz (pour ROS = 2).
® Sortie :coaxial type OSM.

YG 11 YG 21
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Klystrons solides

Un klystron solide est un oscillateur a diode GUNN accordable dans une plage de fréquences réduite (typiquement
500 MHz). .

L'accord est obtenu électriquement par varactor et mécaniquement par vis d'accord.
Le klystron solide est destiné a servir d’oscillateur local dans les radars et systéemes de télécommunication.

Bande Fréq. Po Accqﬂj' i L) *"} Linéarité Coefficient
Type de Fo mécanique | e en fréq. de Sortie

fréq. (MHz) (mw) | '!(m‘ ’. ~ (MH ,Q Af/fo-T7! surtension

p N ~
KLX 01 X 9250+ | 40 +260 | 30 2.107%/°C 300 Coaxial
L Jﬁ'-"1} »“-.s] (Hermétique)

KLX 02 X 9250+ | 40 + 250 i‘& a8 2.10-5/°C 300 Guide
RK 11 X 10800* | 60 +150 | ';g ! 3.10-%/°C 200 Coaxial
RK 14 Ku 14 000* 50 + 500 - 200 . 3.10-5/°C 200 Guide

* Autres fréequences sur demande.

KLX 01 KLX 02

RK 11
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oscillateurs Gunn

Ces oscillateurs sont des sources solides hyperfréquence fonctionnant a fréquence fixe.

Applications : détecteur de présence, radar routier.

Bande Po Vp Ip
Type de min typ typ Applications principales Sortie
fréq. (mW) (v) (mA)
SGX 07 X (1) 10a 100 8 300 Mini-radar de surveillance Guide
SGX 09 X (2) 10a 50 8 300 Mini-radar professionnel et de trafic (3) Guide

(1) Toutes les fréquences disponibles dans la bande de fréquences donnée.
Fréquences recommandées : 8 875 MHz - 9 350 MHz - 9 470 MHz - 9 900 MHz - 10 525 MHz - 10 600 MHz.

(2) Fréquences recommandées: 8 875 MHz -9 900 MHz - 10 525 MHz.
(3) Faible pushing, faible pulling.

SGX 07 SGX 09 SGX 01
aerien adaptable sur cavites-guides
5
_E : Dimensions ; Angle
Tpe ‘—2 PeEigs hors-tout (cm) RN R d’ouverture RS

i

ACX 01 D* 280 7.8 x5,4 x 13,5 16 37°a 82 GHz 12

24°312,4 GHz
ADX 01 D 150 L=15cm 17 159310 GHz 1,3

B2

ACX 01

e




cavites douhles pour mini-radars

Les cavités doubles du type RC sont des tétes de mini-radar comportant :
— une cavité oscillatrice a diode Gunn ;
— une cavité détectrice équipée de 1 ou 2 diodes Schottky

Bande Po Vp Ip ) o '
Type de Vi typ typ Slgnal-l?oppler Appllc_atlons Sortie Poids
fréq. (mW) (V) (mA) min. principales (g)
RC 11 X (1) 20 8 150 60 L VCrac,(2) Mini-radar Antenne 80
RC 12 X (1) 20 8 150 60 VCraC,(2) | Détection Antenne 80
vitesse et sens
Détection
MDH 38 X (1) 20 8 150 60p VCracCp(2) vitesss etsans ACX 01 530

(1) Fréquences recommandées : 9 350 MHz - 9 900 MHz - 10 670 MHz.
Autres fréquences disponibles sur demande.
(2) Surun homme marchant au pas a 12 m de distance.

RC 11 MDH 38

RC 12
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transistors
de puissance




transistors de puissance silicium
transistors «Planar» usages genéeraux; audiofrequences; telévision

'5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
5 P N Boitiers
Types = N P . " & i 5§ ol

‘_3 P N VcBO | Veeo | lem h21E & Ic VCEsar a Ic Piot & Tgp fralc Types

= V) (\%} (A) (A) (\%} (A) (W) (°C) | (MHz) | (A)
BF 457 D [ J 160 | 160 03| >26 (:),03 <1 0,03 6 90 |> 90| 0,015| TO-126
BF 458 D ® | 250 | 250 03| >26 |0,03 <1 0,03 6 90 (> 90| 0015 TO-126
BF 459 D ® | 300 | 300 03| >26 |0,03 <1 0,03 6 90 |> 90| 0015| TO-126
BF 469 D ® | 250 | 250 0,1 >50 |]0,025| <20 |0,025| 1,8 | 114 |> 60| 0,01 TO-126
BF 470 D |® 250 | 250 0,1 >50 (0,025 <20 |0,025| 18 | 114 |> 60| 0,01 TO-126
BD 135 (63 ® 45 45 1,56 | 40-250 |0,15 < 0,5(0,5 8,56 70 250 | 0,05 TO-126
BD 136 (& ® 45 45 1,5 | 40-250 |0,15 < 0505 8,5 70 75 | 0,05 TO-126
BD 137 (o ® 60 60 1,56 | 40-160 |0,15 < 05]05 8,5 70 250 | 0,05 TO-126
BD 138 C ] 60 60 1,56 | 40-160 (0,15 < 0505 8,5 70 75 | 0,05 TO-126
BD 139 € [ J 100 80 1,5 | 40-160 |0,15 < 05|05 8,6 70 75 1 0,05 TO-126
BD 140 c [ J 100 80 1,6 | 40-160 [0,15 < 05]05 8,5 70 75 | 0,05 TO-126
BD 226 C [ 45 45 3 40-250]0,15 < 08]|1 12,56 62 125 1 0,05 TO-126
BD 227 C ® 45 45 3 40-250/0,15 < 081 12,5 62 50 | 0,05 TO-126
BD 228 C [ J 60 60 S 40-160]0,15 < 08]|1 12,5 62 125 ] 0,05 TO-126
BD 229 C ® 60 60 3 40-160]0,15 < 08]|1 12,6 62 50 | 0,05 TO-126
BD 230 C [ J 100 80 3 40-160]0,15 < 08]|1 12,56 62 125 | 0,05 TO-126
BD 231 c|e 100 80 3 40-160]0,15 < 08|1 12,6 62 50 | 0,05 TO-126
BD 329 (of [ J 32 20 3 >40 |2 < 0512 15 45 130 | 0,05 TO-126
BD 330 C ® 32 20 3 >40 |2 < 05]2 15 45 130 | 0,05 TO-126
BD 131 M [ 70 45 6 >40 |05 < 09]|2 11 60 60 | 0,25 TO-126
BD 132 M| @ 45 45 6 >40 |05 < 09]2 11 66 60 | 0,25 TO-126

transistors a bhase epitaxiee : usages generaux; audlofrequences: television

BD 233 D ® 45 45 6 > 25 1 < 06 |1 25 25 |> 3| 025 TO-126
BD 234 D [ 45 45 6 > 25 1 < 06 |1 25 @2 > 3] 0.25 TO-126
BD 235 D [ J 60 60 6 > 25 1 < 06 |1 25 258 > 3] 0,25 TO-126
BD 236 D ® 60 60 6 =25 1 < 06 |1 25 ol > 3] 0,25 TO-126
BD 237 D ® 100 80 6 > 25 1 < 0,6 |1 25 25 | > 3] 0,25 TO-126
BD 238 D ® 100 80 6 > 25 1 < 06 |1 25 2601 > 3| 025 TO-126
BD 433 D ® 22 22 7 >50 |2 < 05 ]2 36 25 1> 3] 025 TO-126
BD 434 D |® 22 22 7 >50 |2 < 05 |2 36 2581 > 3] 0,25 TO-126
BD 435 D [ 32 32 7 >50 (2 < 05 |2 36 GEEN > 3| 0.25 TO-126
BD 436 D [ 32 32 7 >50 |2 < 05 |2 36 25 |> 3] 0,25 TO-126
BD 437 D [ ] 45 45 7 >30 |3 < 0,7 |3 36 25 |> 3| 025 TO-126
BD 438 D [ 45 45 7 >30 |3 < 0,7 |3 36 26 |> 3| 025 TO-126
BD 201 D [ ] 60 45 |12 >30 |3 < 1 3 60 25 |> 3|03 TO-220
BD 202 D (] 60 45 |12 >30 13 < 1 3 60 25 |> 3|03 TO-220
BD 203 D [ ] 60 60 |12 >30 |2 £ 1 3 60 25 |> 3|03 TO-220
BD 204 D ® 60 60 |12 >30 |2 < 1 3 60 25 |> 3|03 TO-220
BDX 77 D [ ] 80 80 |12 >30 |2 <1 3 60 2588 > 3| 0,3 TO-220
BDX 78 D |® 80 80 |12 >30 |2 L 3 60 25 |> 3|03 TO-220
BDX 91 D [ ] 60 60 |12 >10 |5 < 1 5 90 25 [|> 4|1 TO-3(3)
BDX 92 D [ ] 60 60 |12 >10 |5 <1 5 90 25 |> 4|1 TO-3(3)
BDX 93 D ® 80 80 |12 >10 |5 <1 5 90 25 |> 4|1 TO-3(3)
BDX 94 D |® 80 80 |12 >10 |5 <1 5 90 250> 4] 1 TO-3(3)
BDX 95 D ® 100 | 100 |12 >10 |5 <1 |5 90 25 |> 4|1 TO-3(3)
BDX 96 D |® 100 | 100 |12 >10 |5 < 1 5 90 25 |> 4|1 TO-3(3)
2N 4905 D o 60 60 12 b 5 < 1515 90 25 > 411 TO-3(3)
2N 4906 D [ ] 80 80 |12 > 7 |5 < 1515 90 25 |> 411 TO-3(3)
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transistors a hase homogene

usages genéraux et industriels; audiofréequences; commutation

'5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C Boitiers
g| PN X X
Types s | N[ P | Vceo |Vceo | lem ho1galc | Vcgsatalc Ptota Tt fralc
o P N Types
i (V) (V) (A) (A) (V) (A) | W) | (°C) |iMmH2)| (A)
BDY 11 M ° 100 70 4 | 10-50 2 | <07 2| 117 25 1 02 | TO-3(3)
BDY 20 C ° 100 60 | 15 | 20-70 41 <11 4| 117 | 25 1 1 TO-3(3)
BDY 38 C ° 50 40 6 > 30 2| <07 2| 117 25 1 1 TO-3(3)
BD 181(1) | D ° 55 45 | 15 | 20-70 3| <1 3 78| 80 1 i TO-3(3)
BD182(1) | D ° 70 60 | 15 | 20-70 4| <1 4| 117 25 1 1 TO-3(3)
BD183(1) | D ° 85 80 | 15 | 20-70 3| <1 3| 17| 25 1 1 TO-3(3)
2N 3055 c ° 100 60 | 15 | 20-70 4 | <1 4| 117 25 1 1 TO-3(3)
2N 3055S* | D ° 100 60 | 15 | 20-70 41 <11 4| 117 25 1 1 TO-3(3)
2N 3442 C ° 160 140 | 15 | 20-70 3| <1 3| 117 25 1 1 TO-3(3)
2N 4347 c ° 140 120 | 10 | 20-70 2 | <1 2 | 100 | 25 1 1 TO-3(3)
2N 3771 D ° 50 40| 30| 15-60 |15 | <2 15 | 150 | 25 1 1 TO-3(3)
2N 3772 D ° 100 60 | 30| 1560 | 10| <14 | 10| 150 | 25 1 1 TO-3(3)
(1) fhfe > 16 kHzalc = 0.3 AetVcp=4V.
transistors MESA : commutation
BD 232 D ° 500 | 300 1 >20 |0,15| < 1 0,15| 7 62 |20 0,05 | TO-126
BUX 86 D* ° 800 | 400 1 >25 |005|< 1,5 |0,10]| 20 25 |20 0,05 | TO-126
BUX 84 D* ™ 800 | 400 | 3 30 025 < 15 |1 40 50 |10 0,2 TO-220
BU 132 C ° 800 600 | 2 25-80 |0,25| < 5 0,25| 15 97 8 01 TO-3(1)
BU 105 M e |[1500(1)]| — 2,5 = — 5 25 | 10 90 75| 0.1 TO-3(1)
BU 204 D e [1300(1)] 600 | 3 =2 2 < 5 2 10 90 75 | 0,1 TO-3(1)
BU 205 D e [1500(1)] 700 | 3 >2 2 < 5 2 10 90 7,5 | 0.1 TO-3(1)
BU 108 M e [1500(1)]| -— 5 — - |< 5 45 | 125 95 7 0.1 TO-3(1)
BU 207 D e |[1300(1) 600 | 75| >225 |45 |< 5 45 | 125 95 7 0,1 TO-3(1)
BU 208 D e [1500(1)| 700 | 7.58] >2.25 |45 | < 5 45 | 125| 95 7 9,1 TO-3(1)
BU 126 D ° 750 300 | 6 15-60 | 1 9 2 30 75 |10 0,2 TO-3(1)
BU 133 D @ 750 | 250 | 6 15-80 | 1 <10 2,5 | 30 50 8 0,2 TO-3(1)
BU 326 D* ° 800 375 | 8 30 06 |< 15 |25 | 60 50 6 0,2 TO-3(1)
BDY 93 D ° 750 350 | 6 16-60 | 1 <15 |15 | 30 50 8 0,2 TO-3(1)
BDY 94 D ° 750 300 | 6 25-80 | 1 <15 |15 | 30 50 8 0,2 TO-3(1)
BUX 82 D ® 800 | 400 | 8 30 06 |< 1525 | 60 60 6 0,2 TO-3(1)
BDY 96 D ° 750 350 | 15 15-60 | 2 < 15 |5 40 65 |10 0,2 | TO-3(1)
BDY 97 D ° 750 300 | 15 25-80 | 2 < 15 |5 40 65 |10 0,2 TO-3(1)
BUX 80 D ° 800 | 400 | 15 30 12 |< 15 |5 100 40 6 0,2 TO-3(1)
BDY 90 6 ® 120 100 [ 15 >20 |io < 15 f0 40 75 |70 0,5 TO-3(1)
BDY 91 & ® 100 80 |15 >20 [0 < 1,5 o 40 75 |70 0,5 TO-3(1)
BDY 92 ¢ ® 30 60. | 15 >80 |10 < 1 fo 40 75 |70 0,5 TO-3(1)
(1) Vces
£
i
|
TO-126 (SOT-32) TO-3 (1) (SOT-3) TO-220 (SOT-78)
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- hase epita

xiee

Darlington - construction monolithique
- resistances intégrées Darlington NPN Darlington PNP
_5 o N Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C Bitiars
s
Types = N P .
2| P [~ |Veso | Vveeo [tem | .0 [Veesa|  fratc Ptot _
S (V) V) (A) (V) (MHz) | (A) ‘W) )
BD 262 D | @ 60 60 ‘6 > 750 2,5 7 1,5 36 TO-126
BD 262/A D ) 80 80 6 > 750 2,5 7 1,5 36 TO-126
BD 262/B D [ ) 100 100 6 > 750 2,5 7 1,5 36 TO-126
BD 263 D o 80 60 6 > 750 2,5 7 1,5 36 TO-126
BD 263/A D ° 100 80 6 > 750 2,5 7 15 36 TO-126
BD 263/B D ) 120 100 6 > 750 2,5 7 1,5 36 TO-126
BD 266 D ° 60 60 12 > 750 2 7 3 60 TO-220
BD 226/A D ) 80 80 12 > 750 2 7 3 60 TO-220
BD 266/B D ) 100 100 12 > 750 2 7 3 60 TO-220
BD 267 D ] 80 60 12 > 750 2 7 3 60 TO-220
BD 267/A D ° 100 80 12 > 750 2 7 3 60 TO-220
BD 267/B D ® 120 100 12 > 750 2 7 3 60 TO-220
BDX 62 D ) 60 60 12 > 1000 2 7 3 90 TO-3(3)
BDX 62/A D | ® 80 80 12 > 1000 2 7 3 90 TO-3(3)
BDX 62/B D ° 100 100 12 > 1000 2 7 3 90 TO-3(3)
BDX 62/C D ° 120 120 12 > 1000 2 7 3 90 TO-3(3)
BDX 63 D @ 80 60 12 > 1000 2 7 3 90 TO-3(3)
BDX 63/A D ® 100 80 12 > 1000 2 7 3 20 TO-3(3)
BDX 63/B D ® 120 100 12 > 1000 2 7 3 90 TO-3(3)
BDX 63/C D ) 120 120 12 > 1000 2 7 3 90 TO-3(3)
BDX 64 D ° 60 60 16 > 1000 2 7 5 117 TO-3(3)
BDX 64/A D ) 80 80 16 > 1000 2 7 5 117 TO-3(3)
BDX 64/B D ] 100 100 16 > 1000 2 7 5 117 TO-3(3)
BDX 64/C D ) 120 120 16 > 1000 2 s 5 117 TO-3(3)
BDX 65 D ° 80 60 16 > 1000 2 7 5 117 TO-3(3)
BDX 65/A D ® 100 80 16 > 1000 2 7 5 117 TO-3(3)
BDX 65/B D ) 120 100 16 > 1000 2 7 5 117 TO-3(3)
BDX 65/C D ) 120 120 16 > 1000 2 7 5 117 TO-3(3)
BDX 66 D ) 60 60 20 > 1000 2 7 10 150 TO-3(3)
BDX 66/A D ® 80 80 20 > 1000 2 7 10 150 TO-3(3)
BDX 66/B D ® 100 100 20 > 1000 2 7 10 150 TO-3(3)
BDX 66/C D ® 120 120 20 > 1000 2 7 10 150 TO-3(3)
BDX 67 D ® 80 60 20 > 1000 2 7 10 150 TO-3(3)
BDX 67/A D ) 100 80 20 > 1000 2 7 10 150 TO-3(3)
BDX 67/B D ° 120 100 20 > 1000 2 7 10 150 TO-3(3)
BDX 67/C D ® 120 120 20 > 1000 2 7 10 150 TO-3(3)
. Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C Boitiers
= I Y Pt & Tty fralc
m ! N P H A
i S| p | N|Veeo]| Vceo| lem | h21ea Ic Veesat alc | W) o) | (MH2) (A "
z (I B\ T (A) V) (A ypes
==t AD 149 cle 50 | 30 35 |> 30 |1 0,7 3 |1325 ]| 45 |05 0,5 TO-3(2)
AD 161* C ® 32 | 20 3 > 80 |06 0,6 1 4 72 | 3 0,01 SOT-9
AD 162* cle 32 | 20 3 > 80 |05 0,4 1 6 63 | 1,5 0,01 SOT-9
ASZ 15 cle 100 | 60 |10 15-30 | 6 0,4 10 | 30 45 |02 1 TO-3(2)
ASZ 16 cle 60 | 32 |10 35-80 | 6 0,4 10 | 30 45 | 0,25 |1 TO-3(2)
ASZ 17 cle 60 | 32 |10 20-45 | 6 0,4 10 | 30 45 | 022 |1 TO-3(2)
ASZ 18 cle 100 [ 32 |10 20-65 |6 0.4 10 |30 45 | 022 |1 TO-3(2)

* Fourniture de AD 161 et AD 162 appariés.
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transistors appariées silicium

5 Valeurs a ne pas dépasser Facteur d'appariement »
2 g Boitiers
T = St Tl h21e1/h21E2 IC VcE
L 2| Vceo | Vceo | lem S

gl W V) (A) W) | (ec) (A V) P
BD 135/136 c 45 45 1b 6,5 60 <1,6 0,15 2 TO-126
BD 137/138 c 60 60 1.5 6,5 60 <1,6 0,15 2 TO-126
BD 139/140 C 100 80 1.5 6,5 60 <1,6 0,15 2 TO-126
2BD 181! D 55 45 1B 78 80 <13 3 4 TO-3 (3)
2BD 182! D 70 60 15 117 25 <1,3 4 4 TO-3(3)
2BD 183! D 85 80 35 117 25 <1,3 3 4 TO-3(3)
BD 201/202 D 60 45 12 55 25 1,6 1 2 TO-220
BD 203/204 D 60 60 12 55 25 1,6 1 2 TO-220
BD 226/227 D 45 45 3 10 55 <16 0,15 2 TO-126
BD 228/229 D 60 60 3 10 55 <1,6 0,15 2 TO-126
BD 230/231 D 100 80 3 10 5% <1,6 0,15 2 TO-126
BD 233/234 D 45 45 6 25 25 <1,6 0,15 2 TO-126
BD 235/236 D 60 60 6 25 25 <16 0,15 2 TO-126
BD 237/238 D 100 80 6 25 25 <1,6 0,15 2 TO-126
BD 266/267 D 60 60 12 60 . 25 <25 3 3 TO-220
BD 266A/267A D 80 80 12 60 25 <25 3 3 TO-220
BD 266B/267B D 100 100 12 60 25 <25 3 3 TO-220
BD 433/434 D 22 22 7 36 25 <14 0,25 1 TO-126
BD 435/436 D 32 32 7 36 25 <14 0,25 1 TO-126
BD 437/438 D 45 7 36 25 <18 0,25 1 TO-126
BDX 62/63 D 60 60 12 90 25 <25 3 3 TO-3 (3)
BDX 62A/63A D 80 80 12 90 25 < 2.5 3 3 TO-3 (3)
BDY 62B/63B D 100 100 12 90 25 <25 3 3 TO-3(3)
BDX 64/65 D 60 60 16 117 25 <25 5 3 TO-3 (3)
BDX 64A/65A D 80 80 16 117 25 < 2.5 5 3 TO-3 (3)
BDX 64B/65B D 100 100 16 7 25 <25 5 3 TO-3(3)
BDX 66/67 D 60 60 20 150 25 <25 10 3 TO-3 (3)
BDX 66A/67A D 80 80 20 150 25 £2.5 10 3 TO-3 (3)
BDX 66B/67B D 100 100 20 150 25 < 2.5 10 3 TO-3(3)

h2 1 (0,3A)

(1) Facteur de linéarité garanti :—WA—) <

{
i
;
TO-126 (SOT-32) TO-220 (SOT-78) TO-3 (1) (SOT-3)




60




redresseurs




tahleaux de selection des redresseurs

usages generaux

VRRM max (V)
2 150 300 500 600 650 800 300 1000 1200 1250 1600
x 0,36 BYX 10
; 0,8 BYX 36 BYX 36
g 1 BY 226 BY 227
- 1.4 BYX 22 BYX 22
? BYX 49 EYX 49 BYX 49 BYX 49
BYX 38 BYX 38 BYX 38 BYX 38
10 BYX 72
10 BYX 98 BYX 98 BYX 98 BYX 98
12 BYX 42 BYX 42 BYX 42 BYX 42
15 BYX 99 BYX 99 BYX 99 BYX 99
30 BYX 96 BYX 96 BYX 96 BYX 96 BYX 96
47 BYX 97 BYX 97 BYX 97 BYX 97 BYX 97
150 BYX 32 BYX 32 BYX 32 BYX 32
rapides (a recouvrement progressif) VRRM max (V)
< 30 100 200 300 350 400 500 600 800 1000
x BY 206
£ Qict BY 207
= 0,75 BY208
B 1.2 BYX 55 BYX 55
6 BYX 50
6 1N 3880 |1N 3881 |1N 3882
7 BYX 71 BYX 71 BYW 19
12 1N 3890 [1N 3891 |1N 3892
14 BYX 30
22 BYX 46 BYX 46
50 BYW 13 [ | |
recuperation (telévision) ponts mouleés
VRRM max (V) Virm (V)
50 600 | 750 | 1500 ix 100 | 120 | 200 | 600 | 800 | 850
g BY 179
IF(AV) max (A) 1,2 | BY 188 =
: Z [ 14 BY 164
IFWM max (A) 5 BY 223 O 36 BY 224 BY 224
42 |By225 BY 225
IFWM max (A) 10 BY 277
- haute tension VRRM max (kV)
“avalanche controlee” =
§ < 1,8 7.5 12,5 18 37,5 |115-225
I S 2 |Byis4
= 600 800 | 1000 =3
x fra BY 209* [BY 476+
€l 15 BYX 45 2,5
= BY 409
z| 95 BYX 39
= 50 BYX 35
- | 20 BYX 25
200 BYX 90 BYX 91
47 BYX 56

multiplicateurs de tension

BG 1895-541
BG 1895-641

lo/Vo

1,7mA/27,5 kV
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* Rapide a recouvrement progressif

T.H.T. de puissance

0S (S) (M) (B)
9110/9210/9310/9410

3,56a30A

VO
3a30kV

%




redresseurs usages genéeraux

C téristi
lF(AV) é Valeurs limites absolues a(r;!jc:e;; L(:E:u)es
mex Types L] o
o iy oitiers
A) = VRWM VRSM IFRM IFSM VFalF
& (V) (V) V) (A) (V) (A)
0,36 BYX 10 D 800 1 600 3 15 1,6 2 DO-14
BXY 36/ 150 100 150
0,8 / 300 D 200 300 5 30 1.1 5 DO-15
/ 600 400 600
1 BY 226 (1) D 450 650 10 40 1,56 5 soD-18
BY 227(1) 800 1250
14 BYX 22/ 600 M 400 600 15 40 1,5 5 DO-1
/1200 800 1200
BYX 49/ 300 (R) 200 300
's / 600 (R) D 400 600 20 40 2.3 20 SOD-38
/ 900 (R) 600 900
/1200 (R) 800 1200
BYX 38/ 300 (R) 200 300
6 / 600 (R) D 400 600 50 50 7 20 DO-4 A
/ 900 (R) 600 900
/1200 (R) 800 1200
BYX 72/ 150 (R) 100 150
10 / 300 (R) D 200 300 50 100 1,25 20 SOD-38
/ 500 (R) 400 500
BYX 48/ 300 (R) 200 300
6 / 600 (R) M 400 600 36 90 1,8 15 DO-4 A
/ 900 (R) 600 900
/1200 (R) 800 1200
BYX 98/ 300 (R) 200 300
10 / 600 (R) D* 400 600 75 75 1,7 20 DO-4 A
/ 900 (R) 600 900
/1200 (R) 800 1200
BYX 42/ 300 (R) 200 300
12 / 600 (R) D 400 600 60 125 1,4 15 DO-4 A
/ 900 (R) 600 900
/1200 (R) 800 1200
BYX 99/ 300 (R) 200 300
15 / 600 (R) D* 400 600 180 180 1,55 50 DO-4 A
/ 900 (R) 600 900
/1200 (R) 800 1200
BYX 96/ 300 (R) 200 300
/ 600 (R) 400 600
=0 / 900 (R) D* 600 900 400 400 1,7 100 DO-4 C
/1200 (R) 800 1200
/1600 (R) 800 1600
BYX 97/ 300 (R) 200 300
47 / 600 (R) 400 600
/ 900 (R) D* 600 900 550 800 1,45 150 DO-5B
/1200 (R) 800 1200
/1600 (R) 800 1 600
BYX 32/ 600 (R) 600 650
150 / 800 (R) 800 900
/1000 (R) D 1 000 1100 750 1 600 1,6 500 SOD-8 B
/1200 (R) 1200 1 300
/1600 (R) 1200 1 600

(1) Successeurs de BY 126 et de BY 127
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redresseurs rapides (a recouvrement inverse progressif)

’F(AV) & Valeurs limites absolues Caractéristiques
©
max Types 5 VHWM VRSM IFR M .FSM trr VE a IF Boitiers
o max max
(A) w v) (v) 1A) (A) lus) (V) (A)
0.4 BY 206 D 300 350 5 15 0.3 1.5 2 DO-14
BY 207 D 500 600 5 1B 0,3 1.5 2 DO-14
0.75 BY 208/ 800 D* 800 800 — 20 1.4 DO-15
: BY 208/1000 1000 1 000
1.2 BYX 55/ 350 D 300 350 8 40 035 1.25 5 SOD-18
: / 600 500 600 :
7 BYW 19/ 800 (R) D* 800 800 - 40 1 2.3 20 SOD-38
BYW 19/1000 (R) 800 1000
7 BYX 71/ 350 (R) D 300 350 25 60 0,45 1,25 5 SOD-38
/ 600 (R) 500 600
1N 3880 (R) 100 160 5
6 1N 3881 (R) D* 200 250 80 80 0,1 1,95 20 DO-4 A
1N 3882 (R) 300 350
6 BYX 50/ 200 (R) D 200 250 80 80 0,1 1,95 20 DO-4 A
/ 300 (R) 300 350
1N 3890 (R) 100 150
12 1N 3891 (R) D* 200 250 125 150 0,2 1.4 12 DO-4 A
1N 3892 (R) 300 350
BYX 30/ 400 (R) 400
14 / 500 (R) D 500 = 310 250 0,35 3.2 50 DO-4 B
/ 600 (R)(1) 600
BYX 46/ 200 (R) 200
/ 300 (R) 300
22 / 400 (R) D 400 - 400 300 0,35 2 50 DO-4 B
/ 500 (R) 500
/ 600 (R)(1) 600
50 BYW 13 D* 30 36 725 0,03 0.7 50 DO-5B

(1) Avalanche contrélée.

diodes de recupeération (télévision)

= Valeurs limites absolues Caracténstiques
g .
g 5 VRw VRSM | IFw IFRM VEalg Boitiers

[oR

as (v) (V) (A) (A) (V) (n)
BY 188 D 25 75 — 10 1,3 5 SOD-18
BY 223 D* 1 500 1500 B 10 2.3 20 SOD-38
BY 277/600 R D* 500 600 1 155 _
BY 277/750 R 600 800 e - i = ER-28

ponts moules

g Valeurs limites absolues
'O‘AV) Types é Boitiers
A) 2 VI(RMS) Viwm VIRM lism IORM
& (V) v) (V) (A) (A)
1 BY 179 D 280 400 800 25 5 SOD-28
1.4 BY 164 D 60 85 120 25 5 SOD-28
36 BY 224/600 D* 280 400 600 60 50 _
i BY 224/800 280 400 850
4, BY 225/100 D* 50 70 100 50 _
2 BY 225/200 80 112 200 188
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redresseurs “avalanche” controlée

IE(AY) ,é Valeurs limites absolues Caractéristiques
max o
Types -‘5 Boitiers
(A) 2 VRwWH VRsn V(BR)R IFSM VFalF
- (V) (V) (V) (A) (V) (A)
BYX 45/600 R 600 750
1,56 /800 R M 800 — 1 000 40 1,45 5 DO-1
/1000R 1 000 1250
BYX 39/600 (R) 600 750
9,5 /800 (R) C 800 - 1 000 100 2 20 DO-4A
/1000 (R) 1 000 1250
BYX 25/600 (R) 600 750
20 /800 (R) e 800 — 1000 550 1,8 50 DO-4B
/1000 (R) 1000 1250
BYX 56/600 (R) 600 750
47 /800 (R) Cc 800 = 1 000 800 1.8 150 DO-5A
/1000 (R) 1000 1250
g Valeurs limites absolues Caractéristiques
IFAvV Types .g ) IR VE a 1= Boitiers
(mA) - VRRM VRWM IFsm max max
0 (kV) (kV) (A) (RA) (V) (mA)
2 BY 184 C 1.8 1.5 1 10 5 100 SOD-34/1
28 BY 209 (1) M 12,5 11,5 — 4 26 100 SOD-34/1
2,5 BY 409 (1) D* 12,6 11,6 0,5 5 36 100 SOD-34
25 BY 176 M 18 15 — 7 35 100 SOD-33
25 BY 476 (1) D* 18 16 0,5 5 44 100 SOD-56
200 BYX 90 D* 7,5 6 25 10 25 10 SOD-18
200 BYX 91/ 90 K D* 115 90 25 10 225 2 000 SOD-19
200 BYX 91/120 K D* 150 120 25 10 300 2 000 SOD-19
200 BYX 91/150 K D* 190 150 25 10 375 2 000 SOD-19
200 BYX 91/180 K D* 225 180 25 10 450 2 000 SOD-19
(1) Redresseurs THT rapides a recouvrement inverse progressif.
- Valeurs limites absolues Caractéristiques
o
lo 3! Vo (kV) Vi (k) -
Types = | o | | v Vi Boitiers
imAl %‘ 9 Avec Sans Avec Sans . e :
a | (mA) charge charge charge charge (mA) (kV) (kV)
1.2 BG 1895/541 D* 1.7 27,5 30 9,4 10,4 1,2 25 8,6 2
155 BG 1895/641 D* 1.7 27,5 35 9,4 11,4 1,5 25 8,6 2
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DO-1 DO-4 A DO- 5 DO-14 DO-15 SOD-18
SOD-33 SOD-34/1 SOD-19
-
SOD-56 2
5 ‘Il
i i
SOD-38 SOD-28

SOD-8
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tabhleau de selection des redresseurs
tres haute tension de puissance

Type 0889110 | 0589210 | 0389310 | 0sB3410 | 05M9110 [0SM3210]0SM9310{0SMI410 | 0SS0 | 0859210 [ 0SS9310 | 0SS9410
Nombre de diodes 4.6..28.30 4.6..28.30 3.4..29.30
ot +
f\,&—@—— ——@—o« o—@» —————— @—o A +
Circuit S~ e cathodel ;e 6 B 6 B cathodd
Point -milieu L Point -milieu
VewmM % VRwM VewmM
Tension inverse de créte 2.3..14.15kV 2.3..14.15kV 3.4..29.30kV
Tamb=
35 0C 35A 5A 4 A 10A 35A 5A 4 A 10A 35A 5A 4 A 10A
T huile=
Courant T huile =
inverse T 30A 30A 30A
d = 35°C
e créte
T huile =
65 °C 12A 12A 12A
T huile =
L 6A 6A 6A
Courant direct
non récurrent 85A |360A 180A | 800A 85A |360A 180A | 800A 85A |360A | 180A | 800A
(valeur de pointe) °
A = 1/4 pouce-vis aux extrémités
B = 4 broches (Super Jumbo) B4D
Culot C = Goliath
E = 4 broches (Jumbo) B4F
F = A3-20
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redresseurs de puissance tres haute tension

A* Ax
0SB B 0SB B
N° des Types OSM 9110/n * OosSM 9210/n < C
0ss E 0ss E
F F
Montage osm - 0osB 0SS Oosm - 0SB 0ss
35°C 4 3.5 35 °C 41 5
IFAV (A)
100 °C huile 6 30°C huile 20
|FRM (A) 120 440
IFSM (A) 85 360
n Nombre de diodes|4-6 ................ 28-30 1348 cconumisiioisain 29-30(4-6 ... 28-30|34 ... 29-30)
VRWM (KVI] 2:8 ciivunmmensssvas 14-15 [ 3-4 . covviiinennnnnn 20uB01 | 2=8! si55 5 6 55 ¥ ié wosmne 5 5 141534 ..o, 29-30
PRRM (KWL 1,251.8 . cvmnmnassos 84-9 |1,824 .......... 17:4-18 |46 ::csivummen sy 28-830 | 6-8 wosowssissssmaas 58-60
PrsM (') 6=0 rpmiaty s o s sosmeessio® g 42-45 [9-12 ..ooiiiiiiia... 87-90 |26-39 ........... 182=195 | 39252 vv v v v mwrviovs 377-390
PRsM () (KW 1218 oo, 84-9 (1824 ........... 17,418 |46 ...coovenn... 2830 |68 ..cvinnnnn... 58-60
VERR| min M (KV) 2,5-3, 75 i:auws 17,5-18,75: | 3,75-5 :uisswes 36,25-37,5]12,5-3,75 ...... 17,518,715 | 3,75-5 s 566 36,25-37,5
L max 3,76-564 ..... 26,32-28,2 | 5,64-7,52 ..... 54,62-56,4 | 3,76-5.64 ..... 26,32-28,2| 5,64-7,52 ..... 54,52-56,4
VFmax (') M|4-6 ... 28-30 | 6=8 srswswwiss s s ssmes 58-60|36-54 .......... 28.2:27 | 5,4=7.2 s smmsos 52,2-54
IRM max (%) (mA) 0,6 0,6
osMm OSB 0SS osm OSsB 0SS
L (] @ @
rol . . ol ¢ o8
g 2 2 8 g & 2 8
& § § &
IS £ g x
S S S [S]
! a 1 Q : s ! Q : Q !
' 0 ' i S ' 0 . {3
| ? ! ? | < ! ? | % | &
b < b <
B 2 B 2
& = &5 =
DL L QL i Q
S-S : Ny . 1S J8
s 0 S S ' S
(1) T;=25"°C * Correspondant aux différents culots : tableau et photographie p. 65.
(2) Tj=175°C

(3) Tj=125¢°C.
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A-l> A*
0SB B 0SB B
0SS 9310/n C OSM 9410/n C
OosSM E 0SS E
F F
OSM 0SB 0SS OosM 0SB 0SS
5°C amb 4 35 °C amb 10
bog huile 12 35°C huile 30
250 450
180 800
B e 28:-30 F3=4 ... cimmioimnas s orimossos 2930 |46 .::::i:sssmwmunossiss 28-30 134 :ssvesmaisssamemsnss 29-30
Bl wwnrnsrsnonmmd §HEFEF 14-15 13-4 s semspms s s s o pmpisss o 29-30 |2-3 ... 14-15 |1 84 coniwmmocoss mmmacsas 29-30
3 seressives PEEso S Es 14:=15 E3=4 .. covviomnios oo ais mimes s 29-30 |9-13,6 ..o 63-67,5 |13,5-18 ............ 130,5-1356
ZE | > RS, 84-90 |18-24 ............... 174-180: 1 55-80 .isicsiscmmmenes 375400 |80-105 .:svvivsisvuss 775-800
B e E s s Y S SRS ¥ 14-18 |3=4 ovsvirimvnmnvasenema 29:30 | B.B=T3 «sasmenas s sswus 60,56-65 |13-17 ..., 126-130
53,75 sssssvnewas 17.8=18.758 | B;755 s s wovasoivmnse 36,25-37,5 |2,6-3,75 ......iunnn 17,5-18,756 | 3,75-5 ...cvvnveernne 36,25-37,5
B o818 5 senSovonemszene: mie s iRz 28830 | 68 iivcssisiisismmssass BB-B0 |46 ...civvvnvnnsiissisi 28-30 168 iiserssissssnesisas 58-60
ZoBE s i o waonmussceys: s e el 36-37.b | 7.5-10 sisccss35 5 sammass 72.5-78 13,6-54 «s:svivnivsiins 28,227 |5,4=T2 ssiisssnvinsssa 52,2-54
03 1,6
I)SM 0SB 0SS OSM 0SB 0SS
T 2 3 3 3 £
+0€ +02 +OS S +OL—
S 2 2 S g & 2 g
§ g § g
rooQ I Q ! Pooa Poa i \z
I
j 2 N 3 : : 3
Ry LT 1 T
= < = =
~ ~ ey =
L7 L L
IS S G - 15 A 15
§ 2 § S 0 S
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thyristors
triacs




thyristors™

VRRM max (V)
<
= 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600
©
=
= 5 BT151
<
}—
&= 9 BTW38
9 BTW42
16 BTW45 BTWA47
20 BTW40 BTW92
35 BTW 24
90 BTW 23
* Types maintenance : BTY 79, 87, 91
thyristors rapides
VRRM max (V)
e ;
< 300 400 500 600 800 1000 1200
©
£
s 16 BTW30
<
= 22 ’ BTW31
40 BTW 32
80 BTW 33
thyristors pour halayage thyristors pour
ligne TV modulateur d’impulsions
VDRM max (V)
< 600 700 750 5 VOWM max V)
© ©
E E 500 600 700 800
= 10 BT126 g
—E 10 BT129 BT129 g 15 BTX 95
18 BT128
VDRM max (V)
3
£ 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600
& :
= 10 BT 138
F
15 BT 139
15 BTW 37
7 BTW 43
25 BTW 48
25 BTX 94
40 BTWA41
55 BTW34

12



thyristors a dU/dt et di/dt éleves

- Caractéristiques
Valeurs limites absolues Tj= 125°C
b Types S Vowm | Vorwm | 'T(RMS)| I TRM | ITsm S id Boitiers
i | g Vet | leT
2 VRwM | VRRM dt dt
(A) % min min min min
A) i W) V) (A) @A Lo | v [mar | ves) | s )
5 BT151- 500R D* 400 500 8 60 80 1,5 25 50 100 T0O-220
- 600R 400 600
BTW 38/ 600R 400 600
9 BTW 38/ 800R D 600 800 14 75 150 1,5 50 50 50 TO-64 B
BTW 38/1000R 700 1000
BTW 38/1200R 800 1200
BTW 42/ 600R 400 600
9 BTW 42/ 800R D 600 800 14 75 150 1,5 50 200 50 TO-64 B
BTW 42/1000R 700 1000
BTW 42/1200R 800 1200
16 BTW 45/ 400R D* 400 400 25 200 300 | 1.5 75 100 100 TO-48 B
BTW 45/ 600R 600 600
BTW 47/ 800RM 800 800
BTW 47/1000RM 1 000 1000
16 BTW 47/1200RM D 1200 1200 25 150 300 | 3,5 | 100 | 300 (1) | 200 TO-48 B
BTW 47/1400RM 1200 1400
BTW 47/1600RM 1200 1 600
20 BTW 40/ 400R D* 400 400 32 200 400 | 1,5 75 100 100 TO-48 B
BTW 40/ 600R 600 600
BTW 92/ 800RM 800 800
BTW 92/1000RM 1000 1000
20 | BTW 92/1200RM D 1200 1200 32 200 320 | 3,5 | 100 [300¢(1) | 300 TO-48 B
BTW 92/1400RM 1200 1400
BTW 92/1600RM 1200 1600
BTW 24/ 600RM 600 600
BTW 24/ 800RM 800 800 TO-103 B
35 | BTW 24/1000RM D 1 000 1000 55 450 800 | 2,5 | 100 |200¢(1) | 300 modifié
BTW 24/1200RM 1200 1200 RM:M 8 x 1,25
BTW 24/1400RM 1200 1400
BTW 24/1600RM 1200 1600
BTW 23/ 600RM 600 600
BTW 23/ 800RM 800 800
90 |BTW 23/1000RM D 1000 1000 140 |1250 | 2000| 2,5 | 150 {200 (1) | 300 T0-94 B
BTW 23/1200RM 1200 1200 RM:M12 x 1,5
BTW 23/1400RM 1200 1400
BTW 23/1600RM 1200 1 600

(1) Surdemande dV/dt: 1000 V/us)

(2) Sur demande filetage UNF
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thyristors “rapides”

c Valeurs limites absolues Caractéristiques a Tj = 125°C
IT(AV) g
max £ dv dl Boitiers (1)
Types 5 [VoWM[VDRM lirgms) ITRM] ITsm | vt | | D1 =2 [on | (
(A) o G GT d on q
I [VRwM|VRRM dt t
(V) (V) (A) (A ] (A) (V) | (mA) | (V/ps) | (Alus)| (us) | (us)
BTW 30/ 300RM 300| 300 (2) 6
/ 400RM 400 | 400 6
/ 500RM 500 | 500 6
16 / 600RM D 600 | 600 [ 24 150| 150 2,5 | 150 | 200 | 100 | 2 6 TO-48 B
/ 800RM 600 | 800 12
/1000RM 700 |1 000 12
/1200RM 800 |1 200 12
BTW 31/ 300RM 300| 300 12
/ 400RM 400 | 400 12
/ 500RM 500 | 500 12
22 / 600RM D 600 | 600 [ 31 150| 225 25 | 150 | 200 | 100 | 2 12 TO-48 B
/ 800RM 600 | 800 20
/1000RM 700 |1 000 20
/1200RM 800 |1 200 20
BTW 32/ 600RM 500 | 600
40 / 800RM D 600 | 800 | 55 300 600]| 25 | 150 | 200 | 100 | 4 | 25 TO-103 B
/1000RM 800 |1 000
/1200RM 1 000 |1 200 |
T
BTW 33/ 600RM 500 | 600
80 / 800RM D 600 | 800 L 110 750[1500 | 2,5 | 200 | 200 | 100 | 4 | 25 TO-94 B
/1000RM 800 |1 000
/1200RM 1 000 |1 200i
I
90 BTW 33/ 600RM10 | D* | 500 | 600 ] 110 750(1500 | 2,6 | 200 | 200 [ 100 | 4 | 10 TO-94 B
/ 800RM10 600 | 800
(1) Filetage UNF sur demande
(2) Jusqu a 1000 V/u.s sur demande.
@ 11 - ,, 14 14 " -
thyristors “halayage lignes” pour television
5
IT(AV) = |Vorm|VDsMm |ITRm |'tsm | VaT | lgT | dV/dt | di/dt tq
max Types ‘5 min min Boftiers
(A) u% (V) (V) (A) (A) v) (mA) | (V/ws) [(1/ps) | (1s)
32 BT 126 D* | 750 | 800 — — 4 40 | 200 | 60 2,4 TO-66
32 BT 128/700R p* | 700 | 750 | 30 50 4 40 | 800 | 60 4,5 TO-66
33 BT 129/600R D* | 600 | 650 | 30 50 4 40 | 200 | 60 2,4 TO-66
/750R 750 | 800
= “ = = L
thyristor “modulateur d'impulsions
5
IT(RMS) s avp | 9T | ty ‘
(A) Types 5 |VRwmVpwm|VDrM| ITRM | VT | VGt | l6T |7 dt Boitiers
L% (v) (V) (V) (A) %) V) [ mA T s azps) | (ns) | (us)
BTX 95/500R 250 | 500 | 500 375
15 /600R D | 300 | 600 | 600 | 300 3 1,5 50 —- | 1000| 300 | 50 TO-64 A
/800R 400 | 800 | 800 220

74



triacs

& Valeurs limites absolues Caractéristiques a T j= 125 °C
IT(RMS) - b S
ypes = 2
inax 2 [+VowMm [+VDRM | 'TRM | !TsM (1) (1) dvp | dVp | diy £
S VGT IGT dt dt dt @
7 v a | | | A VSO )
1,6 35
10 BT 138/ 500 D* 400 500 90 90 1,5 50 50 4 50 TO-220
BT 138/ 600 400 600 15 35
1,5 35
1,6 35
15 BT 139/ 500 D* 400 500 110 110 1,5 50 50 4 50 TO-220
BT 139/ 600 400 600 1,6 35
1.5 35
BTW 37/ 600 400 600 2 100
/ 800 600 800 - =
15 /1000 | D 700 1000 50 120 | -2 —100 50 5 50 | TO-64M
/1200 800 1200 -2 — 100
BTW 43/ 600 400 600 2 100
15 / 800 D* 600 800 50 120 — - 50 10 50 TO-64 M
/1000 700 1 000 —2 — 100
/1200 800 1200 —2 — 100
BTW 48/ 400 400 400
/ 500 500 500 3 150
25 / 600 D* 600 600 100 250 5 200
/ 800 800 800 -3 — 150 100 15 50 | TO-48 M
/1000 1000 1000 -3 — 750
/1200 1200 1200
BTX 94/ 400 400 400
/ 500 500 500 3 150
25 / 600 D 600 600 100 250 5 200 100 30 50 | TO-48U
/ 800 800 800 -3 — 150
/1000 1000 1 000 _3 — 150
/1200 1200 1200
BTW 41/ 400 400 400 2 75
40 / 500 D 500 500 100 260 2 75 100 30 50 SOT-80
/ 600 600 600 =2 — 75
-2 — 75
BTW 34/ 600 600 600 2,5 200
800 800 800 — =
55 /1000 D 1 000 1 000 300 400 —25 — 200 200 30 50 |TO-103 M
/1200 1200 1200 —-25 —200
/1400 1200 1400
/1600 1200 1600
(1) VGT et IgT sont respectivement donnés dans |'ordre des quadrants |, 11, I11, IV.
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thyristors (pour maintenance)

c Valeurs limites absolues Caracteristiques a Tj = 125°C
(o]
IT(Av) =
max Types s |Vowm|VDRM|V dvp | dit Boitiers
) £ DSMlirem | vr | var [ 1ot |- | = | ton | tq
2 |VRwm|VRRM|VRSM dt =
(V) (V) (V) (A) (W] (V) (mA) | (V/ps)| (A/us)] (ps) (prs)
BTY 79/ 400R 400 | 400| 500
/ 500R 500 | 500| 600
B / 600R | M 600 | 600| 720| 80 | 23 | 25 25 100 | 20 3 50 TO-64 A
: / 800R 800 | 800| 960
/1000R 1000 [1 000 |1 100
BTY 87/ 400R 400 | 400| 500
10 / B500R M 500 | 500| 600| 140 | 3 3,5 65 20| 20 2 100 TO-48 A
/ 600R 600 | 600| 720
/ 800R 800 | 800| 960
BTY 91/ 400R 400 | 400| 500
34 / B0OOR M 500| 500| 600|200 | 2 3 40 20| 20 2 100 TO-48A
/ 600R 600 | 600 720
/ 800R 800 | 800| 960
'}
T «Lr’:
i \.ﬂ.;} T
,.; & Nt
i -
TO 220 TO 66 TO 64 S~ - 1048
SOT 80
TO-103
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diodes de signal silicium

douhle diffusion

g Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
= VRRM IFRM IFAV thj amb t iti
Types g (°C/W) VE & If mr;'x Boitiers
w ) (A) (A) (V) (A) (ns)
BY 206 D 350 3 0.4 150 1,6 2 300 DO-14
BY 207 D 600 5 0.4 150 1.5 2 300 DO-14
BY 208/800 D* 800 5 0,4 150 1.5 2 300 DO-14
BY 208/1000 1000
BYX 55/350 D 350 8 1,2 60 1,25 5 450 SOD-18
BYX 55/600 600
mesa
c |Valeurs anepasdépasser VE (V) a If (mA)
g [rrl Cd
Types % VReMm | Irrm | IFSM| Rihj-a Bottises
a 1 10 20 50 100 400 ns pF
i (v) (mA) | (Al [(eC/mw)
max max max max max | max | max | max max max
BAS11 D* | 300 2 000 4 0,375 — — 085 | 095 | 1 1,35 6 350 DO-35
BAS12 D* | 400 | 2000 4 0,375 — — 0,85 | 095 | 1 1,35 6 | 350 DO-35
BAX12** D 90 800 6 0,30 — 0,75 0,78 | 0,84 0,90 | 1,25 25 35 SOD-17
BAX13 € 50 150 2 0,60 — 09 1 1,3 1,75 4 3 SOD-17
BAX16 C 150 300 2,5 0,50 0,65 0,85 093 | 11 1.3 50 10 SOD-17
BAX17 C 200 300 25 0,50 0,65 0,75 083 ]| 098 | 1.1 50 10 SOD-17
BAX18 C 75 | 2 000 1,56 0,30 — — 0,751 0,851 0,9 1,1 25 50 SOD-17
planar
max max max max max | max| max | max max max
BA221 D 30 400 4 0,38 0,62 0,75 0,80 — 0,95 — 4 2.5 DO-35
BA222 D 50 225 2 0,60 0,70 0,90 0,98 | 1,10 — 4 2 DO-35
BA316 D 10 225 | 2 0,60 |07 0,85 — — | 9.3 = 4 3 DO-35
BA317 D 30 225 2 0,60 0,7 0,85 — — 11 — 4 3 DO-35
BA318 D 50 225 2 0,60 |07 0,85 — = 1.1 — 4 3 DO-35
BAV10 D 60 600 4 0,50 — 0,75 0,78 — 0,92 | 1,25 6 2,50 DO-35
BAV18 D 60 625 | 1 0,375 = - — - 1 1,25 50 5 DO-35
BAV19** D 120 625 1 0,375 — — — - 1 1,25 50 5 DO-35
BAV20** D | 180 625 | 1 0,375 - 0,85 - = || 4 1,25 50 5 DO-35
BAV21** D 250 625 1 0,375 — 0,85 - - 1 1.25 50 5 DO-35
BAV45(1) D 20 100 — 0,5 — 1 - — — — 350 1.8 TO-18
A| BAV70 D 70 200 | 0,1 0,715 0855 | — | 1.1 1,3 - <6 1,5 | SOT-23 (A)
Al BAV99 D 70 200 0,1 0,715] 0,855 — 1,1 1.3 — < 6 1.8 SOT-23(C)
*BAW21A** D* 70 625 6 0,375 — — — — — 1,35 300 35 DO-35
*BAW21B** D* 90 625 6 0,375 — — — = — 1,35 300 35 DO-35
BAWG62 D 100 225 2 0,60 — 0,80 — 1 — 4 2 DO-35
A| BAWS56(1) D 70 200 0,1 0,715 0,855 - 1.1 3 — <6 2 SOT-23(B)
1N4148** D 100 225 2 0,60 - 1 — — — — 4 4 DO-35
1N4149** D 100 225 0,5 0,60 — 1 — — - = 4 2 DO-35
1N4150 D 50 600 4 0,50 0,62 0,74 0,80 — 0,92 — 6 25 DO-35
1N4151 D 75 450 — 0,50 — — — 1 - — 2 2 DO-35
1N4446%* D 75 450 2 0,60 - — 1 = - = 4 4 DO-35
1N4447*= D 100 225 0,5 0,60 — — 1 — — — 4 2 DO-35
1N4448%* D 75 450 2 0,50 — — 1 - 1 = 4 4 DO-35
1N4449% D 100 225 0,5 0,60 — — — 1,05 — — 4 2 DO-35

(1) IR=10pAaVvVR=20V.
Code d’homologation CCTU/UTE homologué**
A Voir page 32.

78



diodes de signal silicium

planar (suite)

commutation de bande

Valeurs a ne pas dépasser VE (V) & IE (mA)
Types 5 vV, I Rthj-a Cd Boitiers
=1 RRM FRM
% (°C mWw) 100 -
3 ) (mA) P
] max max max max
BA 182 C 30 400 0,4 1,2 0,7 SOD-23
BA 243 D 20 100 0,60 1 2 DO-35
BA 244 D 20 100 0,60 1 2 DO-35
BA 343 D* 25 200 0,60 1.2 1.5 DO-34
BA 344 D* 30 400 0,60 1 0,7 DO-34
commutation - pointe or
5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
©
Types 5 VRRM IFRM IFAV (,,R(‘:'}::‘w) trr Qs VE a IF IR a VR Boitiers
Q
b (V) (mA) | (mA) ns) inC) V) (mAl | (pA) (V)
AAZ 15 M 100 250 140 0,55 350(1) 1.8(2) | <11 250 < 100 100 DO-7
AAZ 17 M 75 250 140 0,55 350 (1) 09(2) <11 250 < 300 75 DO-7
AAZ 18 M 20 300 180 0,55 <70(1) 0,2(2) |<0,78 300 < 50 20 DO-7
OA 47** M 25 150 110 0,55 <70(1) 0,6(2) |<1.1 150 < 100 25 DO-7
(1) IF=10mAavVR=1V (2) IF=10mAavR=10V
RL=100Q Ig=1mA RL=1kQ
usage general - pointe tungstene
5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
©
Types 5 VRRM IFRM IFAV (E‘g}‘;w) VF a IF VF a I IR a VR Boitiers
(o}
il (v) (mA) (mA) (V) (mA) (V) (mA) (pA) (V)
OA 95*+ & 115 150 50 0,55 <0,25 0,1 <2,6 30 <250 100 DO-7
Types homologués CCTU/UTE : **
detection - pointe tungstene
5 Valeurs a ne pas dépasser Caractéristiques a 25 °C
‘§ n i R thi amb \Vi 31 V] 50 | XV .
Types % VRRM IFRM IFAV (°C/mW) FalF F a lF R a VR Boitiers
i (V) (mA) (mA) (V) (mA) (V) (mA) (pA) (V)
OF 305 Rz 15 30 5 0,75 <0,25 0,1 <1 2 < 75 10 DO-7
OA 90 C 30 45 8 0,55 <025 0,1 <1,5 10 < 450 20 DO-7
*2xAA 119 (o 45 100 35 0,65 <03 0,1 <22 10 < 350 45 DO-7

* Diodes fournies exclusivement par paires.
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diodes a variation de capacite

Valeurs a ne pas dépasser B Caractéristiques a 25 °C
ES - -
Types VRM IE IFAV z;g VR alR CqaVRg Boitiers
(V) (mA) (mA) = (V) (nA) (pF) (V)
BA 102 c 20 100 90 | o4 20 | 2000 Cg ‘VR =4 x; >14 |204s 4 | po7
£ ¥ ==
BA102A (2| ¢ 20 100 90 | oa 20 | 2000 | SdVR= 4V) 4, [ 2025 4 | po7
C4(VR=10V)
Cq(VR= 4v)
BA 102 B c 20 100 9 | o4 20 | 2000 | ;A B= 2¥ 594 | 2331 4 | po7
C4q(VR=10V)
CylVp = 4V
BA102C | C 20 100 90 | o4 20 | 2000 c;j—((\%o—v; >14 2938 4 | po7
Vi =
BA102D(2)| C 20 100 90 0,4 20 | 2000 gj_tv';—ﬂg\\;’ >14 | 36-45 4 | po-7
C4(VR= 3V) >37
BB 204 B D 30 100 - 06 0 2 =AVRE S X
3 o | Sve=sov= 265 |<a2 3 | 1092
Cq(VR= 3V) >34
D 100 = 06 20 | 29XR= =¥ _ o .
BB 204 G 30 30 S va=30vi= 265 [<as 3 | 1092
CqlVR= 3V
BB105B (1)| c 30 20 = 04 28 | < s0 ﬁ:ﬁ%f 45 |< 230]| 25 | sop-23
Cq(Vp= 3V)
BB105G (1) C 30 20 - 0.4 28 | < s0 é{v_';?w) >4 < 280 | 25 | sop-23
CqlVrR= 3V
BB106(1) | C 30 20 = 0,4 28 | < s0 c::vg*:zsv: >45 |< 560| 25 | sop-23
BB109G | D* | 30 20 = 0.4 28 | < s0 | GalVR= 3V) o |- 25 | sop-23
A |BBY 31 D* 30 20 20 0,9% 28 <100 CdlVR= 3V) g 17,50 1 S0T-23
0,62 Cq(VR=25V) (D)
BB205B (1) D 28 20 _ 0.4 28 | < 50 gd:zR;zZ\‘;: %5 < 220| 25 | sob-23
d(VR=
BB205G(1)| D | 28 20 — | oa 28 | < 50 % >43 |< 260 | 25 | sop-23
BB206(1) | D* | 30 20 - 04 28 | < 50 E_:%‘F% w5 <6 25 | sop-23
R —
C4(VR=0,5V) > 370 0,5
BB 213 D* 12 100 _ , 8 gg | dVESEO W : 4
< S e=E 20 |< 18 5 SOT-60

1) Fournies appairées par unité d'emballage de 6 000 pieces ; pour autres quantités, sur demande. (2) Non recommandé pour utilisation en grosse quantité.
A Voir page 32.

diodes P.I.N. pour attenuateurs UHF/VHF

Valeurs a ne
Type é S T —— Caractéristiques a 25 °C Bolti
= oitier
TS- VRM = VEalg IRa VR CqaVg rqalg Lg
w
V) [(mA) | (W) (mA) | (RA) ] (v) (pF) v) kD) | (pA ][ (Q) (mA) | (nH)
BA 379 D* 30 20 1 20 <1 10 0,30' 0 1,7 10 4,52 10 2 SOD-52
(1) a 900 MHz.
(2) a 35 MHz.
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diodes Schottky pour melangeurs UHF/VHF

Caractéristiques 8 25 °C

5 Valeurs
E~ anepas
Type 5 | dépasser v 5 Boitiers
s | VR IF VF IF (BR)RA IR IR a VR Cq a F f
o (V) | (mA) (mV) (mA) A% (eA) (wA) [\ (pF) (MHz) (dB) (MHz)
BA 280 D* | 4 30 600 10 4 10 0,25 3 1 1 6.5 900 SOD-23
«Stabistors» stahilisateurs pour faibles tensions
g Valeurs a ne pas depasser . Caractéristiques a 25 °C cd
= thy amb A
Types '565 VRRM IFRM IFav  |(eC/mw) Vi a I VE a IF IR a VR aVR=0V [ gyitiers
2 typ
i (V) (mA) (mA) (V) (mA) (V) (mA) (wA) (V)
BA 220 C 10 400 200 0,50 [<0,62 1 <075 10 <15 10 1,5 DO- 35
BA 314 C 4 250 150 0,38 |<0,76 1 < 0,96 100 <5 4 100 DO- 35
BA 315 C 5 200 100 0,60 |<0,66 1 <0,79 10 <15 5 1 DO- 35
5 Caractéristiques a 25°C 3IF
= IR & VR »
Types ié VE(V) a10mA D SE i Boitier
a m
5] min typ. max (Q) (mV/eC) (wA) (V)
BZX75/C1V4 1,33 1.4 1,47 6 3.3 10 0,5 5
BZX 75/C2V1 1,99 21 2,21 9 5 10 0,5 5 DO-7
BZX75/C2V8 Cc 2,66 2,8 2,94 12 6,6 10 0,2 5] (verre)
BZX 75/C3 V6 3,42 3,6 3,78 15 8,2 10 0,2 5
& Caractéristiques
® Tamb Rthj-a -
Types S v oitiers
= zV) Sy 'z 'z () (oC/mW)
] min typ max (%/°C) (Q) (mA)
BZV 10 D 6,17 6.5 6.8 + 0,010 30 2 0 0,375
BZV 11 D 6,17 6,5 6,8 + 0,005 30 2 a 0,375 DO-35
BZV 12 D 6.17 6,5 6,8 + 0,002 30 2 + 70 0,375 F-80
BZV 13 D 6,17 6,5 6,8 + 0,001 30 2 0,375
BZX 90 D 6,2 6,5 6,8 + 0,010 15 7.5 — bb 0,375
BZX 91 D 6,2 6,5 6,8 + 0,005 15 7.5 a 0,375 DO-35
BZX 92 D 6,2 6,5 6,8 + 0,002 15 7.5 + 100 0,375 F-80
BZX 93 D 6.2 6.5 6,8 + 0,001 15 7.5 0,375
1N 821 D 5,89 6,2 6,51 + 0,010 15 7.5 0,375
1N 821 A D 5,89 6,2 6,51 + 0,010 10 7,5 — bb 0,375
1N 823 D 5,89 6,2 6,51 + 0,005 - 15 7.5 0,375
1N 823 A D 5,89 6,2 6,51 + 0,005 10 7,5 0,375
- 1N 825 D 5,89 6,2 6,51 + 0,002 15 7.5 a 0,375 DO-35
1N 825 A D 5,89 6,2 6,51 + 0,002 10 75 0,375 F-80
1N 827 D 5,89 6,2 6,51 + 0,001 15 7.5 0,375
1N 827 A D 5,89 6,2 6,51 + 0,001 10 75 + 100 0,375
1N 829 D 5,89 6,2 6,51 + 0,0005 15 7.5 0,375
1TN829 A D 5,89 6,2 6,51 + 0,0005 10 7.5 0,375
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424 addddd

diodes tunnel de commutation

S Valeurs limites
s Ip Vp Vv Cj (pF) .
& Ip/Iv i Boitier
Types % IEM IRM (mA) (mV) (mV) aVv
] (mA) (mA)
AEY 25 M 50 50 4,7 >4 75 330 7 DO-17
AEY 26 M 50 50 5 >4 75 330 7
serie400mW (a T h=25°C) planar
am
E Caractéristiques a Izetlf IFetlRa VFetVR Bt
Typee % Vz (V) et VE (V) rzetrg e
i} min typ max Q (mA) (pA) (V)
BZvV 37 D* 6,2 6.5 6.8 20 5 3 2 DO-35
serie150 mW (a T p = 25°C) planar
am
E Caractéristiques a 25 °C a
T Igr max (3) a Vg -
Types 5 Boitier
= Vz(v) Rz (") Sz (pA) (V)
] min typ max (Q) (mV/°C) mA max
BZX 84/C 4V7 D 4,4 4,7 5 80 —-1,4 5 3 2
BZX 84/C 5V1 D 4,8 5,1 54 70 —-0,8 5 3 2
BZX 84/C 5V6 D 5,3 5,6 6 40 +1,2 5 2 2
BZX 84/C 6V2 D 5,8 6,2 6,6 20 +2,3 5 0,5 2
BZX 84/C 6V8 D 6,4 6,8 1,2 20 +3 5 0,1 3 SOT-23 D
BZX 84/C 7V5 D 71 7.5 7.9 20 +4 5 0,1 3
BZX 84/C 8v2 D 7.8 8,2 8,7 20 +5 5 0,1 3
BZX 84/C 9V1 D 8,6 9,1 9,6 20 +6 5 0,1 5
BZX 84/C 10 D 9,4 10 10,6 25 +7 5 0,1 7
BZX 84/C 11 D 10,4 11 11,6 30 +8 5 0,1 )
BZX 84/C 12 D 11,4 12 12,6 30 +9 5 0,1 8
A voir page 32.
serie400 mW (a T b= 25°C) alliees
am
BZY 88/C 3v3 3.1 3.3 3,56 110 - 23 5 3 1
BZY 88/C 3V6 3.4 3,6 3,8 105 - 2 b 3 1
BZY 88/C 3V9 3.7 3,9 4,1 100 — 2,05 5 3 1
BZY 88/C 4V3 4 4,3 4,5 90 - 1,8 5 3 1
BZY 88/C 4V7 4,4 4,7 5 85 — 1,65 5 3 2
BZY 88/C 5V1 4,8 5,1 5,4 75 - 12 5 1 2
BZY 88/C 5V6 5.3 5,6 6 55 — 02 5 1 2
BZY 88/C 6V2 5,8 6,2 6,6 27 + 2 5 1 2
BZY 88/C 6Vv8 6,4 6.8 7,2 15 + 3.2 5 1 3
BZY 88/C 7V5 7.1 7.5 7.9 15 + 4,2 5 0,5 3
BZY 88/C 8V2 7.8 8,2 8,7 20 + 5 5 0,4 3
BZY 88/C 9V1 c 8,6 9.3 9,6 25 + 6 5 0,4 5 DO-7
BZY 88/C 10 9,4 10 10,6 25 + 7 5 25 7
BZY 88/C 11 10,4 11 11,6 35 + 8,7 5 2,5 7
BZY 88/C 12 11,4 12 12,6 35 + 9 5 2,5 8
BzZY 88/C 13 12,4 13 14,1 35 + 10,5 5 2,5 9
BZY 88/C 15 13,9 15 15,6 35 +12,5 5 2,56 10
BZY 88/C 16 15,4 16 L% ] 40 +13 5 2,5 10
BZY 88/C 18 16,9 18 19,1 45 + 16 5 2,5 13
BZY 88/C 20 18,9 20 21,2 50 + 17 5] 2,5 14
BZY 88/C 22 20,8 22 23,3 60 +19 5 2,5 15
BZY 88/C 24 22,7 24 25,9 75 +21 5 2,5 17
BZY 88/C 27 25,1 27 28,9 85 +23,5 5 2,5 19
BZY 88/C 30 28 30 32 95 +26 5 2,5 21




diodes de regulation

serie 400 mW (a Tamb = 25°C) alliees

5 Caractéristiques alz JR A VR
= N
Types s Vz (V) rz Sz Boitiers
g (Q) (mv/eC) | (mA)
w min typ max max typ (LA) (V)
1N 750 A 4.4 4.7 49 19 —0,845 20 2 1
1N751A 4,8 5,1 5,3 17 — 0,405 20 1 1
1N752A 5,3 5,6 5.8 11 0,336 20 1 1
1N753A 5,8 6.2 6.5 7 1,36 20 0.1 1
1N754A M 6.4 6.8 7.1 5 2,38 20 0,1 1 DO-7
1N755A 7.0 7.5 7.8 6 3.37 20 0,1 1
1N 756 A 7.7 8,2 8,6 8 4,26 20 0,1 1
1N757A 8,6 9,1 9,5 10 5,10 20 0,1 1
1N758A 9,5 10 10,4 17 6 20 0,1 1
1N759 A 11,4 12 12,6 30 7.2 20 0,1 1
serie500mW (a T = 25° C) planar
amb
'5 Caractéristiques a Iz IR a VR
Types 2 Vz (V) Boitier
2 'z
&5 min typ max () (mA) (pA) (V)
BZX46/C5V1* 48 5,1 54 17 20 1 1
BZX46/C5V6* 5.2 5,6 6.0 1 20 1 2
BZX46/C6V2* 5,8 6,2 6,6 7 20 1 3
BZX46/C6V8* 6.4 6.8 7.2 4,5 18,56 5 4.8
BZX46/C7V5* 7.0 7.5 7.9 5,5 16,5 5 5,3
BZX46/C8V2* T 8,2 8,7 6.5 15 5 5,8
BZX46/C9V1* 8,5 9,1 9,6 7.5 14 5 6,4
BZX46/C10* 9.4 10 10,6 8,56 12,5 5 7
BZX46/C11* 10,4 11 11,6 9,5 11,5 5 8,4 DO-35 - F.80
BZX46/C12* 11,4 12 12,7 11,5 10,5 5 9,1 (verre)
BZX46/C13* 12,4 13 14,1 13 9,5 5 9,9
BZX46/C15* 13,8 15 15,6 16 8.5 5 11,4
BZX46/C16* 15,3 16 17,1 17 7.8 5 12,2
BZX46/C18* D 16,8 18 19,1 21 7.0 5 13,7
BZX46/C20* 18,8 20 2412 25 6,2 5 15,2
BZX46/C22* 20,8 22 23,3 29 5,6 5 16,7
BZX46/C24* 22,8 24 25,6 33 5,2 5 18,2
BZX46/C27 25,1 27 28,9 41 4.6 5 20,6
BZX46/C30 28 30 32 49 42 5 22,8
BZX46/C33 31 33 35 58 3.8 5 25,1
BZX46/C36 34 36 38 70 3.4 5 27.4
BZX46/C39 37 39 41 80 3.2 5 32,7
BZX46/C43 40 43 46 93 3,0 5 32,7
BZX46/C47 44 47 50 105 2,7 5 36,8
BZX46/C51 48 51 54 125 2,5 5 38,8
BZX46/C56 52 56 60 150 2,2 5 42,6
BZX46/C62 58 62 66 185 2 5 471
* Types homologués CCTU/UTE.
T -m n— R E‘r
DO-7 DO-17
- -
=l
DO-35 SOoT-23
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diodes de regulation (suite)

series 500 mW (a Tamh = 25° G) planar (suite)
5 tamb tamb
S 25°C 150 °C
Types = VzT1/ IZT rZT rzk / 1zK Sz IR IR/ VR Boitier
2 min nom max max max max
ol I\ V) v | mA | () Q) [ mA) | %/°c| (pA) | (pA) (V)
BZX55/C4V7 4,4 4,7 5,0 5 60 600 1 +0,02 0,5 10 1
BZX55/C5V1 4,8 5,1 5.4 5 50 550 1 +0,02 0,1 2 1
BZX55/C5V6 5,2 5,6 6 5 40 450 1 +0,03 0,1 2 1
BZX55/C6V2 5,8 6,2 6,6 5 10 200 1 +0,04 0,1 2 2
BZX55/C6V8 6,4 6,8 7,2 5 8 150 1 +0,045 | 01 2 3
BZX55/C7V5 7 7,5 7.9 5 7 50 1 +0,05 0,1 2 5
BZX55/C8V2 7,7 8,2 8,7 5 7 50 1 +0055| 01 2 6
BZX55/C9V1 8,5 9,1 9,6 5 10 50 1 +0,06 0,1 2 7
BZX55/C10 9,4 10 10,6 5 15 70 1 +0,065 | 0,1 2 75
BZX55/C11 10,4 11 11,6 5 20 70 1 + 0,07 0,1 2 85
BZX55/C12 11,4 12 12,7 5 20 90 1 +0,07 0,1 2 9 [po3srFso
BZX55/C13 12,4 13 14,1 5 26 110 1 +0075| 0,1 2 10 (verre)
BZX55/C15 | D | 138 15 15,6 5 30 110 1 +0075| 01 2
BZX55/C16 15,3 16 17,1 5 40 170 1 +0,080 | 0,1 2 12
BZX55/C18 16,8 18 19,1 5 55 170 1 +0080| 01 2 14
BZX55/C20 16,8 20 219 5 55 220 1 +0080| 01 2 15
BZX55/C22 20,8 22 23,3 5 55 220 1 +0,085| 0,1 2 17
BZX55/C24 22,8 24 25,6 5 80 220 1 +0,085| 0,1 2 18
BZX55/C27 25,1 27 28,9 5 80 220 1 +0085]| 0,1 2 20
BZX55/C30 28 30 32 5 80 220 1 +0,09 0,1 2 22
BZX55/C33 31 33 35 5 80 220 1 +0,09 0,1 5 24
BZX55/C36 34 36 38 5 80 220 1 +0,09 0,1 5 27
BZX55/C39 37 39 41 5 90 250 1 +0,09 0,1 5 28
BZX55/C43 40 43 46 2,5 90 500 0, + 0,09 01 |10 32
series 500 mW (a Tamh = 25°C) planar (suite)
5 Caractéristiques alz IR & VR
©
Types 5 vz (V) Boitier
o rz Sz (mA) (max)
w min typ max (Q) (mV/°C) (WA) (V)
BZX79/C4V7 44 4,7 5,0 80 — 14 3 2
BZX79/C5V1 438 5,1 5,4 60 — 08 5 2 2
BZX79/C5V 6 53 5,6 6 40 + 12 5 1 2
BZX79 /C6V 2 5.8 6.2 6.6 10 + 2.3 2 3 4
BZX 79 /C6V 8 6:4 6.8 7.2 15 + 3 5 2 4
BZX79 /C7V5 7.1 7.5 7.9 15 + 4 5 1 5
BZX79/C8V2 7.8 8,2 8,7 15 + 486 5 0,7 5
BZX79/C9V1 8.6 9,1 9.6 15 + 55 5 05 6
BZX 79 /C 10 9.4 10 10,6 20 + 6.4 5 0.2 7
BZX 79 /C 11 10,4 11 11,6 20 + 7.4 5 0,1 8
BZX 79 /C 12 11,4 12 12,6 25 + 84 5 01 8
BZX79/C13 12,4 13 14,1 30 + 94 5 0,1 8 DO-35
BZX79/C 15 13,9 15 15,6 30 +11,4 5 0,05 10 F-80
BZX79/C 16 D 15,4 16 17.1 40 +124 5 0.05 " (verre)
BZX79/C 18 16,9 18 19,1 45 + 14,4 5 0.05 13
BZX 79/ C 20 18,9 20 21,2 55 + 16,4 5 0,05 14
BZX 79/ C 22 20,8 22 233 55 +18,4 5 0,05 15
BZX 79/ C24 22,7 24 25,9 70 +20,4 5 0,05 17
BZX 79/ C 27 25,1 27 289 80 +235 2 0,05 19
BZX 79/ C 30 28 30 32 80 +26 2 0,05 21
BZX 79/ C 33 31 33 35 80 +29 2 0,05 23
BZX 79/ C 36 34 36 38 90 +31 2 0,05 25
BZX 79/ C 39 37 39 41 130 +34 2 0,05 27
BZX 79/ C 43 40 43 56 150 +37 2 0,05 30
BZX 79/ C 47 44 a7 50 170 +40 2 0.05 33
BZX 79/ C 51 48 51 54 180 +44 2 0,05 36
BZX 79/ C 56 53 56 60 200 +47 2 0,05 39
BZX 79/ C 62 58 62 66 215 +51 2 0,05 43
BZX 79/ C 68 64 68 72 240 +56 2 0.05 48
BZX 79/ C 75 70 75 79 255 +60 2 0,05 52

Les types BZX 79 /C2V 7 a C 4V 3 seront disponibles a partir de début 1976.
Série disponible enVz a + 2 %.
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diodesde regulation
série 1,3 W (a Tamh = 25°C) diffusees

5 Caractéristiques alz IR a VR
Types S Boitier
5 vz (V) rz (Q) Sz (mA)
=3 (mV/°C)
w min typ max max typ (pA) (V)
BZX 61/C6V8 D 6,4 6,8 7.2 5 2,0 50 5 2,0
BZX 61/C7V5 C 7.1 7.5 7,9 6 3,0 20 10 3,0
BZX 61/C8V2 C 7,8 8,2 8,7 7.5 3.3 20 10 3,0
BZX 61/C9V1 C 8,6 9,1 9,6 8,0 4.6 20 10 5,0
BZX 61/C10 C 9,4 10 10,6 8,5 5,0 20 5,0 7.0
BZX 61/C11 C 10,4 11 11,6 9,0 5,5 20 5,0 7.0
BZX 61/C12 c 11,4 12 12,6 9,0 6,0 20 5,0 8,0
BZX 61/C13 C 12,4 13 14,1 10 6,5 20 5,0 9,0
BZX 61/C15 C 13,9 15 15,6 14 9,0 20 5,0 10
BZX 61/C16 C 15,4 16 17.1 16 10 10 5,0 11
BZX 61/C18 c 16,9 18 19,1 20 11 10 5,0 13
BZX 61/C20 C 18,9 20 21,2 22 12 10 5,0 14
BZX 61/C22 C 20,8 22 23,3 23 13 10 5,0 15
BZX 61/C24 C 22,7 24 25,9 25 14 10 5,0 17 DO-15
BZX 61/C27 C 25,1 27 28,9 35 16 10 5,0 19 (ol -
BZX 61/C30 C 28 30 32 40 21 10 5,0 21 plastique)
BZX 61/C33 o 31 33 35 45 23 10 5,0 23
BZX 61/C36 C 34 36 38 50 25 10 5,0 25
BZX 61/C39 C 37 39 41 60 27 5 5,0 27
BZX 61/C43 C 40 43 45 70 30 5 5,0 30
BZX 61/C47 C 44 47 50 80 38 5 5,0 33
BZX 61/C51 o 48 51 54 95 41 5 5,0 36
BZX 61/C56 c 53 56 60 105 45 5 5,0 39
BZX 61/C62 C 58 62 66 110 50 5 5,0 43
BZX 61/C68 C 64 68 72 120 54 5 5,0 48
BZX 61/C75 C 71 75 79 135 60 5 5,0 52
BZX 61/C82 D 77 82 87 175 50 5 5,0 55
BZX 61/C91 D 85 91 96 200 60 5 5,0 60
BZX 61/C100 D 94 100 106 220 65 5 5,0 66
BZX 61/C110 D 104 110 116 250 70 5 5,0 70
BZX 61/C120 D 114 120 127 270 84 5 5,0 80
BZX 61/C130 D 124 130 141 300 20 5 5,0 90
BZX 61/C150 D 138 150 156 950 120 2 50 | 100
BZX 61/C160 D 153 160 171 1 000 130 2 50| 110
BZX 61/C180 D 168 180 191 1100 145 2 50 | 120
BZX 61/C200 D 188 200 212 1250 160 2 50 | 140
serie 1.5 W (a Ty = 25° €)
Planars
BZX 87/C5V1 4.8 5,1 5,4 10 — 05 50 10 2
BZX 87/C5V6 5,3 5,6 6 5 + 1 50 10 2
BZX 87/C6V2 5,8 6,2 6,6 3 + 2 50 5 2
BZX 87/C6V8 6,4 6,8 7.2 3 + 3 20 3 3
BZX 87/C7V5 7.1 7.5 7.9 3 + 4 20 1 3
BZX 87/C8Vv2 7.8 8,2 8,7 4 + 5 20 1 3
BZX 87/C9V1 8,6 9.1 9,6 4 + 6 20 1 5
BZX 87/C10 9.4 10 10,6 5 + 7 20 1 2/3 VZnom
BZX 87/C11 104 11 11,6 5 + 7 20 1 2/2 VZnom
BZX 87/C12 11,4 12 12,6 6 + 8 20 1 2/3 VZnom
BZX 87/C13 12,4 13 14,1 7 + 8,5 20 1 2/3 VZnom
BZX 87/C15 13,9 15 15,6 10 + 10,56 20 1 2/3 VZnom
BZX 87/C16 154 16 17,1 10 +12 10 1 2/3 VZnom SOD-51
BZX 87/C18 D 16,9 18 19,1 15 +14 10 1 2/3 VZnom (verre)
BZX 87/C20 18,9 20 21,2 15 +16 10 1 2/3 VZnom |connexions
BZX 87/C22 10,8 22 23,3 20 +18 10 1 2/3 VZnom &= 1 mm
BZX 87/C24 22,7 24 25,9 20 + 20 10 1 2/3 VZnom
BZX 87/C27 25,1 27 28,9 25 +23 10 1 2/3 VZnom
BZX 87/C30 28 30 32 25 + 26 10 1 1/3 VZnom
BZX 87/C33 31 33 35 30 + 30 10 1 2/3 VZnom
BZX 87/C36 34 36 38 35 + 33 10 1 2/3 VZnom
BZX 87/C39 37 39 41 40 + 36 5 1 2/3 VZnom
BZX 87/C43 40 43 45 50 +40 5 1 2/3 VZnom
BZX 87/C47 44 47 50 60 + 45 5 1 2/3 VZnom
BZX 87/C51 48 51 54 70 + 49 5 1 2/3 VZnom
BZX 87/C56 53 56 60 80 + 55 5 1 2/3 VZnom
BZX 87/C82 58 62 66 90 + 61 5 1 2/3 VZnom
BZX 87/C68 64 68 72 110 + 68 5 1 2/3 VZnom
BZX 87/C75 71 75 79 125 +74 5 1 2/3 VZnom




diodes de regulation (suite)

série 1,5 W (a T, = 25°C)

5 Caractéristiques (Tj=25 °C) alz IR & VR
Types i) vz () s Boitiers
% Sz (mA)
f min typ max typ max (mV/°C) (pA) (V)
DIFFUSEES
BZY 95/C10 9,4 10 10,6 0,75 4 7 50
BZY 95/C11 10,4 11 11,6 0,8 4,5 7.5 50
BZY 95/C12 11,4 12 12,6 0,85 5 8 50
BZY 95/C13 12,4 13 141 0,90 6 8,5 50
BZY 95/C15 13,9 15 15,6 1 8 10 50
BZY 95/C16 15,4 16 17.1 2.4 9 11 20
BZY 95/C18 16,9 18 19,1 2,5 11 12 20
BZY 95/C20 18,9 20 21,2 2.8 12 14 20
BZY 95/C22 20,8 22 23,3 3 13 16 20
BZY 95/C24 22,7 24 25,9 3,4 14 18 20
BZY 95/C27 (o 25,1 27 28,9 3,8 18 20 20 |<10pA |VrR=2/3 DO-1
BZY 95/C30 28 30 32 4,5 29 25 20 vz (métal)
BZY 95/C33 31 33 35 5 25 30 20
BZY 95/C36 34 36 38 5,5 30 32 20
BZY 95/C39 37 39 41 12 35 35 10
BZY 95/C43 40 43 45 13 40 40 10
BZY 95/C47 44 47 50 14 50 45 10
BZY 95/C51 48 51 54 15 55 50 10
BZY 95/C56 53 56 60 17 63 55 10
BZY 95/C62 58 62 66 18 75 60 10
BZY 95/C68 64 68 72 18 90 65 10
BZY 95/C75 71 75 79 20 100 70 10
ALLIEES
BZY 96/C4V7 4.4 4,7 50 2,5 10 —-06 100 20 1
BZY 96/C5V1 4.8 5,1 5,4 1 5 +0,1 100 20 1
BZY 96/C6V6 53 5,6 6 0,7 4 +1 100 20 1 B
BZY 96/C6V2 5,8 6,2 6,6 0,6 3 42 100 20 2 o
BZY 96/C6V8 (6 6.4 6.8 7.2 0,6 3 %3 100 20 2 (métal)
BZY 96/C7V5 7.1 7,5 7.9 1 35 +4 50 20 3
BZY 96/C8V2 7.8 8.2 8.7 1,2 3,5 +5 50 20 5,6
BZY 96/C9V1 8.6 9,1 9,6 1,8 4,5 +6.4 50 20 6,2
serie25W(aT = 25° C) diffusees
amb
_é Caractéristiques (Tj= 25 °C) Iz IRa Vy
Tunds 8 Boitiers
e 2 (Vz (V) rz(Q) Sz

X min typ max typ max | (mV/°C) | (mA) (uA) (V)
BZX 70/C10 9,4 10 10,6 0,75 4,0 7,0 50
BZX 70/C11 10,4 11 11,6 0,80 4,5 7.5 50
BZX 70/C12 1.4 12 12,7 0,85 5,0 8,0 50
BZX 70/C13 12,4 13 14,1 0,90 6,0 8,5 50
BZX 70/C15 13,9 15 15,6 1,00 8,0 10,0 50
BZX 70/C16 15,3 16 17,1 2,4 9,0 11,0 20
BZX 70/C18 16,8 18 19,1 2,5 11,0 12,0 20
BZX 70/C20 18,8 20 21,2 2.8 12,0 14,0 20
BZX 70/C22 20,8 22 23,3 3,0 13,0 16,0 20
BZX 70/C24 D 22,7 24 259 3,4 14,0 18,0 20 | 10pA |Vg=2/3] SOD-18
BZX 70/C27 25,1 27 28,9 3,8 18,0 20,0 20 v
BZX 70/C30 28 30 32 45 22,0 25,0 20 z
BZX 70/C33 31 33 35 5,0 25,0 30,0 20
BZX 70/C36 34 36 38 5,5 30,0 32,0 20
BZX 70/C39 37 39 41 12 35 35,0 10
BZX 70/C43 40 43 46 13 40 40,0 10
BZX 70/C47 44 47 50 14 50 45,0 10
BZX 70/C51 48 51 54 15 55 50,0 10
BZX 70/C56 52 56 60 17 63 55,0 10
BZX 70/C62 58 62 66 18 75 60,0 10
BZX 70/C68 64 68 72 18 90 65,0 10
BZX 70/C75 71 75 79 20 100 70,0 10
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serie 20 W (a Tomh = 75°C) diffusées

S Caractéristiques (Tj - 25 °C) alz IR & VR
© age
Types (*) E’ vz (V) = ” Boitier
o (1) 4
i min typ. max max (mv/°C) (A) (pA) (V)
BZY93/C 7V 5(R) 7 7.5 7.9 0,3 3 2 100 2
BZY93/C8V 2 (R) A7 8,2 8,7 0,3 4 2 100 5,6
BZY93/C9V 1(R) 8.6 9,1 9,6 0,5 5 1 50 6,2
BZY 93/C 10 (R) 9,4 10 10,6 0,5 7 1 50 6,8
BZY 93/C 11 (R) 10,4 31 11,6 1 7.5 1 50 7.5
BZY 93/C 12 (R) 1.4 12 12,6 1 8 1 50 8,2
BZY 93/C 13 (R) 12,4 13 14,1 1 8.5 1 50 9,1
BZY 93/C 15 (R) 13.9 15 15,6 1.2 10 1. 50 10
BZY 93/C 16 (R) 15,4 16 171 1,2 11 0,5 50 11
BZY 93/C 18 (R) 16,9 18 19,1 1,5 12 0,5 50 12 DO-4
BZY 93/C 20 (R) 18,9 20 21,2 1,56 14 0,5 50 13 o
BZY 93/C 22 (R) G 20,8 22 23,3 1,8 16 0,5 50 15 i,
BZY 93/C 24 (R) 22.7 24 25,9 2 18 0,5 50 16 boitier
BZY 93/C 27 (R) 25,1 27 28,9 2 21 0.5 50 18 avis)
BZY 93/C 30 (R) 28 30 32 2,5 25 0.5 50 20
BZY 93/C 33 (R) 31 33 35 3 30 0,5 50 22
BZY 93/C 36 (R) 34 36 38 4 32 0.2 50 24
BZY 93/C 39 (R) 37 39 41 5 35 0,2 50 27
BZY 93/C 43 (R) 40 43 45 6.5 40 0,2 50 30
BZY 93/C 47 (R) 44 47 50 7 45 0,2 50 33
BZY 93/C 51 (R) 48 51 54 7.5 50 0,2 50 36
BZY 93/C 56 (R) 53 56 60 8 55 0.2 50 39
BZY 93/C 62 (R) 58 62 66 9 60 0,2 50 43
BZY 93/C 68 (R) 64 68 72 10 65 0,2 50 47
BZY 93/C 75 (R) 72 75 79 10,5 70 0.2 50 51
(*) Disponibles dans les deux polarités.
serie 75 W (a T = 65°C) diffusees
c Caractéristiques (T, =25 °C) alz IR &8 VR
(@]
= v
Types * £ vz (V) iz (Q) Sz Boitier
2 (mV/°C) (A) (mA) (V)
o 5 max
min nom max typ.
BZY 91/C 10 (R) 9,4 10 10,6 0.4 9 2 1 6,8
BZY91/C 11 (R) 10,4 11 11,6 0,4 10 2 1 7.8
BZY91/C 12 (R) 11,4 12 12,6 0,5 11 2 1 8,2
BZY 91/C 13 (R) 12,4 13 141 0,5 12 2 1 9,1
BZY 91/C 15 (R) 13,9 15 15,6 0,6 13 2 1 10
BZY91/C 16 (R) 15,4 16 7a 0,6 16 2 1 11
BZY 91/C 18 (R) 16,9 18 19,1 0,7 16 2 1 12
BZY 91/C 20 (R) 18,9 20 21,2 0,8 15 1 1 13
BZY 91/C 22 (R) 20,8 22 23,3 0,8 17 1 1 15 DO-5
BZY 91/C 24 (R) 227 24 25,9 0,9 19 1 1 16 (métal,
BZY 91/C 27 (R) C 25,1 27 28,9 1 21 1 1 18 boitier
BZY 91/C 30 (R) 28 30 32 151 25 1 1 20 a vis)
BZY 91/C 33 (R) 31 33 35 1.2 28 1 1 22
BZY 91/C 36 (R) 34 36 38 1.3 32 1 1 24
BZY 91/C 39 (R) 37 39 41 1.4 35 0,5 1 27
BZY91/C 43 (R) 40 43 45 1.5 39 0,5 1 30
BZY 91/C 47 (R) 44 47 50 1,7 44 0,5 1 33
BZY 91/C 51 (R) 48 51 54 1.8 48 0.5 1 36
BZY 91/C 56 (R) 53 56 60 2 53 0,5 1 39
BZY 91/C 62 (R) 58 62 66 2.9 58 0,5 1 43
BZY 91/C 68 (R) 64 68 72 2,4 64 0,5 1 47
BZY 91/C 75 (R) 71 75 79 2,6 71 0,5 1 51

(*) Disponibles dans les deux polarités.



diodes ecréteuses de surtensions

série BZW 96: 50 W a 10 ms "

é (2)
B £ VRaIRM V(BRIR 3 IR VicLR & IRSM
e (V) (V) (A
gl ™ (mA) (V) (mA) typ max ) Boitier
BZW96/3 V9 3,9 2 4,4 100 6,5 8,2 10
BZW96/4 V3 4.3 0.2 4.8 100 7.5 8,8 10
BZW96/4 V7 4,7 02 53 100 8 9,4 10
BZW96/5V1 |D* 5,1 0,2 5,8 100 8,5 10 10 DO-1
BZW96/5 V6 5,6 0.2 6.4 100 9,5 11 10 (métal)
BZW96/6 V2 6,2 0,1 7.1 50 11 13 10
BZW96/6 V8 6.8 0,1 7.7 50 13 15 10
BZW96/7 V5 7.5 0,1 8,6 50 14 15 10
serie BZW 70: 140 W a 10 ms"”
=
S (2)
Types £ VRa Irm VIBRIRAIR VeHRI RS M Boitier
- (V) (mA) (\2] (mA) (V) (V) (A)
35 typ max
BZW 70/5 V6 5,6 0,5 6,4 50 9 10 20
BZW70/6 V2 6,2 0,5 7 50 10 11,2 20
BZW70/6 V8 6.8 0,5 7,7 50 11 12,5 20
BZW70/7 V5 7.5 0,1 8,5 50 12 14 20
BZW70/8 V2 - 82 0,1 9,4 50 13,5 15,5 20
BZW70/9 V1 9,1 0,1 10,4 50 15 17,5 20
BZW70/10 10 0,1 11,4 50 17 19 20
BZW70/11 1 0,1 12,4 50 19 21 20
BZW70/12 12 0,1 13,8 50 21 23 20
Bwoods || | ool [ | R B B |
; / 20 22 26 10
BZW70/16 16 0.1 18,8 20 25 29 10 SOD-18
BZW70/18 D* 18 0,1 20,8 20 28 33 10 (plastique
BZW70/20 20 0,1 22,8 20 32 38 10 connexions
BZW70/22 22 0,1 25,1 20 36 43 10 Z=1mm)
- T N I S B S
: 20 47 54 10
BZW70/30 30 0,1 34 20 44 52 5
BZW70/33 33 0.1 37 10 49 58 5
BZW70/36 36 0,1 40 10 56 65 5
BZW70/39 39 0,1 44 10 63 72 5
BZW70/43 43 0,1 48 10 71 82 5
BZW70/47 47 0,1 52 10 80 93 5
BZW70/51 51 0,1 58 10 89 104 5
BZW?70/56 56 0,1 64 10 98 116 5
BZW70/62 62 0.1 70 10 104 116 5
(1) Exponentiel Tj= 25 °C.
(2) tp= 500 s
I b
.u' F
T {
i _ 1
[ ¥
DO 1 DO 4 DO5 DO 35 SOD 18 SOD 51
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série BZW 95: 180 W a 10 ms""

[ o=
o
3 VRaIRM V(BRIR 4 IR VeL (r)a lrsm 2!
Types % (V) (mA) V) (mA) t(\/) (V) (A) Boitier
3 yp max
BZW95/5 V6 5,6 0,5 6,4 50 9 10 20
BZW95/6 V2 6,2 0,5 7 50 10 11,2 20
BZW95/6 V8 6,8 0,5 7.7 50 11 12,5 20
BZW95/7 V5 7.5 0,1 8,5 50 12 14 20
BZW95/8 V2 8,2 0,1 9.4 50 13,5 15,5 20
BZW95/9 V1 9,1 0,1 10,4 50 15 17,5 20
BZW95/10 10 0,1 11,4 50 17 19 20
BZW95/11 11 0.1 12,4 50 19 21 20
BZW95/12 12 0,1 13,8 50 21 23 20
BZW95/13 13 0,1 15,3 20 23 26 20
BZW95/15 15 0,1 16,8 20 22 26 10
BZW95/16 16 0,1 18.8 20 25 29 10 DG
BzwW95/18 |D*| 18 0.1 20,8 20 28 33 10 {métsal)
BZWS95/20 20 0,1 22,8 20 32 38 10
BZW95/22 22 0,1 25,1 20 36 43 10
BZW95/24 24 0,1 28 20 41 48 10
BZW95/27 27 0,1 31 20 47 54 10
BZW95/30 30 0,1 34 20 44 52 5
BZW95/33 33 0,1 37 10 49 58 5
BZW95/36 36 0,1 40 10 56 65 5
BZW95/39 39 0,1 44 10 63 72 5
BZW95/43 43 0,1 48 10 7' 82 5
BZW95/47 47 0,1 52 10 80 93 5
BZW95/51 51 0,1 58 10 89 104 5
BZW95/56 56 0.1 64 10 98 116 5
BZW95/62 62 0,1 70 10 104 116 5
série BZW 93: 210 W a 10 ms"
=
2 (2)
* 2 VR alrm V(BR)R 2 IR VcL (R)@ IRSM »
s 2l wm (mA) V) (A) V) (V) (A) B
X typ max
BZW93/5 V6 (R) 5,6 0,5 6.4 2 9 10 20
BZW93/6 V2 (R) 6,2 0,5 7 2 10 11,2 20
BZW93/6 V8 (R) 6.8 0,5 7.7 2 11 12,5 20
BZW93/7 V5 (R) 7.5 0,1 8,5 1 12 | 14 20
BZW93/8 V2 (R) 8,2 0,1 9,4 1 13,5 15,5 20
BZW93/9 V1 (R) 9,1 0.1 10,4 1 15 17,5 20
BZW93/10 (R) 10 0.1 11,4 1 17 19 20
BZW93/11 (R) 11 0,1 12,4 1 19 24 20
BZW93/12 (R) 12 0,1 13,8 1 21 23 20
BZW93/13 (R) 13 0,1 15,3 0,5 23 26 20 DO-4
BZW93/15 (R) 15 0.1 16,8 0,5 22 26 10 (nétal
BZW93/16 (R) |[p*| 16 0,1 12,8 0,5 25 29 10 boitier
BZW93/18 (R) 18 0,1 20,8 0,5 28 33 10 5 whe)
BZW93/20 (R) 20 0,1 22,8 0,5 32 38 10
BZW93/22 (R) 22 0.1 25,1 0,5 36 43 10
BZW93/24 (R) 24 0,1 28 0,5 41 48 10
BZW93/27 (R) 27 0.1 31 0,5 47 54 10
BZW93/30 (R) 30 0.1 34 0.2 44 52 5
BZW93/33 (R) 33 0,1 37 0,2 49 58 5
BZW93/36 (R) 36 0,1 40 0,2 56 65 5
BZW93/39 (R) 39 0,1 44 0.2 63 72 5
BZW93/43 (R) 43 0,1 48 0,2 71 82 5
BZW93/47 (R) 47 0,1 52 0,2 80 93 5
BZW93/51 (R) 51 0,1 58 0.2 89 104 5
BZW93/56 (R) 56 0,1 64 0,2 98 116 5
BZW93/62 (R) 62 0,1 70 0,2 104 116 5

(1) Exponentiel TTj‘—— 25°C.
(2) tp= 500p-s.



série BZW 91: 2800 W a 10 ms "’

c R (2)
; 2 VR 3 IRM V(BR)R @ IR VCL(R) alrsm
Types £ (V) (mA) V) (A) (V) (V) (A) Boitier
o
% typ max
BZW91/5V6(R) 5,6 60 6,4 5 8,5 9,5 150
BZW91/6V2(R) 6,2 60 7 5 9,5 10,5 150
BZW91 6V8(R) 6,8 60 7.7 5 10 11,6 150
BZW91/7V5(R) 7.5 5 8,5 2 11 12,5 150
BZW91/8V2(R) 8,2 5 9,4 2 12 13,5 150
BZW91/9V1(R) 9,1 5 10,4 2 13 15 150
BZW91/10 (R) 10 5 1.4 2 14,5 17 150
BZW91/11 (R) 11 5 12,4 2 16 19 150
BZW91/12 (R) 12 5 13,8 2 17,5 22 150
BZW91/13 (R) 13 5 15,3 2 19 26 150
BZW91/15 (R) 15 5 16,8 2 22 28 100 DO-5
BZW91/16 (R) [D*| 16 5 18.8 1 24 31 100 (métal
BZW91/18 (R) 18 5 20,8 1 26 34 100 boitier
BZW91/20 (R) 20 5 22.8 1 28 37 100 a vis)
BZW91/22 (R) 22 5 25,1 1 31 40 100
BZW91/24 (R) 24 5 28 1 34 44 100
BZWS91/27 (R) 27 5 31 1 38 48 100
BZW91/30 (R) 30 5 34 1 40 52 50
BZW91/33 (R) 33 10 37 0,5 44 56 50
BZW91/36 (R) 36 10 40 0,5 49 61 50
BZW91/39 (R) 39 10 44 0,5 54 66 50
BZwW91/43 (R) 43 10 48 0,5 60 72 50
BZW91/47 (R) 47 10 52 0,5 66 79 50
BZW91/61 (R) 51 10 58 0.5 72 87 50
BZW91/56 (R) 56 10 64 0,5 79 97 50
BZW91/62 (R) 62 10 70 0,5 86 97 50
(1) Exponentiel ;Tj =25°C.
(2) tp=500ps.

90




optoelectronique

91



photopiles solaires pour applications terrestres

Les générateurs a photopiles solaires se caractérisent par leur :

@ Fiabilité

@® Autonomie

@® Tenue aux conditions climatiques séveres.

Un générateur solaire est constitué par un ensemble de modules solaires associé ou non a une batterie d'accumu-
lateurs. Ces deux éléments sont couplés par I'intermédiaire d’une diode.

Un générateur solaire est défini par :

— la puissance créte de la cellule qu'il faut installer ;
— la capacité de la batterie en ampéres/heure et la tension nominale d'utilisation.

Pour déterminer ces éléments, il faut connaitre :

— l'énergie disponible sur les lieux de I'installation ;

— la puissance moyenne* consommée par l'utilisation ;

— la tension nominale d’utilisation.

Les régions les plus concernées par I'énergie solaire se situent de part et d'autre de I'Equateur et comprises entre
les 40¢ paralleles.

Dans ces régions la puissance créte a installer est de 6 a 10 fois la puissance moyenne d'utilisation.

* La puissance moyenne Py dépend de la puissance nominale d'utilisation (PN) et du temps de fonctionnement par jour dans le rapport

Pu=P :
Uu=PNx —
NT 2

applications

Dans les sites isolés, alimentation de :

® Réémetteurs HF, transmetteurs HF

@® Récepteurs de télévision

@ Postes téléphoniques le long des pistes et des autoroutes
@ Stations de pompage de I'eau

® Balises lumineuses et radioélectriques.

exemples de réalisations :

Puissance
Lieu Année moyenne Nombre
d'installation d'installation consommée de modules
24 hsur24 BPX 47
(W)
REEMETTEURS
12 W-48 V Nice 1971 12 16
16 W-12 V Amérique du Sud 1973 6 12
Italie 1976 120
POSTES DE TELEVISION
34 W-36 V Niger 1968 6 6
BALISES
radioélectriques 25 WHF Bordeaux 1968 34 -
Manche 1973 6 14
Arabie
Saoudite 1973 6 6
Niger 1975 20 20
lumineuses 12 W-12 V Mali 1975 20 20
Haute-Volta 1975 20 20
Pacifique 1975 50 72
BOUEES EN MER Australie 1976 60
POMPAGE DE L'EAU
Stations 500 W Afrique 1975 40
Afrique 1976 40
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quelques exemples d’applications

BALISAGE DE L'AEROPORT

DE MEDINE

caractéristiques

Puissance nominale 12 W
Puissance moyenne 6 W

Energie au lieu d'installation 750 kJ/cm?/an
Puissance créte installée 39 W
Capacité de la batterie 12 V-400 Ah

BALISAGE EN MER

caracteristiques

Puissance nominale 12W
Puissance moyenne 6 W

Energie au lieu de l'installation 350 kd/cm?/an
Puissance créte installée Igow
Capacité de la batterie 12 V-600 Ah

module de cellules au silicium
BPX 47 A

& Caractéristiques {T=25°C E= 100 mW/cm?)

.g Réponse Maximum - au point de fonctionnement optimal

8 spectrale de Dimensions Tension Courant

S a mi-intensité | sensibilité en circuit en court- Tension Intensité Puissance
Q ouvert circuit

w {(nm) (nm) (mm) (V) (mA) V) (mA) W)

C 490(?03 800 ggg X 20 720 15,5 690 10,7
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afficheurs numerigques solides (Ga As P), (Ga P As)

cay 25
. Lo cays1
Echelle~1/2
caQy 84

voyants electroluminescents (Ga As P), (Ga P), (Ga P As)

e

CQY24A

N

cay53 (sOD-70/B)

\

cays4  (SOD-53/A)
Echelle 5
cay79  (SOT-23)
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e s | Eg| 8% |333 58
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cay 25 M 7 3x2 R C
cay 25A M 7 3x2 R c
cay 81 C 7 7,6 x5,2 R A
cay 81A C 7 7,6 x52 R A
cay 81B D* 5 h=7.1 R A
cays8ic D* 7 7,6 x5,2 J A
cay 82c D 7 11 %72 J A
cay 82D D 7 | 11x7.2 J A
caQy 82E D* 5 h=10,2 J A
cay 84 C 7 19,6 x 12 R A
298 cQy D* | 7+2 19,6 x 12 R C

Diameétre

cQyY 61B C = 5 R —
caQy 24A C — 5 R =
cay 54 e X 3 R =
CcQy 53 M — Ponctuel R —
cay79 D= — Ponctuel R -
cay 88 D = R ==
cay 94 D — 5 v 5
cay 95 D = 3 Y, —
cay 96 D = 5 J —
cay 97 D = 3 J =




= Valeurs maximales (Tamp= 25 °C) Caractéristiques (Tamp = 20 °C)
Llo2 B
012 8| yaxi
5 i1 aximum . Rési Atidia
: » © 0 Intensité ésistances ' . , g
,Zj, E g e g%;pizzitc:ﬁ Tansion e Puissance | thermiques Tension Luminance d ouverture
ElEEo 3 A s max a mi-
o |EE3% VR algr P dissipée Rth-j-a s it y .
a|lcg g ar VEalE Intensité intensité
1] 1] I 'E (nm) segment lumineuse alp
o|lz =
iy (V) (wA) (mA) (mw) ec/w) V) | mA) | (edt®) | tmed) | ma) | @)
) N - 650 3 100 10 160 375 2 5 1025 5 120
) N 650 3 100 10 160 375 2 5 1025 5 120
3 N 650 3 100 30 400 150 2 20 — 0,2 20 120
) N 650 3 100 30 400 150 2 20 - 0,2 20 120
3 | 650 3 100 30 400 150 2 20 — 0,2 20 120
3 N 583 3 100 25 400 150 2 20 - 0,2 20 120
3 N 583 5 100 20 530 115 3,3 60(1) - 025 | 5 120
) N 583 5 100 20 530 115 3,3 60(1) = 0,25 5 120
3 | 583 5 100 20 530 115 3.3 60(1) = 0,25 5 120
) N 650 3 100 30 400 85 2 20 - 0,2 20 120
= F 650 3 100 25 500 85 2 20 — 0,2 20 120
(1) Valeur de créte.
- s 650 3 25 50 100 500 2 20 510 1.5 20 70
~ - 650 3 25 50 100 500 2 20 510 1,5 20 70
= = 650 3 100 50 100 500 2 20 - 0,9 20 80
- = 650 3 100 70 125 320 1,75 | 10 - 0.4 10 110
- - 650 3 100 50 100 750 2 20 — 0,4 10 100
—~ — 650 3 100 10 20 2 000 2 5 — 0,5 5 50
~ — 560 3 100 20 60 750 3 10 — 1 10 30
= — 560 3 100 20 60 750‘ 3 10 = 1 10 60
- - 580 3 100 20 60 750 3 10 - 1 10 30
- - 580 3 100 20 60 750 3 10 - 1 10 60
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diodes eélectroluminescentes Ga As (infra-rouge)

©
5 o .
§ | &8s 23
o s N b
Type .g 'g g 2‘: L Tension
o 50 3 SE
x pa—— —
0 ETa S © VF
E 2 -
s
(V)
i) 3)
L .E" cay 11B (o 880 40 1,6
cay11B (SOD-29/2) caviic (SOD-29/1)
cay11ic c 880 40 1.6
cav49B cav4gc
cay 49B/C c 930 40 1,5
¢ €:3) Frad
(SOT-70/A) cQY 50/52 (SOT-71/B) cQy 50/52 c 930 40 1.5
cayss c 875 50 1,5
cay 89 D* 930 50 1.3
cays8  (SOD-53/B) cay 89
) E E oo R
3 S EE éponse
5 3 gg 3 £ :>: spectrale
T T | BEE | EE3
¥pe 2 D 5 528
P g en > | EEE
— § | Eal | B85
w o =L
g v (nm)
OAP 12
OAP 12 c Ge L 25?8 (f
) 500 a
BPX 69 c Si L s
BPX 69 BPY77 (SOD-29/1)
) 500 a
BPY 77 M Si L spid
) . 4003
BPY 1 c
J—— h 3 Si F 1100
BPY 13 SOD-49/3 BPX 40
: ) BPX 40 c Si = oo
1000
. 500 a
BPX c -
_— G a1 Si 0
) 500 a
BPX 41 BPX 42 BPX 42 ¢ ol - 1000
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ileurs maximales (Tgmp = 25 °C) Résistances Caractéristiques (Tamp = 25 °C)
thermiques
Puissance § L w
Intensité dissipée ‘g Jg Intensité Luminance S = é > Efticacité
[FRM en continu ® it énergétique typique ©o295] ¢6 minimale
alg Ig sans -g = min. _8 g | g E
radiateur a &« 5 w>5| © é
Q - [
Tamb g = 5 ©
(mA) (mA) (mA) (mW) °C) (°C/mW) (mW.Sr'*A ) |(mW.cm=2.Sr") 2 (na) g (mWA™)
150 3
30 30 200 [ s0 | <95 [ 06 |o0225 (g=20ma) | 30 70 (IE =20 mA)
3
30 30 200 50 <95 0,655 | 0,225 — 30 - (IE= 20 mA)
B:6 IF= 20
— <2 =
20 100 150 5 0,665 0,665 C:50 } 50 m 500 30 (I = 100 mA)
50:9 IF= 50: 8 | Ig=
50 10 500 150 <25 0,65 0,66 _ 500 35
9 52 :22,5 [ 20 mA 52:10 | 20mA
0 <25 1 1 20 IF= 30 =0
50 50 = Lo 20 mA - - llF =20 mA)
50 50 1 000 115 45 0,75 = 20 IF= 500 3 s
' 20 mA B = IF = 100 mA)
Valeurs o i
° aximalas & Caractéristiques (Tamp = 25 °C)
£ ® E 5
EE €8 |Tension| 3o % T Sensibilité minimale Courant .
c O a8 £e £ pour d’obscurité ac oo Capacité
2 < 2| s= E et §E8 |52 i v
© L o o o £ °3 typiqgue a VR
25| @ a I R
b Tc VR VR B
{(nm) (mm?) (V) (mW) [CC.mW ') (uA) (°K)  |mW/cm?)| (V) (nA) (V) ps ks (pF) (v)
1500 3 30 - — 50 2 856 7,7 10 15 10 — — - =
800 1,5 100 80 1,25 150 2 856 15 50 0,05 50 13 8 3.5 50
800 6 100 200 0,6 1 (1) 1 10 0,002 10 0,01 0,01 3 30
800 12 50 250 0,3 40 2 856 4,75 50 1 20 0,07 — 15 20
800 2.1 18 = 0,5 8,6 | 2700 7,7 15 0,5 15 — — 90 15
800 6,6 18 - 0,5 25 2700 b 4 15 1 15 = = 250 15
800 25 12 = 0.3 100 | 2700 | 7.7 10 5 10 = — | 1000 10
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phototransistors au silicium (NPN)

98

N}

S 0o E=

© c O 248

R = 23 ¥

e Q o @

Q o % 7]

ai 20

o

.Ea (nm) (nm)
s oo,

N— BPX 25 c 00-1 000 800

BPX 29 W}J\“/ﬁ’ BPX 29 c 500-1 000 800

» P X BPX 70 BPX 70(a) C | 500-1000 800

BPX 71 ﬁ BPX 71(b) c 500-1 000 800

BPX 72 ﬂ BPX 72(c) c 500-1 000 800

e ——F % ) BPX 95 A BPX 95 A C 500-1 000 800

BPW 22 BPW 22 D 500-1 000 800

BPW 71 BPW 71 c 500-1 000 800




Valeurs maximales - Caractéristiques (Tamp = 25 °C)
[0} 3
© v 05 T
= 2 558 E
= ] ¢ 2% —— = a Sensibilité minimale Cotiant
5 g sS=a | Vceo o £ £ : i ® o
3 S5 ® £ s d’obscurité ) 2o
. b o0 = 8= 223 a2
g & |zez lem k. g @ Egs §§§
5 £ 323 & o E a ~ ~ o
» %} lin i = VCE
-l A Tc VCE
{mm?) (v) (mA) (mw) | °c/mw) (mA) | °K  mW/ecm?)| (v) (nA) (V) us us
,3 6 L 32 100 300 0,4 2,5 2700 7.7 24 | 1000 | 24 1,8 1,8
),3 0,3 F 32 100 300 0.4 0,25 |2 700 7.7 24 | 1000 | 24 2.4 2,4
), 1 0,2 P 30 50 180 0,55 0,1 2 856 4,75 5 100 | 20 3 2
), 1 1,7 L 50 50 100 2 0,75 |2856 | 20 5 25 | 30 3 5
,1 0,2 P 30 50 180 0,55 0,5 2856 | 4,75 5 100 | 20 6 4
), 1 1 P 30 50 100 0,75 5 2856 | 4,75 5 100 | 20 3 2
), 1 — P 30 50 50 1,5 6 875*| ' 5 5 100 | 20 7.5 7.5
1,7 L 30 150 100 095 |15 930*| 1 5 25 10 60 40
* X ennm

(a) Pour un éclairement de 4,75 mW/cm?® a Tc=2856°K et Vcp=5V

classe C: 0,143 mA ;classe D:0,23a 0,4 mA ;classe E:0,3a 0,7 mA.
(b) Pour un éclairement de 20 mW/cm? & Tc=2856°KetVcg=5V.

classe 201 : 0,754 3 mA ;classe 202 :2 3 5 mA ; classe 203 :4 a8 mA ; classe 204 :7 a 15 mA.
(c) Pourun éclairementde 4,756 mW/cm* a Tc= 2856 °K et Vcg=5V

classe C: 0,53 1,2 mA ;classe D :0,8532 mA ;classe E: 1,4 a 3 mA.
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photocoupleurs compatibles en transfert avec la logique TT

Valeurs maximales Résistances Caractéristiques (Tagmp= 25 °C)
thermiques
Tension ma i~
5 8w ‘Ef E—E ‘ET:,) = 5 Transfert dzmx %mg_£
Type § = i g L 3 g % ’QE). ypigue saturation E €523 E
i} B = oS5 R o 3 o ®2 855
s | 55 | S3 | S5 | Sg | & C §35 8w
g | ©3 © = © = . BEED @
3 a S+ @
; Vee | IF Ic IF " -
i\ (mA) (mA) (mA) (°C/W) % (V) |tmA)| (V) | (mA) ] (mA) (V)
CNY 22 C 50 30 200 30 1200 500 50 5 8 | 04 2 8 4 000
CNY 23 C 30 30 200 30 1200 500 100 5 8 |04 4 8 2 800
CNY 42 c 50 30 200 30 1200 500 50 5 8 104 2 8 4 000
CNY 43 (6 30 30 200 30 1200 500 100 5 8 104 4 8 2 800
CNY 47 C 30 30 200 30 750 500 40 5 10 0.4 2 10 2 800
CNY47A | C 30 30 200 30 750 500 80 5 10 | 0.4 4 10 2 800
CNY 48 C 30 60 3000 100 - — — - - 1 60 10 2100
1000
CNY 44 C 50 30 200 30 500 1200 60 | 10 10 | 0.4 46| 15 )
(continu)
1 000
CNY 46 C 50 30 200 30 1200 500 60 | 10 10 | 0.4 46| 15 .
(continu)
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—_—
v Q Q ‘@
Courant 2 3% g5, g ‘2 "
d'obscurité gg T 223l e § o
max 2E3 1 EEE
[ 509 0o &
2 °E’ ° o g g-u s
a | =° SE |e®
Vce| tw VER
ma) | v | (@) v) | ®F ] lus) m
100 10 10" 1 000 1 3 CNY 22 {SOT-91/A) -
12
100 10 |10 1000 |1 3 CNY 23 (SOT-91/A) “
e 119 §70% (1000 |1 s w CNY 42 (SOT-91/B)
100 |10 10" | 1000 1 3 CNY 43 (SOT-91/B) '
_, 11l (soT-90)
100 |10 |10 500 1 3 CNY 47 (F 124) m
I
) SOT-90
100 f10 |10™ 500 1 g m CNY 47 A :F1249) )
i lrsg | 2 M (soT-90)
L L & . ~ |cnvas (F 124) H
100 |15 |[10m 500 | 1,5 2 CNYa4 i ;
CNY 46
100 |15 |10m 500 1,6 3
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cellules photoconductrices

utilisables en relais

Caractéristiques Valeurs a ne pas dépasser Dimensions
TS Résistance Résistance Surface dTelrjsion Température |Puissance
moyenne d'obscurité sensible alimen- 1 5 mbiante dissipée | Long Larg. Diametre
5 tation
(1) a a (3)
Q \ M Q \ mm, \ °C mwW mm mm mm
RPY 58 600 1 0,2 50 25 50 50 100 5,3 — 5.3
RPY 71 700 1 0,6 50 25 50 70 50 53 — b;3
RPY 18 400 10 5,6 100 150 100 70 500 27 16,3 —
RPY 19 3 000 10 10 300 150 400 70 500 27 16,3 -
RPY 20 1500 10 6,5 300 300 400 7Q 1000 43 16,3 —
RPY 85 1150 10 9 200 170 200 70 500 15 12,6 —
ORP 60 60 000 30 200 300 0,25 350(2) 70 70 16 — 6
ORP 61 60 000 30 200 300 0,25 350(2) 70 70 16 — 6
ORP 69 30 000 30 100 300 0,25 350(2) 70 100 15,5 — 6
ORP 90 1 500 10 42 300 180 350(2) 70 1 000 54 — 19
(1) Pour un éclairementT = 2856 °K a 50 lux.
(2) 250 V en alternatif.
(3) a25°C.
RPY RPY RPY 18 RPY 19 RPY 85 ORP ORP ORP ORP 90
58 71 60 61 69
&

oo
f.x S
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ensembles d’emetteurs infrarouge et phototransistors

- ensemble de 9 phototransistors ou 9 diodes électroluminescentes sur circuit imprime

Ces dispositifs sont destinés a la lecture de cartes, de badges et de bandes perforées :
— BPW 26 : ensemble de 9 phototransistors en ligne
— CQY 63 : ensemble de 9 diodes électroluminescentes en ligne
— CNY 26 : association des deux produits précédents.

- ensemble de 12 phototransistors ou 12 diodes électroluminescentes sur circuit imprimeé

Ces dispositifs sont destinés a la lecture de cartes, de badges et de bandes perforées :
— BPW 27 : ensemble de 12 phototransistors en ligne
— CQY 64 : ensemble de 12 diodes électroluminescentes en ligne
— CNY 27 : association des deux produits précédents.

caracteéristiques
Types BPW 26 cQy 63 CNY 26
BPW 27 cay 64 CNY 27
IcCEO max (nA) 25(Vcg=30V;E=0) — —
Ic min (mA) 2 (Vcg=5; E=20 mW/cm?) = 25
| typ (mA) B _ 4 ¢t (IF=50mA;Vcg=5V) (1)
max (mA) 12 (Vcg=5; E=20 mW/cm?) — 10
VCE sat typ (V) [ 0,15 (I =0,4 mA; E = 20 mW/cm?) = 0.4 (Ilp=50mA ;Ic=2mA)(1)
Sur un méme circuit imprimé
| i ;
- 0,53 1(VeE=5V; E=20 mW/cm?) _ _
IC max
VE typ (V) - 13 =
P/IE min (mW/A) = 8 (IF =20 mA) =
max (mW/A) — 20 (Ip=20mA) =
A typ (nm) - g 930 =
@ (angle d’ouverture) typ (°) - 35 5

(1) Distance 2,5 mm de lentille & lentille entre émetteurs et récepteurs.

AAERENREX

® O©000000000 @

BPW 26
cay 63

©O 0 O © 0 0 ©0 © ©0 ©0 © © =

BPW 27
€Qy 64
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detecteurs infra-rouge
detecteurs photoconducteurs au sulfure de plomb

5 B I e _|oe @ a
e |5| cond | penee | Suroce| Reponse | SZ 4 SE 1Zso) B Eeo | Es
= . enétre utile | spectrale | == = = =2 @ © = O =2
% tionnement (mm?) (um) ‘E E 'E 5—: g 32 2L E E 1% g?, 3 gfi‘
i} O E OE |0 o b2 L
2 & i
61SV C | métallique transparent 6x6 |03a35 ]| 4.10' |6.5.10%|1.3.10° 20 1.5 100
62SV C | métallique transparent 6x6 |03a35 ]| 6.10'° | 10° 2.10°% 20 1.5 175
RPY75 C | boitier plat transparent 1x1 [05a3 101 108 2.103 20 0.6 250
RPY75A | C boitier plat germanium 1% 1.6a3 1010 108 2.103 20 0.6 250
RPY76 ) TO5 transparent 1x1 05a3 101 10% 2.103 20 0.6 250
- RPY76A | C TO5 germanium Tx1 1,543 101 108 2.103 20 0.6 250

@ Les caractéristiques ci-dessus sont données a Typ = 25°C.

Pic de réponse spectrale : 1,8 ym a 2,2 um pour RPY 75 et RPY 76
2,2 um pour 61 SV
2,5 um pour 62 SV

a

exemple d’application : détection de flamme
hoitiers : détecteurs au sulfure de plomb

fe—5

=

-

e

Te— U
—

A1k

@ 0132

RPY75 etR

104

°k
|

PY75A

Fenetre
transparente

/ Surface utile

Substrat
e=0,7mm

@0,48 max 4—

fe— 089 —»
oﬂ'”"l ~Fenétre
I‘Of,("b!/
{ hi
| @
]
IT :

.

RPY76 et RPY76A

o8
209

A Masse
B Signal
C +12Volt

F

xew oy

523

25max

(1) :(2um, 800, 1).
(2) : (500°K, 800, 1)

hoitiers : déetecteurs au sulfate de triglycine

10,0mm nom —

Preamplificateur

90,0 max
75.0nom

802 CPY

Support DIN Spec 41524

>

!

ey

el

(E——

88.3 mm.max.

825 CPY

Famm.

max.



holometres pyroélectriques au sulfate de triglycine

Déetecteur 802 CPY

Détecteur rapide a large bande fonctionnant a la température ambiante, constitué d'un matériau ferro-électrique
(sulfate de triglycine) associé a un préamplificateur dans une enveloppe hermétique scellée. La réponse spectrale
est uniforme de 2 um & 1000 um. La fenétre standard est en bromure de potassium (2 um a 35 um).

Des fenétres en silicium, germanium, quartz, iodure de césium, polythéne, KRS 5, peuvent étre montées a la

demande.
c . Impédance | p; o0 | Températ. | Températ
Cham Tension . uissance D* Sensibilité perat. perat.
'% Surface de b d’alimentat. de sortie debruit | (ocm Hz!/! (1) de fonction- de
Type = utile vision du préam- | gquivalente W' (1) (VW) nement stockage
k) (mm?) j piificateur (°C) (°C)
2 (degré) (V) (1) typ.
8 (L) (W) typ. max max
802 CPY C 2 60 12 200 1,5.107" 1,2.10% 3.10¢ +10a +40|-20a+ 55

@ Les caractéristiques ci-dessus sont données en sortie du préamplificateur  Tamp = 25°C.

(1) (500 °K, 90, 1).

exemple d’application : Detecteur de proximité ne nécessitant pas de projecteur infrarouge.

Détecteur 825 CPY

Le détecteur 825 CPY est une variante du détecteur 802 CPY permettant une utilisation a basse fréquence (quel-
ques Hz). La fenétre standard est en bromure de potassium (2 wma 35 pm).

5 Puissance Fréquence ;

S ‘ i T t.

= Surface Champ ‘Tension de bruit D* . Sensnbnl:te de fonc- g:f%?\?— Tempeérat.

Type = utile de d'alimentat. équivalente cm.Hz'/*. (VW. ") [ tionnement| . dé stockage
2 (mm3) vision W.Hz'/> W (1) (1) recomman. | tlonnement
. . 2 .

& (degre) V) (1) max. min. typ. (Ha) max (°C) C)

825 CPY D* 3x1 60 9 3.10°"0 6.108 2.10° 5a50 +10a+40|—20a + 55

@ Les caractéristiques ci-dessus sont données en sortie du préamplificateur a Ty, = 20°C.

(1) (500°K, 10, 1.

exemple d’application

Emploi dans les spectrométres IR en remplacement des cellules de

Golay

Détecteur F 523

Détecteur concu pour satisfaire les ambiances sévéres (chocs, vibrations, humidité). La fenétre standard en silicium
possede une couche anti-reflet permettant de travailler entre 8 et 14 s tandis qu’une fenétre en bromure de potas-
sium permet de travaillerde 2 a 35.m.

(caractéristiques semblables).

c i Puissance Température
'% Surface Chdamp Alimen- de bruit o* Sensibilité de fonc- Températ
T = i de tation équivalent (cm.Hz'/2wW-1) (V.w-1) tionnement )
ype 5 utile vision de stockage
= (mm?2) (deqré) (W.Hz 1/2) (1) (1) (1) (°C) ©C)
o egrel vy | (mA) typ. typ. typ. max
F 523 D ]0,5x 0,5 60 12 5 5.10°'* 10% 8.10° —40a+ 45 -40a+70

@ Les caractéristiques ci-dessus sont données en sortie du préamplificateur 8 Ty, = 20°C.
(1) (500 °K, 800, 1).
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detecteurs infra-rouge (suite)

détecteurs photoconducteurs au tellurure de cadmium dopé au mercure (Cd Hg Te)

a) température de fonctionnement : - 196° C

Détecteurs infrarouge photoconducteurs a réponse rapide, sensibles dans la gamme de longueur d’onde comprise
entre 8 um et 14 um. Les détecteurs sont montés dans le cryostat GC 13.

.é Surface Champ de Ma)fimum de Détectivit:é o Résistance | Constante
Types e utile vision réponse (cm.l-_lz'/-. Résistance équivalgnte de temps
% (mm) (degré) spectrale w-1) de. bruit (us)
I3 (1) (2) Q min (Q) typ
w (um) min
F 785 D 0,08 x 0,08 60 95a12,5 0,8 x 100 203200 400 1
F 787 D 0,23 x 0,23 60 95a125 0,8 x 10'° 20a200 400 1
F 788 D 0,5 x0,5 60 953125 0,5 x 10'° 20a200 400 1
F 789 D 1 x 1 60 953125 0,5 x 10'° 2034200 400 1
@ Les caractéristiques ci-dessus sontdonnées a T = — 196°C.

(1) Suivant dopage Hg.

(2) 500°K, 800, 1. Nota : D® (A pic)~22 D® (500°K).

h) tempeérature de fonctionnement : amhiante

Détecteurs infrarouge photoconducteurs a réponse rapide fonctionnant a la température ambiante dans une gamme
de longueur d’'onde comprise entre 3 et 6 um. Le détecteur F 467 est monté dans un boitier SOT-15 modifié avec
ou sans fenétre de saphire. Le détecteur F 47 1 est monté sur substrat d’alumine.
Les détecteurs F 584 et F 608 comportent un élément thermo-électrique permettant une stabilisation en tem-

pérature.
5 Résistance
g Surface Températ. | Domaine A pic DI"2 L Sensibjllité équivalente |Résistance Cte ter)“DS
Types 5 utile de fonc- spectral (um) cm.Hz'/2W-') (vw) de bruit (2) Q) (ps
L% (mm) tionnement (um) (D typ. (1) typ. (kQ) typ. typ.
F 467 . N N 9 3
Fa71 D* 0,23 x 0,23 —80a+50| 3a6 35ab 4,5.10 1,6.10° 4.2 200 0,2
F 584 D* | 0,075 x 0,075 |—40 a+70|25a55|4245,5 1.4.10" 1,8.10! 6 230 3
F 608 D* 023x 023 |-40a +70)125a55|42a55 1,4.10V 3,8.10' 2,5 230 3
(1) (K pic, 5 kHz, 1). ’ .
(2) 5 kHz. Fonétre e F @ 14.5max 0.8mm. substrat:7a1lum|ne o0Amm.
saphire @10 min wl nom. (F ) nom.
) et © | ] ¥
54}7 I |_J[Eiement s;ns'bé T +
€ IS ment Sene R < 1
= | )H:{ = L \ g{:‘l 0{ l _
o K | A 1 68mm. 'max 50 mm. min.
T ] )
EJE@LJ/ l I |! x [ .
thermo é | | E i . €
¥ ! e | E . E .
Pompe _ [fH T Isg g’lg
— ©
E
£ g
£ | S
© | T
!
i
30mm.
Lm0 | Feo8 F 467 nom.
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détecteurs photoconducteurs a I'antimoniure d’indium

A) température de fonctionnement: - 196°C

5 Réponse spectrale D* Sensibilité
= Surface AR (V.mw-1) Courant Cte de
TYPE = | Cryostat utile ] (em.Hz!/?W-1) max temps
% (mm?2) Domaine A pic (1) mA (us)
5 spectral (um) typ. 500 °K 5.3 um '
ORP 13 D GC 13 6 x05 visible a 5,6 5,3 4,5.1010 4,5 12 30 2236
RPY 31 D GC13 4 x4 » » 4.1010 0,5 3.8 10 »
RPY 52 D GC13 0,56 x0,5 » » 5.101° 9 45 5 »
B) température de fonctionnement : ambiante
c Réponse spectrale PTTIo
2 Surface D* S(v\s/:/bil:;e Courant . Cte
TYPE '553 Fenétre utile domaine ] (em.Hz'/Aw-1| T typique Résistance | 4o temps
2 (mm?) spectral A pic (1) min. (1) (mA) (@) (ns)
X5 (um) (pm) min
ORP 10 D Transp. 6 x05 2a75 6a6,3 8,56.107 1 50 303100 < 100
RPY 77 D Transp. 2 x2 2a7 5465 108 3,5 5a15 500 < 100
RPY 78 D Saphire 2 x2 2a7 5a6,5 1.1.108 3.8 5a15 500 < 100
(1) (Apic, 800, 1).
® Surdemande modules de 10 éléments en ligne.
B Pour des détecteurs plus rapides T < 2 us), on obtient des valeurs D*/2.
exemple d’application : spectrométrie infrarouge
Sorties.
‘———‘_’~ POy
| ] o Char;\gogl:..;:suon Fenétre de Corindon 17
| 0,2 mm 50
|l .
| ] Hii ___————=Conducteurs 0.1mm.
e » T T E
- \ﬁ 2 g * nom. ~_ Surface utile
I x3 W i
Max 5 i “; Capot métallique * o I Radiations
‘ 12 |I '™ | |incidentes 2 (environ)
| Max | 33 6,8mr'n max 5,0mm.min, _\| 1 -
o ' 33 | O
| | /, | : ,3(5 _ I N U
| 1 v conr B! g o D [5
f at : - 03smm. EE __lgefixation
i S S s nom, ~E
B P 3 i #‘—L oSt
Détecteur | stem .3 po >~ s
] ' 3 ] ED—F N~ 3 N
o 1 S 3
- x T ~ ~
J SRS Gemontas) , 5
H mm
-3 1 étame
Cryostat : GC 13 (fenétre saphire) "‘——’130""“_ Surface sensible 4,0 x 2,0 mm nom.
GC 13A (fenétre Silicium) nom.
(autonomie 1 h 30) RPY 77 - RPY 78 ORP10
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détecteurs infra-rouge (suite)

thermopile RTC 896

La thermopile RTC 896 est un détecteur de rayonnement fonctionnant sur le méme principe que les thermopiles
classiques, mais avec une technologie différente.

La technologie employée « a couche mince » a été développée plus particuliérement pour les senseurs d’'horizons
destinés au satellite SYMPHONIE.

Cette structure originale réduit I'encombrement et le temps de réponse de nos thermopiles, tout en augmentant
leur sensibilité, leur linéarité et leur fiabilité.

caracteristiques
Surface sensible 1T mm x 1T mm
Sensibilité (sans fenétre) 10 V/W
Constante de temps :=80ms
Impédance :20kQ
Variation de f.e.m pour 0°
< tsoudure froide < 80°C < 1%
Linéarité en sortie :v< 50 mV
Température de fonctionnement :0a80°C
Boitier : TO-5 modifié
Nombre de thermocouples 12 x 11
Etendue spectrale :0,3a25um

applications \

— Eléments sensibles pour pyrometres.
— Spectrophotométrie infra-rouges.

— Détecteurs de présence.

— Détecteurs d'incendie.
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i Emploi : Multiplier la valeur de la grandeur mesurée
facteur (!e convers'““ exprimée en unité de la colonne X par le facteur de
i n i conversion du tableau pour obtenir la valeur de la

des unltes phOtometrlques grandeur exprimée en unités de la ligne Y.

luminance
Y Candle Candle Foot
Nit Stilb p. sQ. p. sq. Apostilb Lambert
X Foot Inch Lambert
Nit 4 -4 -4
Candela/m? 1 10 0,0929 6,452.10 3,142 3,142.10 0,2919
Stilb "
Candela/cm? 10 1 929 6,452 3142 3,142 2919
Candle 10,76 10,76.10- 1 6,944.10* 33,82 3,382.10-3 3,142
p. sq. foot ! o ! ’ ! ! ’ '
Candle 1550 0,155 144 1 4869 0,4869 4524
p- sq. inch. ’ A ,
Apostilb 0,3183 3,183.103 0,0296 2,054.104 1 10 0,0929
Lambert 3183 0,3183 295,7 2,054 104 1 929,0
Foot Lambert 3,426 3,426.10 0,3183 2, 21.10°3 10,764 1,076.1073 1
Nota : Lumen et candela (bougie) sont communs & tous les systémes. éclaireme“t
Y Foot
X Lux Phot Candle
Lux 1 104 0,0929
Phot 104 1 929,0
Foot Candle 10,674 10,674.104 1
tableau de correspondance
UNITES : Photométriques (visibles) Energgtl'ques
non visibles
iy N N Unités N
Définition Systéme MKS Systéme CGS Anglo-saxonnes Systéme Sl
1 — Unités basées sur lI'intensite
Flux de lumiére
(équivalent & une puissance totale) Lumen Lumen Lumen Watt
Intensité
Flux émis par unité d’angle solide |Candéla(lumen/stéradian) Candéla Candéla Watt/Sr
ou W.Sr!
Luminance Candle
Intensité émise par l'unité de Nit Stilb per square foot Watt/Sr.m?
surface de la source (candéla/m?2) (candéla/cm?) Candle per square inch ou W.Sr'm~2
£clairement
Quantité de lumiére recue par unité Lux Phot Foot Candle Watt/m?
de surface (lumen/m?2) (lumen/cm?) lumen/sq. foot ou W.m~2
2 — Unités basées sur le diffuseur de Lambert
Luminance
Luminance du diffuseur dont la ra- Apostilb Lambert Foot-Lambert
diance est de 1 lumen par unité de | (rayonnement de 1 lux) (rayonnement (rayonnement de
surface de 1 phot) 1 foot candle)
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hoitiers optoélectronique

I}
://f;l:l:
Z—=|

4,8 max

cay s8 BPW 22
1 Cathode Collecteur
2 Anode Emetteur
2300317 259-292
240-260 0,40-060 203-226
E _ 0254 1157_172
! - <
f © & o /f __;I §
| g @ 2 Lentilled AN s
33max | 3 - vegf3_Q25 I Collecteur
= ﬁTT—‘» Emetteur Céramique
|
s [T ¢
S o . .
; ‘ oss collecteur relié au boitier
1 [ max*
BPW 22 1 SOT 71 A similaire
: SOD 53 B
cay 58 hase] 2 eaection canée BPX 71 - BPW 71 aDO31etF145B
é | 53 max cQy 49 B cay 11 B
= 1] 116 max 1 Emetteur Cathode Anode
" 5o 0,54 max
7/ 2 Base - —_

3 Collecteur relié

Anode reliée

Cathode reliée

/ au boitier au boitier au boitier
6 / /12.7 min
max
BPX 25-BPY 77
cay 11 Cc-cQy49cC TO-18 (fenétre verre bombé) 16
o & —
a r . K _+ max [ ]
. TR |
e 30—+ |<-335 »le— 30 —» - o T 27min
BPX 40 Epaisseur : 0,27 mm max
1,85
‘ / 015
i
/!
f } BPX 29 SOD 29/2
% | cay11B TO 18 (fenétre plane
cay49B en verre)
BPX 41 Epaisseur : 0,27 mm
a— -
< ]
[——) - ~
Epaisseur : _f | @ 4 -— — _ w; e
0,27 mm 37 50 J 7/ J
v k l ‘ 9.2max 28 min
015 A ;?= | ‘
|
BPX 42 v 30 el 0 BPX 69 sop 24




BPX70-72

t— 4
F————c————— 048
Li ‘mux
e | T
——————

N L l& 127min ——

BPY 13

POINT ROUGE

|
|

BPX 95 A

256
4

91 35

12,7 min ——

88 20

e i

Emetteur :broche longue
Collecteur : broche courte

CNY 22 - CNY 23

SOT91A

Emetteur {

Récepteur {

Cathode
Anode

-

Collecteur

H» W N

Emetteur

Emetteur
25.08

CNY 46

0,86ma

ax

6.6 max r12.7mm <
| 3
LI :
58 =
_ E E | ” o
Recepleur
Lo < 0

o ®© #F:‘%

N3 ¥ =

1

@r (*) Electrode reliée au boitier

TO 12
F 126

CNY 42-CNY 43 SOT91 8B
1 Anode
Emetteur
2 Emetteur
3 Emetteur
Récepteur
P 4 Collecteur
45° é
0,_86max,! . // 1,imax 66max 127min_ g}
I o
T
RECEPTEUR METTEUR £ & J
n
05,08 3 p —_
3 2 [ - !
4
™) eLecTRODE
3 RELIEE AU
BOITIER
TO 12
CNY 44 F 126
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8,3max
0.51min
09¢C
0.50*
P u.:n 08';22 al+)
S —— 3
30! " R
'f“ < e e
INDEX DE e s PR T—
REPERAGE| - 88 20
E LA e tamin —
BROCHE
CNY 47 - CNY 47A SOT 90 ou
CNY 48 F124 cQy-24-A SOD39-C
1 € MLOBG 1:anode E
C—Tz) =% e, 2 :anode D
—T=] ° & |\ 4" 3:anodeC
108 E 5 : anode du point décimal
e B "
137 1c 5 71 | 043"
5 DIP -3 0.43
15 6 : anode R
‘ 9.5max -] 7 :anode A
(E., 8 : cathode commune
0 ‘ ~ 9 :anode G
N
S 10 : anode F
6.3max
L 15 )
caQy 25
| 14 |
16
£ ; . .
% < =4
« ol
I L T — — E e =
[\ p— § F\ — ﬂ__JF
R} |
D el e — C . X 3
4§ = - n O — © s
1,55 2,9
6,3 max
::=(—J\————ﬂ
g_ =
o E
CQy25-A
SOT71-B
0,13.0,25 é 0,20.0,30
' cathode ~anode E i B08max Thame
G é 'V“ / r _T
L O - %—1, =
_;1 ':1 ——
]
L157.175
|.203.226 —r0.a1-08
2,97. 3,60
(Similairea DO 31
et FC 145) SOT 70/B similaire
cQy 50 - CQyY 52 caQy 53 aTO18
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; 1= anod
14,0 min 3.3 max 0.1 py 1.9 i :::d:
\“/‘7“ = 3 = cathode
o f————— — ¥ 1 = A 1 ! 2
= = = 9 RS g ; |
3 - .7 - - 25
B - 4 Ne @ HEE
e Jl L | E :
4 ' ], 20.01 min 2l
0,56 max* !
3 1
15,5 min 4.8 “
6.3 0.85 max 0.43 max
* SECTION CARREE ,.__l"z'"" 2.9max
CcQyY 54 -CQy 88 SODS53 A cQay 79 SOT 23
Broche Fonction Broche Fonction Broche Fonction Broche Fonction
1 Cathode a 4 Pas de broche 7 Cathode ¢ 11 Cathode g
2 Cathode f 5 Pas de broche 8 Cathode d 12 Pas de broche
3 Anode 6 Cathode 9 non connectée 13 Cathode b
(point décimal) 10 Cathode ¢ 14 Anode
zE DETAIL (ECH 10 1)
0.2 | | 4
036 —~dly 762 ‘ 3.40 -\l\_‘
‘[ 1.90 max %0
10° max
10 L
-~ < Voir détail T
I/ f‘
") <oy i
F + m fﬁ—-ﬂ ) +
.t . Jp— e oo+
“ﬁl—_—’ﬁ} - L Mﬁ’q:’g: i)
Sz |+He=E| = LE E’g}l]z::&:
3'”5:1[]1 :: [ 4 [“:":9 -
7 :[ +|s | Q ‘{ *
i
:L5.« ‘ & Bﬁﬁimuld _5,,| !
L_,_. ¢€ay81-Point a gauche 2 50 CcQYy 81 A - Point a droite L, .l
70
cQy 81/81 A
’4 E
BROCHE FONCTION
1 ANODE
2 NON CONNECTEFH
3 NON CONNECTEH
10,16 max 4 CATHODE d
4,95 5 NON CONNECTEH
6 [NON CONNECTEH
7 CATHODE d
I 14 8 CATHODE ¢
2 ! 13 9 CATHODE dp
10 CATHODE b
__Q__‘E 12 1 CATHODE a
L . | la » o 12 INON CONNEC TEE|
& HES - | 13 |NON CONNECTEE
5 d b 10 14 ANODE
" 3 ‘%K 9
e TN ’ N CAK
w . 8
{ L
=
6,0-8,0
cQaysgl-B
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0,90 -1,40

o)
3
g
@
3
j:
3,40-3,90
2,54 max FONCTION
1 CATHODE a
2 CATHODE 1
3 ANODE
4 INON CONNECTEE
12,7 max 5 INON CONNECTEE
6,2 6 CATHODE dp
7 CATHODE E
8 CATHODE d
405 7,0
1 1 9 [NON CONNECTEH
a — 10 CATHODE ¢
2 ——] 3 1 CATHODE g
3 f b | 12 12 |NON CONNECTEE]
13 CATHODE b
4 L] 1
s e " ANODE
2 5 ﬁ 10 - -
H
6 e c E
b —— ° 3
s _(b_ S 2
8 o
4,95 __ 5,15 &
i -
0,51 min
cQys2cC £.0-8.0
e
a 2
2 =
o .
F) g
" )
=) + !
0, ! &
v?.avjs
. I&)
; :1 2,54 max
10° FONCTION

12,7 max 1 ANODE
* 2 [NON CONNECTEE
3 [NON CONNECTEE,|
4q CATHODE d
5 INON CONNECTEE|
6 INON CONNECTEE|
7 CATHODE d
8 CATHODE ¢
9 CATHODE dp
i; o 10 CATHODE b
s| 2 1 CATHODE a
12 INON CONNECTEE|
13 INON CONNECTEE|
14 ANODE
0,51 min
6,0 -8,0
6,2
CQYS82E
Broche Fonction | Broche | Fonction | Broche Fonction | Broche | Fonction | Broche | Fonction | Broche| Fonction
1 Anode 4 Anode 7 N.C. 10 Anode 13 | Cathodeg 16 N.C. _
2 Cathode a 5 N.C. 8 Cathode e 1 N.C. 14 Cathode c 17 | Cathodeb
3 Cathode f 6 N.C. 9 Anode 12 Cathode h 15 Cathode g 18 Anode

100

T]‘ Voir detail
) .
/ N.C. = non connectée.

+ 4 ——=m(]
41 1 BE—
! & ! ol o IS ! DETAIL (ECH. 10/1)
+ + s| & ' 15,24 —
—: |4 L= N, —
+ + +— - ===} < s
e G ——— s
e + e
¢ .
+ —  —=—=] 7—"
/s 3,40
o d [-(™® - —=={ 390
20 =
=
§ 1,15
22,00 7.65

@ = largeur des barres

cay 84




029-34
02.65

3117

090 |
0,60 |
I 058
_ ! 080 Oo3 !
[} 1 1 ai+) N
! === )
¥
508
w30 | L M ki) 2‘&“ I 1 I
b M= L
I — -
’f 15 10
66 a3 e p———
[ 63 20 127min H
LA AR — = |
3 —
n
cavs9 0.6 max, e f
cathod | | +
ode :1.0,6 max 0,6 max
2,54
anode
127 cQy 95-97
o™ [T 0089 max
bk
[ —T —
’q “+ 254
[—— S
152
Tl ;
2515 .
i a
IBROCH! FONCTION
1 | catHooE
15,20
020,055 f p—220—— 2 | ANODE t
cQy 94-96 I A
R . + | anooen
12,5 & 5 NON CONNECTEE
1 F |a 18 4 = : »:::;::o:nscvss
2 17 9 CATHODE
s | L | 4 fo | cATHooE
4 s . ~—] " ANt d
s = L] :n 12 NON CONNECTEE
o e T - 13 ANODE
go%_ g e ° 11 — 1e | AobE ¢
7 i . c 12 [ - 15 ANODE b
. 3 . . "o }—d le | now connecree
cathode e/ H L) ] 0 T ] 17 | AmoDE &
anode. ) ) 3 - | s J e J 1. CATHODE
R o e
25,4 max 7,88

OAP 12 SOD 21

298 cay
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hoitiers
k l_ 1 a
o 'K-
LL ] 5
5 =
051, g -
j91mex | £
3,5 max
35min 17"78max
agmin
Dimensions en mm
DO-4(A)-F9 U DO-4(B)-F9 U
g x 53
r_E’ 10-32 UNF 4 max_, g 10-32UNF EE
© B4 ¥ o
~ .-H- 2
i { K
1,98| max <32 max» ‘g 16 19 35 25
218 max 10,3__|max 23
Ve~ g
»—9,3 —Lmax 15 ‘max
10,72_|4 203 max —» 72 203max
11,5 ’
DO-5 = DO-7-F2
o
E 3
5 mmj—r g‘ 41 § non étamé
., I 3,8 & 2 max = 2 max
1/4'x 28UNF ¥ = | | )
I:= h [ mm—— |
¢ < T h
: l U
l E 25.4min n 7.6 max f 25.4 min
as ;
2,2 14 J
aX' [“max ‘u I
115 —«—25 4 max 1
10,72 o
DO-14 DO-15
x
©
£ .
& £
2max  2max o ©|
7 = el l a k S
(o) — Ty = —— 3¢
(e L '
ke . )
3,2max 254min 71max 29.9min l__25,4M" 7,0 max 25,4™n
DO-22-F 107 DO-34
DO-23 - F 108 = DO-22 sans collet collet
% —_— — =
Is_ - o - 2 max
: j f f 8 5 - =l &l 2max 2,75%a1s
© ~ o| El+
L7 "7 *al 5 g 1,2 max
Al min 0 1,2 max
70 5.08 3,051 0,15 205%1
52t

117



FO-38

16
min

\
‘A

i

— 0,75

DO-35- F 80 I 8
5.1 min ! r ! l ! °
-—,L 3 ! T =
3 Eli L T JpLan o siece
H u o w 6,2-7,0
t’p + =Y — I A=t4h
[N I| ',__-———v \
de  %4min 25max 25,4 min 1.85 max ALl
I : t 1,4-1,6
Jr___ 8-32UNC 2 A
rouge bleu clair
Fo-41 8,2 max E
e 56 ] |
& - N
i T ] ) : >
[} 1,7 max H N R - 3|3
: ! ~ T ! T —* 5 w0
! | BEE | A\
L oot
PLAN DE SIEGE
20,5 max
—of et
3,4min Il FO-45
n
. /‘.J : — 2,4 max | s
7 J [-]
4_L — -
ac | ;
 Q x - N\— pLAN DE siEGE
5,30 max.
I
! }
=
el i ©F
14,2 5,5 max -Vl 0.75
[~ 1~ 3 — O,
- l—l‘. —T
FO-46 : \
ﬂ 5,30 max}-e— N [T -
16
. | o min
g " 3
- 2 ] K
f L f : — PLAN DE SIEGE |
n 1
H sl ww B T 5,25
€ N o .E ‘ 3,2
S, 22 r
=
S =l FO-47
c __8-32 UNC2 A E .._luim. ] .
2 e
. O[] I RHIEEE
| N
f—— - 255max ——————*{ "~ PLAN DE SIEGE

o

2,25min
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FO-48 i FO-53 i
T N < B
[+: T ! 1 £
| | ]
1 M = 20,5 max 1 :_
< T ; 2,9
l / | 35l L0.0
! .LAKE
SIEGE 0, 5 max @ E
f—4,5 min. 7 4,5 min—e| 2,8 max
Pl b= !
~ st g
FO-49 -1 ° |- -
" !
3,4min ’ n £
. viE
V72BN r —I_ lee 71T.P. I
2 —ft - —+— - 3 I N 1195
*r 4 jt ‘l A < 2,10
T2/ I 14,2 T.P.
‘ PLAN DE
H SIEGE
0,75 max
o 2,8 max
fe— 4,5 min J‘ 55 ula—Ll.snl—— soD 8_B
F62 M
NO-168 19.3 max 27,2 max
_,7‘[‘}*“'-;:}
i E’l r l | + é
- T = Ty i I 1
| | § HE@[””” l@ BEN & . Gaine isolante 84
savi g it it [
02etq se k4 0.8
i b "= felros [@) =
i 1 2] \ '
: j{ N 5o i | Section nominale ) &
4 25 zglém'a“:x _delatresse 16mm g
; ‘ [ 445max | | e
R IS . o esst |
B s 165
L}é} o33 —— -
- SOD-18
SOD-17 x non étame ]
“E, 4 max-» 11e4 max
g S
E N a_ . Lk
8 —e=—=F=— L

le- 25,4 min »f

le—6,35 ma x—»|

L24 min—

12,5 max+e—24 min—»

SOD 19

19,8a20,2

L R
K e 32 - A\ 8
|
N
8“ - N
© 110 ¢ S
@
@ / :
mét.alT cétrgmiqugT métal
L max

BYX 29/ 75 000 143

BYX 29/100 000 17

BYX 29/125 000 231

BYX 29/150 000 231

SOD 23-F 122

075
max
vy K a 7
Ymin __{ O t:_‘:: 2‘5
| |
-2,6+ L e -2.6+
13
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(2) Zone préférentielle de contrainte.
(3) Zone ou il faut éviter tout effort de flexion.

SOD 28 SOD 31
5"’0!
I l K] A
G @ + —— ]
Y. 3 016 16— 17— |e-1,6->1 02—+~
: —
= 23,1 05
3 0 .
RS oy ® ——— £
= S
@ | X
0mer | 1gmin SOD 34/1
SOD 33 25.4 min m\‘:::: 25.4 min
2 I [l 200 .
L—non étamé—l Ee
6,8 max 3max 3Imax- E |@ = i ‘:I
a_ . k § e n y
; * == u j
18 min
A 4109 L20min-—<——25,5 max——ste 20Min-|
SOD 38
SOD 42
52
11,0max max 3,7.3,6 0
I
H 1S © ~—
0 0
(7 233 © & o
180 || ! + s % % r
max | i i 2 ;
' | i
- : 917 ' !
[ ! 1,3 : 1
14,5 . l ¥ ] ]
min 0,55max I 25 ? H—a
TN (M2 ?
P 20 | L 142(1,32 | 180 [1.32[142
| 115max X
25— 716
SOD 43
) 202 SOD 44
6,22 w2
¢ 4,83 483
5’60" “T F"Sf §§ 028 063
a ,€0 A
EI»:Eﬂ qu \ 0,23 T " T"gss
|
Qo o
Ay l3,43 394 33 L‘
3,16™ *T368" r
0»22’,67 !
41 7
348 191
[ 328 7,42_’l
SOD 45 3-48UNC
32
A —K SOD49/3
—f
F—H —— 3y | &8
1 ey ey A K -
' ' §_E\
3+ e
058 o L 3 i R
QJG'E,J !
163 oo
7 340 Q73
290 k370
(1) Zone ou il faut éviter toute contrainte. 19.3

120




SOD 50 SOD-51
Teo 18—~
30° 10 min
£
r r1
Hl )
1 : 4.6 [
1 [}
% e — H — k ¥ H ,
/o | I |) s
g',;as_, L__ L . A —o )‘_Digg § 28 min | 6.5 max 28 min
486 66
A zTolérance de concentricité = 20,15 62
SOD 52 SOD 56
1Amin 1Imin
- -— — -
' — X "
T L_r— 21 2= R e
T — & I gkl
* a &
1,0max ' — i " !
|<-3.1 max-»! 42maxle 8 8
+—— 50 —o ;_; 'J
15,5 min [
16max
¥  019max
¥ } -
L_J__j ' SOT-23
2'9ma:
. 19
~
SOT-9 9 i 095 |
o |
= o | o
69 S 21
oo | o o
.. [+ 3 :
o \soudure T L
smﬂl o'é?max
S 2 1,2m
- |
- < Brochage A B C D E F G H
- ;,
- ] 1 a k k nc e b s k
ZJmn———-L-
9,7 min 8.9max 2 a k a b e d a
3 kk | aa]ak k c c g a, g
1 2 3
SOT-25-F121 B —1 SOT-36/3
el—| B8] E] €] TO117
d—| el B| C 3
35 ]
s 0.36-0.01
+ — .Ifau-au l -
1 @ 3 —If' > b |
TR
q }
E £ ‘ 1 — e "E g
~ ™ T o - T ?
© [hd [ I IQ = L2ame |
+ s . ol g 20men | |
IC )i \l}—} s rgmm
. i : R=0.35 |4 0,75 . -J'
1.2 [ Sman
Aloze0 254[258) | 1.1 ot

121



max 6,5 mm.
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pour transistors petits signaux

accessoires

Boitiers Accessoires Description
TO-1 56 200 Clip refroidisseur.
56 218 Matériel de fixation.
TO-5 56 245 Disque d’isolement.
56 265 Clip refroidisseur.
To-18 56 246 Disque d’isolement.
) 56 263 Clip refroidisseur.
TO-39 56 265 Clip refroidisseur.
TO-71 56 263 Clip refroidisseur.
TO-72 56 263 Clip refroidisseur.
pour transistors de puissance
Boitiers Accessoires Description
TO-3 (1) et (2) 56 201 C Canon isolant
TO-3 56 201 D Mica
TO-3(3) 56 201 G Canon isolant
TO-3(3) 56 339 Mica
TO-3HT (1) 56 352 Support isolant
SOT-9 56 203 D Mica
TO-220 56338 Canon isolant
56325 Mica
T0-126 56326 Plaquette de serrage
56333 Plaquette de serrage + canon isolant + mica

pour diodes

Boitiers Accessoires Description
DO-4 56 262 A Ensemble : mica + canon + rondelle
DO-5 56 264 A Ensemble : mica + canon + cosse

* Fournis seulement avec les composants correspondants.

127



128




accessoires

pour transistors et diodes

Dimensions en mm

56200 19.5 56201 G
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Rondelle isolante supérieure de blocage Rondelle inférieure de blocage en laiton étamé Rondelle en Mylar
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